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symboles utilisés 

bfs (b21 s) 

bib (b llb) 

bis (blls) 

bob (b22b) 

bos (b22s) 

brs (b12s) 

B 

Bs 

C 

Cc 

Cd 

Ce 

Cfs (C21 s) 

Cg _n 

C ib (Cl lb) 

Cie (Cl le) 

C is (C 11s) 

Cob (C22b) 

Coe (C22e) 

Cos (C22s) 

C rb (C 12b) 

C rd (C 12d) 

Cre (C 12e) 

Crs (C12s) 

CMRR 

d. lm 

fT 

F 

Fc 

gfs (g21 s) 

gib (gl1 b) 

gie (g 11 e) 

gis (gl1s) 

gob (g22b) 

goe (g22e) 

gos (g22s) 

grs 

Gpb 

GS 

Gtr 

GUM 

Gtr(um) } 
PGu 

su sceptance de trans fert, source commune, sorti e en court-ci rcui t 

susceptance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit 

susceptance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

su sceptance de sorti e, base commune, entrée en court-ci rcui t 

susceptance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

susceptance de réaction, source commune, entrée en court-circuit 

bande passante à -3 dB 

susceptance de la source 

capacité différentielle 

capacité collecteur 

capacité de la diode 

capacité émetteur 

capacité de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

capacité entre la grille et les autres électrodes réunies 

capaci té d'entrée, base commune, sorti e en court-ci rcu i t 

capacité d'entrée, émetteur commun, sortie en court-circuit 

capacité d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

capacité de sortie, base commune, entrée en court-circuit 

capacité de sortie, émetteur commun, entrée en court-circuit 

capacité de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

capacité de rétroaction, base commune, entrée en court-circuit 

capaci té de rétroaction, drai n commun, entrée en court-ci rcui t 

capacité de rétroaction, émetteur commun, entrée en court-circuit 

capaci té de rétroaction, source commune, entrée en cou rt-ci rcui t 

rapport de réjection en mode commun 

distorsion en intermodulation 

fréquence 

fréquence de transition 

facteu r de bru i t 

facteur de bruit de conversion 

conductance de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, base commune, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, émetteur commun, sortie en court-circuit 

conductance d'entrée, source sommune, sorti e en court-ci rcui t 

conductance de sortie, base commune, entrée en court-circuit 

conductance de sortie, émetteur commun, entrée en court-circuit 

conductance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

conductance de réaction, source commune, entrée en court-circuit 

gain en pui ssance, base commune 

conductance de 1 a source 

gain de transfert en puissance 

gain en puissance maximal unilatéralisé 
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Gv 

h fe, h21e 

h FE,h21 E 

hie (h lle) 

hoe (h22e) 

h re (h 12e) 

'AM 

'ARM 

'ASM 
'B 
-IBM 

-1 B off 

'B on 

'C 
'C on 

' CBO 
'CEO 

'CER 

'CES 

'CEX 

'CEY 
'CM 

'D 

' DM 
'DSS 

'DSX 
'E 

' ERM 
'F 

' FAV 
'FRM 

' FSM 

'G 
'GDO 

' GSO 

'GSS 

' H 
'0 

'ORM 

'p 
'R 
' RR 
'v 
IZ 

'ZK 
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gain en tension 

gain de transfert en courant alternatif, émetteur commun 

gain de transfert en courant continu, émetteur commun 

impédance d'entrée (émetteur commun) 

admittance de sortie (émetteur commun) 

rapport de transfert inverse en tension (émetteur commun) 

cou rant d'anode maxi mal 

courant d'anode répétitif maximal 

courant d'anode non répéti ti f maxi mal 

courant base 

courant base maximal pendant le temps de recouvrement inverse 

courant base pendant le temps de recouvrement inverse 

courant base de commande pour une conduction donnée 

courant collecteur 

courant coll ecteur correspondant à 1 B on 

courant résiduel collecteur-base, émetteur ouvert 

cou ran t rés i du el coll ecteur-émetteur, base ouverte 

courant résiduel coll ecteur-émetteur, pour RB donnée 

courant résiduel coll ecteur-émetteur, pour RB nulle 

courant résiduel coll ecteur-émetteur, jonction B-E bloquée 

courant résiduel collecteur-émetteur, jonction B-E passante 

courant collecteur maximal 

courant drain 

courant drain maximal 

courant drain, pour une tension grille-source nulle 

courant drain au blocage 

courant émetteur 

courant émetteur répétitif maximal 

courant di rect 

courant di rect moyen 

courant direct répétitif maximal 

courant direct non répétitif maximal 

courant gri Il e 

cou rant rés i duel gri Il e-drai n 

courant résiduel grille-source, drain ouvert 

courant résiduel total de grille, D et S en court-circuit 

courant de maintien 

courant de sortie 

courant de sortie répétitif maxima! 

courant de crête 

courant continu inverse 

cou rant inverse répéti ti f 

courant de vallée 

courant de régulation d'une diode régulatrice de tension 

courant de régulation dans la région du coude de claquage 
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IZM 

IZRM 

IZSM 

IZT 

P tot 

PZRM 

P ZSM 

Qs 

rbb' Cb'c 

rDS on 

rD 

rG 

rZ 

rZK 

rZT 

RB 
RBE 
RC 

Re(Yi s) 

Re(yos) 

RE 
RG 

RL 
Rp 

RS 

Rth(h-a) 

Rth(j-amb) t 
Rth(j-a) \ 

Rth(j -cl 

Rth(j-mbl 

Rth(j-fb) 

Rth(mb-h) 

R th ( fb-r) 

R,OS 

1..0 .. S .. 

SF 
Sz 
td 

tf 

toff 

ton 

tp 

tq 

tr 

Symboles utilisés, Page 3/5 

courant de régulation maximal 

courant de régulation répétitif maximal 

courant de régulation non répétitif maximal 

courant de contrôle de la tension de régulation 

puissance totale dissipée 

puissance de régulation répétitive maximale 

puissance de régulation non répétitive maximale 

charge recouvrée 

constante de temps de rétroaction 

résistance drain-source à l'état passant (mesure en alternatif) 

résistance drain-source à l'état passant (mesure en continu) 

résistance de la diode polarisée en direct 

rési stance de générateu r 

résistance différentielle 

résistance différentielle dans la région du coude de claquage 

résistance différentielle pour le courant inverse de mesure dans la région de régulation 

résistance extérieure en série dans la base 

résistance extérieure reliant base et émetteur 

résistance extérieure en série dans le collecteur 

partie réelle de l'admittance d'entrée 

partie réelle de l'admittance de sortie 

résistance extérieure en série dans l'émetteur 

résistance du circuit grille 

résistance de charge 

résistance de perte d'un circuit accordé 

rési stance de source 

résistance thermique, refroidisseur-air ambiant 

résistance thermique, jonction-air ambiant 

rési stance thermi que, jonction-boÎti er 

rési stance thermi que, joncti on-fond de boÎti er 

résistance thermique, fond de boîtier-refroidisseur 

taux d'ondes stationnai res 

coeffi ci en t de températu re 

temps de retard à la croissance 

temps de décroi ssance 

temps total de coupure 

temps d'établissement du courant 

durée d'une impulsion 

temps de charge 

temps de croi ssance du courant 
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t rr 

t s 

T 

Tamb 

Tc 

T· 
J 

Tmb 

T fb 

T stg 

VAK 
V BB 

V BE sot 

V(BR) CBO 

V(BR) CEO 

V(BR) CER 

V(BR) CES 

V(BR) DSX 

V(BR) GDO 

V(BR) GSO 

V(BR) GSS 

V(BR) R 

V CB 

V CBO 

V CC 

V CE 

V CEK 

VCEO 

VCEO 

V CER 

V CER 

V CES 

sust 

sust 

V CE sot 

V(CL) R 

V DB 

V DD 

VDGo 

V DS 

V DSS 

V EB 

VEBO 

V EE 

VF 
VFAKO 
V fr 

VGA 
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temps de recouvrement inverse 

temps de retard à la décroissance du courant 

période (durée du cycl e) 

températu re ambi ante 

températu re du bo Îti er 

température de jonction 

température du fond de boîtier 

température de stockage 

ten sion anode-cathode en di rect 

tension continue d'alimentation de la base 

tension de saturation base-émetteur 

tension de claquage collecteur-base, émetteur ouvert 

tension de claquage collecteur-émetteur, base ouverte 

tension de claquage collecteur-émetteur, pour RB donnée 

tension de claquage collecteur-émetteur, pour RB nulle 

tension de claquage drain-source, grille au blocage 

tension de claquage grille-drain, source ouverte 

tension de claquage grille-source, drain ouvert 

tension de claquage grille-source, drain et source en court-circuit 

tension d'avalanche 

tension collecteur-base 

tension collecteur-base, émetteur ouvert 

tension continue d'alimentation du collecteur 

tension collecteur-émetteur 

tension de coude coll ecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur, base ouverte 

tension de maintien collecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur, avec Rentre E et B 

tension de maintien collecteur-émetteur 

tension collecteur-émetteur, B et E en court-circuit 

tension de saturation collecteur-émetteur 

tension d'écrêtage 

tension drain-substrat 

tension continue d'alimentation du drain 

tension drain-grille, source en circuit ouvert 

tension drain-source 

tension drain-source, source et grille en court-circuit 

tension émetteur-base 

tension émetteur-base, collecteur ouvert 

tension continue d'alimentation de l'émetteur 

tension continue directe 

tension directe anode-cathode, gri Ile ouverte 

tension directe de recouvrement 

tension grille-anode 
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VGB 

VGD 
VGK 

VGS 

VG1S 

VG2S 

VGSO 

V· 
1 

Vn 

Vo 

V(P)GS 

VR 

VRAKO 
VRRM 
VRWM 
Vs 
VSB 
Vz 
Y fb (Y21b) 

Y fs (Y21s) 

Yi s (y 11 s) 

Yos (y 22s) 

Y rb (y 12b) 

Y rs (Y 12s) 

Zs 
Zth 

Zth(j-a) 
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tension gri Ile-substrat 

tension grille-drain 

tension grille-cathode 

tension grille-source 

tension grille 1-source 

tension grille 2-source 

tension grille-source, drain ouvert 

tension d'entrée 

tension de bruit 

tension de sortie 

tension gri Il e-source au blocage 

tension inverse 

tension inverse anode-cathode, gri Il e ouverte 

tension inverse répétitive maximale 

tension inverse de travail maximale 

tension source 

tension source-substrat 

tension de régulation d'une diode régulatrice de tension 

admittance de transfert, base commune, sortie en court-circuit 

admittance de transfert, source commune, sortie en court-circuit 

admittance d'entrée, source commune, sortie en court-circuit 

admittance de sortie, source commune, entrée en court-circuit 

admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit 

admittance de réaction, base commune, entrée en court-circuit 

impédance de la source 

impédance thermique 

impédance thermique jonction-air ambiant 

rapport cyclique = durée d'une impulsion/sa période 
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diodes de signal 
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diodes à pointe 
au germanium 

appariées 2 AA 119 

Diodes à pointe appariées, en enveloppe JEDEC DO-7, dèstinées aux détecteurs de rapport en FM et à la 
détection en AM. 

car acté ri sti q u es p ri nci pales 

VR ........................... max 30 V 

V RRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 45 V 

VF (IF = 10 mA). . . . . . . . . . . . . . . .. max 2,2 V 

IF .......................... max 35 mA 

IFRM ........................ max 100 mA 

Tamb ......................... max 60 Oc 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

V R ··························· . 

VRRM ........................ . 

max 30 V 

max 45 V 

brochage Dimensions en mm 

" " '" ~ E non étamé 

~,~, 2max~2max 
tt=-~ -I-~I .' ~ 
~ ;W-' -4 l A -, ,- -,r 

25,4min ' 7.6 max .. 25,4min 

L'3min~ 
Boîtier JEOEC 00-7. 

La bande de couleur indique la position de la cathode. 

IF ......................... max 35 mA 

IFAV (T = :zo ms) , ............. max 35 mA 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 100 mA 

IFSM (t < 1 s). . . . . . . . . . . . . . . .. max 200 mA 

T stg ..................................................................... - 55 à + 75 Oc 
Tamb ....................................................................... max 60 Oc 
Rthj-amb' ................................................................... 0,65 °CjmW 
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caracté ristiq ues 

VF (IF = 0,1 mA) 

VF (IF = 1 mA) 

VF (IF = 10 mA). .. 
VF (IF = 30 mA) (1) 

IR (VR = 0,1 V) 

IR (VR = 1,5 V) 

IR (VR = 10 V). .. 

IR (VR = 30 V). 

IR (VR = 45 V). .. 

montage de mesure 

.·F'.2AP" 119, Page 2/4 

Tamb = 25 Oc 

typo 

0,23 

0,56 

1,5 

2,8 

0,35 

0,8 

4,5 

35 

90 

max 

0,30 

0,88 

2,2 

4,0 

1,0 

2,8 

18 

150 

350 

Tamb = 25°C 

Vi eff = 3 V 
f = 10,7 MHz 

~=085 
Vi ' 

Tamb = 60 Oc 

typo max 

0,16 0,25 

0,50 0,80 

1,4 2,1 

2,6 3,8 

4,5 12 

6 25 

16 60 

60 300 

170 500 

Rd= 15 kil (> 13,5 kil, < 19 kil) 

V 

V 

V 

V 

pA 

pA 

pA 

pA 

pA 

(1) Mesuré en impulsions pour éviter toute dissipation excessive. 



courbes caractéristiques 

20 

10 20 30 40 VRMIV) 50 

-.Fi __ 2AA 119,Page 3/4 

100 
Il''' 

AAlI 

) Llmlf~s d~ tMsion 

Tl! 1 111111 11 -1 

10 

-

al 
o 

~ 

! 
, , 

, 

1 

! 

! Il 1 ~i I;bô~ 1" oo~ 
. II , ~o<"?,." t z'> 

ri ! 7 1 , 
" 

1 

l' 1 
! ~ 1 1 

i: , 
'f 

1 

1 
1 1 

1 i 
i 1 

1 

+ et- pc: tf;+ + .Ij+ . ft tr t t+·t 

• l t+ fi; m mTTI ~) 1 • j. ,., +jrit·t+ 
!! ": i i 

:" m ::;1 
1

1

111111111 i III, i Il III 
2 

al LllLlJJ.l.ll.LllLLllLLlJLllilJ11i .llLLLl1WJ.lWT TilllW.W 
o 20 40 60 

13 



SC170S-12-1968 

·.Fa--
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROËLECTRONIQUE / TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATÉRIAUX, COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CeDEX 11 - TELEPHONE: (1) 355.44.99 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES CAEN - DREUX - ËVREUX - JOUË-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300_000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470 

2AA 119,Page 4/4 



diode au germanium 
à pOinte d'or 

A.llZ 15 

Diode à pointe d'or au gennanium, en boîtier JEDEC DO-7, destinée aux applications de commutation et aux 
usages généraux. 

caractéristiques principales 

VRRM ........................ max 100 V 

IFRM ...................... max 250 mA 

VF (IF=250mA) ................ max1,lV 

Qs (de 1 F = 10 mA à V R = 10 V) . .. max 1 800 pC 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR ........................... max 75 V 

VRRM ........................ max 100 V 

VRSM (t < 1 s) .................. max 115 V 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC DO-7. 

L'anneau de couleur indique la position de la cathode. 

IF .......................... max 140 mA 

IFAV CT = 20 ms) ............... max 140 mA 

IFRM ........................ max 250 mA 

IFSM (t < 1 s) .................. max 500 mA 

Tstg ' .................................................................... - 65 à + 85 ~C 

Tj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 85 Oc 
~j-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,55 °C/mW 
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c aractéristi q u es T = 25 Oc T = 60 Oc 
J J 

V F (IF = 0,1 mA) ....................................... max 0.20 0,15 V 

VF (IF = 10 mA) ....................................... max 0,45 0,40 V 

V F (IF = 250 mA) ...................................... max 1.10 1,07 V 

IR (VR = 1,5 V) ........................................ max 2,5 30 !lA 

IR (VR = 10 V) ........................................ max 4 40 !lA 

1 R (V R = 50 V) ........................................ max 15 80 !lA 

IR (V R = 75 V) ........................................ max 25 120 !lA 

IR (VR = 100 V) ....................................... max 100 300 !lA 

Cd (V R = 1 V; f = 1 MHz) ........................................................ . max 2 pF 

montages de mesure 

Temps de recouvrement inverse 

trr (de IF = 10 mA à VR = 1 V: RL = 100 S1 mesuré à IRR ·1 mA) ................. " . ... typo 350 ns 

------l 
1 AAZ /5 1 

" 1 Î\ 

1 l 1 

~y 
r Rs=50n 

- 1 
1 

( \ ... 
1 

VW 

" J !IF 

1 " 1 

V= VR .IF RS L _____ .J 
1 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 500 ns: 8 = 5 %. 

Capacité de l'oscilloscope + capacités parasites";;; 1 pF. 

Charge emmagasinée 

-.l.. 1 

Oscilloscope 0 

échantillonnage 
R, =50n 

j ImpulsiOn de sortie 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 10 V; RL = 1 Hl) ................. ........................ max 1800 pC 

AAZ15 07 

07:- 02 c.. BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 2 ns: tp = 0,4 J.l.S; 8 = 2 % 

16 

1 m pulsion de sortie 

1-~ V .. Qs 
VCM CM- C 

1 

i 
. + -



courbes caractéristiques 

10J~~~----~--~~--~~~~ 

IF 
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-t ... 0- -t-o- .. -.-
-t ._-+ 

t-........... 0-

_-F'+AAZ 15,Page 3/4 

lamA 

oliilllltWllH O./mA 

JO '0 ."" 50 60 80 90 100 
1j (·CI 
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Qs 
(pC) 

8000 

1.000: 

~,c,' "~'" 
c 

... :: ...... 1 

..... - ... _ ...... . .... . ,..... --

........ , .... ,. -., ... ,. , 
•• - .~- ••• + •••• ~ .-....... _ ....... <-

..... ,. -.,. 
2000 ::; .:::; .:::;.:: ~~:.: .~~::.;~::.; 

"\i? -:·:::i: :::1 : ... :::::!::::j::: :1: j 

ot,~ .;. 'T 'TT:::l~;:~J::f:L::L 
o 20 1.0 50 80 /00 /20 IF (mA) 

'~OO~mp;:!I~ ~25'C:: .... .: =0. :J.:':.: .. : . .:I:.:.:::::: I: ::::::J .• :)~: rr .::: .::. : RL = /00 n :-::r:---t--:--+~+-.---t----,..q-.~: . .!.. :.:..:..L:..:c . ! i I; 
(ns) :::: il:: li;; il;. il:: .. /:1 1 
/000 :::: il:; ;::: . '::I::·.I.F .. 

.... :::. ...j{: ..... :, -44,rr-.; 
.... .... .... .... ./ .:. . .... .. VR ç; 

L 

.. 
5 00 ~~':-:'~' '+:-:-:-:i~-+~+'-'-' '--t---' '-'..,' eo--~: .. :_: . -:-:-:-:--:-:-:-:-.... . ..... . .......... 800~:~:.:-:.r.,:-:.~ .. r: .. -.. ~ .. -.~.~.-.. ~~-.-::~.:~:~.-:~::~:~.:~.~'~.:~'~: ~': 10% RL 
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diode au germanium 
à pointe d'or 

A.4Z 17 

Diode à pointe d'or au gennanium, en boîtier JEDEC DO-7, destinée aux applications de commutation et aux 

usages généraux. 

caractéristiques principales 

VRRM ......................... max 75 V 

IFRM ...................... max 250 mA 

VF (lF=250mA) ................ max 1,1 V 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 10 V) .... max 900 pC 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VR ............................ max 50 V 

VRRM ......................... max 75 V 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC DO-7. 

L'anneau de couleur indique la position de la cathode. 

IF .......................... max 140 mA 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 250 mA 

VRSM (t < 1 s) ................... max 75 V IFSM (t < 1 s) .................. max 500 mA 

IFAy (T=20ms) ............ max 140 mA 

1 stg ..................................................................... - 65 à + 85 Oc 
1j ...................................................................... .'.. max 85 Oc 
Rthj-amb' ................................................................... 0,55 0 C/mW 
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".Fi __ MZ 17,Page 2/4 

caracté risti q ues T = 25 Oc 
J 

T = 60 Oc 
J 

VF (IF = 0,1 mA) ....................................... max 0,20 0.15 V 

VF (IF = 10 mA) ........................................ max 0,45 0,40 V 

VF (IF = 250 mA) ...................................... max 1,10 1,07 V 

1 R CV R = 1.5 V) ........................................ max 2,5 30 PA 

IR(VR=IOV) ........................................ max 15 60 pA 

IR (V R = 50V) ........................................ max 150 300 pA 

IR (VR = 75 V) ........................................ max 300 500 pA 

Cd (VR = 1 V; f = 1 MHz) ........................................................ max 2 pF 

montages de mesure 

Temps de recouvrement inverse 

tIf (IF = 10 mA; VR = 1 V; RL = 100 r2; mesuré à IRR ,~= 1 mA) ............................ max 350 ns 

r---------, 
1 AAZ/7 1 

1 

RS=son 

vfl.J 
v=vR .JF·Rs 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 500 ns; 0 = 5 %. 
Capacité de l'oscilloscope + capacités parasites: max 1 pF. 

Charge emmagasinée 

Oscilloscope 
à 

( chontillonnage 
Ri = son 

~-+------'t 

(,;R 
Impulsion de sortie 

Qs (IF = 10 mA: VR = 10 V; RL = 1 kr2) ........... , ................................ max 900 pC 

AAZ/7 D7 

RS= /kn 
Li.. 

jIF 
D2 Q. c:: '" vW ~ Vc -le 

'" <:> 

IF ~ " S? 
V=VR,IF·RS 

L> 

D7 :c: D2 = BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 2 ns; tp = 0,4 JJ.s; l) = 2 %. 
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courbes caractéristiques 

(P~~ iH j 11I11J.Hli ~lt l f ·mn 1 :ttt Ht:tIHtp: (ti! 
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-+- , iT T ~ t ~!t ~'1~ -+zt: i::: 
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~ n Iri~j' .~:: il:: 

HI !iHtH-IH+t+t-H l,. Ij Hlttlll ~ll HI! lm ! l ft 6000 

2000 

'0 
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60 70 80 

-'+t 

_t 
,rrrrTTTT1' TT , rr 

60 80 /00 /20 IF (mA) 
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diode au germanium 
à pointe d'or 

Diode à pointe d'or au germanium, en boîtier JEDEC 
00-7, destinée aux applications de commutation et aux 
usages généraux. 

Caractéristiques principales 
VR max 20 V 

VRRM max 20 V 

IF max 130 mA 

IFRM max 300 mA 

T' J max 75 oC 

VF (IF - 300 mA) max V 

Brochage Dimensions en mm 

'" ~ 
tJ E 
~ ~ 
"i 0' 2max 2max s s 

~~ " ~ 
P' -4 1 
,,- " 

25,I.min ' 7.6 max 25,l.min~ 

L'3min~ 
Boîtier JEDEC 00-7, 

L'anneau de couleur indique la position de la cathode. 

Valeurs à ne pas dépasser 
( limites absolues) 
VR max 20 

VRRM max 20 

VRSM (t < 1 s) max 30 

IF max 130 

IFAV (T = 20 ms) .. max 130 
IFRM max 300 
IFSM (t 1 s) max 400 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 
mA 

Tstg -65à+75°C 
T J max 75 oC 

Résistance thermique 

Rthj-amb O,55°C/mW 

AIl 18 

Caractéristiques 
Tj = 25 oC Tj = 60 oC 

VF(IF=O,l mA) ... max 

VF (IF = 1 mA) max 

VF (IF= 10 mA) , .. max 

VF (IF = 30 mA) ... max 

VF(lF= 150mA)(1), max 

VF(IF= 300,mA)(1). max 

IR(VR=1,5V) max 

IR (VR = 10V) max 

IR (VR= 20 V) max 

Cd (VR 7C 1 V; 

f = 1 MHz) max 

Temps de recouvrement 
(mesure à Tj = 25 oC) 

trr(lF~ 10mAàVR= 1 V; 

0,20 0,14 

0,30 0,25 

0,42 0,38 

0,50 0,48 

0,75 0,75 

3,5 30 

15 45 

50 100 

2,5 2,5 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

fLA 

:J.A 

:J.A 

pF 

RL 100Sl, mesure à IRR = 1 mA) max 70 ns 

Montage de mesure 

t p -

impulsion 
d'entrée 

t 

- trr ---i t 

impulsion de sortie 
<)IRR=lmA 

Impulsion de mesure: tr ~ 0,6 ns; tp'~ 100 ns; ô == 5%, 

Capacité de l'oscilloscope + capacités parasites < 1 pF, 

23 
(1) Mesure en impulsion pour éviter une dissipation excessive. 
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diode au silicium 

Diode au silicium pl anar épitaxial, en boîtier JEDEC 00.35, 
destinée aux usages généraux. 

Caractéristiques principales 
VR ............................ max 30 V 

IFRM .......................... max 400mA 

Tstg .......................... . 

~ ............................ . 

Rth j-a ........................ . 

VF (IF = 1 mA) ................. . 

VF (IF = 100 mA) ............... . 

VF (IF ~ 200 mA) ............... . 

-65 à . 200°C 

max 200°C 

0,50°c'mW 

max 625 mV 

max 950 mV 

max 1050 mV 

Brochage Dimensions en mm 

Boîtier DO-35 

~ r5,lmin~ 

~ id ~ 

l=P ~ lJDfLa 
, L25,~.',J=- ~;;md~,~2~~J 

(@J 
j~~L max 

,/' ,/ \ "" 
,,' 1 \ " 

C i/thode repérée rouge marron beige clair 
par anneau 
large, rouge 

Valeurs à ne pas dépasser 
( limites absolues) 
VR .............................. . 

VRRM ........................... . 

IFAV (T = 20 ms) .................. . 

IF ............................... . 

IFRM ............................ . 

IFSM(t l:Js) .................... . 

IFSM (t 15) ...................... . 

~~ ............................. . 

Tj ............................... . 

Rthj-a ............................ . 

max 30 V 

max 30 V 

max 200 mA* 

max 200mA 

max 400mA 

max 4000 mA 

max 1000mA 

-65 à + 200°C 

max 200 OC 

0,50°C/mW 

loi Pour fonctionnement en régime sinuso',dal IFAV = 130 mA. 

BA 221 

Caractéristiques (Tj = 25 OC) 
VF (IF 1 m,L\1 , .... ,., ........... . 

VF (IF- 100 mAl ................... . 

VF (IF 200 mAl ............. " .... . 

IR (VR = 10 V) ................... . 

IR(VR= 30 V) ................... . 

Cd(VR= 0; f = 1 MHz) ............... . 

Temps de recouvrement 

trr(IF= 10mAàVR = 6V, RL= 100 {l 

Mesure à IR = 1 mA) ................ . 

Circuit d'essai 

max 625 mV 

max 950 mV 

max 1050 mV 

max 25 nA 

max 200 nA 

max 2,5 pF 

max 4 ns 

90% ·'9·~.: 
impulsion d'entrée impulsion de sortie 

1 mpulsion de mesure 

tr ...... " ......................... , .. 0,6 ns 

t p ................................... . 100 ns 

o ................................... . 0,05 

Oscilloscope 

tr ................................... 0,35 ns 

Capacité du circuit = Capacité de l'oscilloscope 
+ Capacité parasite 

C ................ , ................. " .:( 1 pF 
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Courbe caractéristique 
300 

200 

100 

o o 

"-> 
~ 
E 

v 
Il 

I~ -ft ?: 
E 
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diode mélangeuse Schottky ~ 

BA 280 

INTRODUCTION 
Diode à barrière de Schottky, en boîtier plastique SOD-23, pour mélangeurs de 
fréquences UHF et VHF. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

V R • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• max 4 v 
IF ( c . c . ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. max 30 mA 

T .......•.•••.••.••..........••.•• max 100 Oc 
J 

F (IF=2 mA, f=90o MHz) .......•.... < 8 dB 

DONNEES f1ECAîHQUES 
Boîtier 50D-23 Dimensions en mm. 

Ce boitier plastique répond aux tests 

de "chaleur humide" conformément 
0.8 

aux normes DIN 40046 (feuille 6) 

et CEl 68-2-4 sévérité rIT 

+ 0,7 

"t'"~Fio ~ T.I- 1-~~~ --1 _1 2,6 _ 

0,28 • 
0,19 t 

-I~ 12,9 min --__ 1 

.-
2,9 DJ 
m~ 1 

t_1 24 1 _ 
_ \ ~,9 \_ 

max 

7Z61372.3 

La cathode est indiquée par 
une bande orange. 

Vi'\LEURS ,4 NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

VR • ••••••••••••••••••••••••••••• •• max 4 V 

IF ( c . c . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. max 30 mA 

T. ............................... max 100 Oc 
J 

T ............................. -65 à +100 Oc stg 
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RESISTANCE THERMIQUE 
Rth j -a ........................... . 

CARACTERISTIQUES 
(àTamb= 25 oC, sauf indication contraire) 

VF à IF 

IR à VR 

à VR 

Cd à VR 

rD à IF 

F à f 

10 mA ••••••••••••••••••••• 

3 V ..................... 
3 V et T = 60 oC ........ 

amb 
0 et f = 1 MHz ..••.•..... 

5 mA et f = 1 kHz ••...•.. 

=900 MHz ..•...••.•.•.•.••.• 

F~i-+ t :1 t LI i 1 t .: ·i-
--,-

f~:!.l 
j- i T amb = 25 Oc l 

IF 

(mA) 

10 

r-HTf 
1 

, 

1 

, 
1 

~ 

-+ +1 r T +- --+ - ·-11;"-
1 ~ .. ~.~~ 

1 
V 

typ ~f- .. 

1 V 1 

-~-U =t:t=F~ v+=~_ t 
.+-- =t! -l-

I 10-1 

300 

l ' 

: t-

'-,IT 
350 

1 ;-

llit -1-t-L 
! . ~ ! i 1 • 

+--+- -

1 tf 
1 Il : i 1 

400 450 500 
VF (mV) 

(1) courant direct IF = 2 mA 

et F = 1,5 dËlpour f = 35 MHz. 

-.Fa--

0,25 

< 600 mV 

< 0,25 ~A 

< 1,25 ~A 

< 1,0 pF 

< 15 Q 

< B dB (1 ) 

R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

Réf.4379-06/77 

SEMICONDUCTEURS ET MICROÉLECTRONIOUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATËRIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ËLECTRONIOUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RÉSISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 15540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE, (1) 355.44.88 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES, CAEN - DREUX - ËVREUX - JOUË-LES-TOURS - SURESNES - TOURS 
SA AU CAPITAL DE 300.000000 DE F - RC. PARIS B 612 042 470 

BA2BO,page 2/2 



diodes diffusées 
au silicium 

BA 316 à 318 

Diodes silicium, planar épitaxial, en boîtier JEDEC DO-35, destinées aux usages industriels et grand public. 

Caractéristiques principales 
BA316 

................................................ max 

IFRM max 

Tstg ................................................ max 

Tj .................................................. max 

Rth j-a .............................................. max 

VFà IF= 1 mA ..................................... max 

VF à 1 F = 10 mA ...................................... max 

VFà IF= 100 mA ..................................... max 

Cd(VR=O;f= 1 MHz) ................................. max 

trr (IF = 10 mA à VR = 6 V; RL = 100 U ; 1 R = 1 mA) max 

Brochage 
Boîtier DO-35. F-80 

BA 316 orange marron bleu beige 
BA 317 orange marron violet beige 
BA 318 orange marron gris beige 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

10 

BA 316 

VR ................................................. . max 10 

IF (AV) (T = 20ms) .................................... . max 

IF ................................................. . max 

IFRM ............................................... . max 

1 FSM (t = 1 :..1 s) ...................................... . max 

IFSM (1= ls) ........................................ . max 

Tstg ............................................... . 

Tj .................................................. . max 

Rth j-a ............................................. . 

(*) Pour fonctionnement en régime sinusoïdal 1 F (AV) = 130 mA. 

BA 317 

30 

225 

- 65 à + 200 

200 

0;60 

700 

850 

1 100 

2 
4 

BA 317 

30 

100 

100 

225 

2000 

500 

- 65 à + 200 
200 

0,60 

BA31S 

50 V 

mA 
oC 

oC 

°C/mW 
mV 

mV 

mV 

pF 

ns 

Dimensions en mm 

BA318 

50 V 

mA(*) 

mA 

mA 

mA 

mA 
oC 

oC 

°C/mW 
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Caractéristiques BA 31(-,/ BA 317/ BA 318 Page2/2 

(à Tj = 25 oc sauf indication contraire) 

V F (1 F = 1 mA) .................................... . 

VF /IF= 10 mA) .................................... . 

VF (lF= 100 mA) ..................................... . 

IR(VR= 10V) 

IR (VR = 30 V) 

IR (VR= 50V) 

Cd (VR = 0; f= 1 MHz) 

Circuit de mesure 

Impulsion d'entrée Impulsion de sortie 

• IR = 1 mA. 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

BA 316 

200 

100 

IF 
(mA ) 

75 

50 

25 

o 

Tj=25 Oc 

700 

850 

1 100 

BA 317 

50 

200 

2 
4 

max 

BA 318 

50 
200 

o 0,5 1 VF (V) 1,5 

Impulsion de mesure: 

tr ................................... . 0,6 ns 
t p .................................. . 100 ns 
o ........ . 5 % 

Oscilloscope 

................................... 0,35 ns 

Capacité du circuit (C = Oscilloscope + capacité parasite) « 1 pF. 

Réf. 3417-07-1973_ 
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mV 
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diode silicium 
P-I-N 

8A379 

Utilisée principalement comme élément actif dans les atténuateurs 
UHF/VHF. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
VR max 30 V 

IF max 20 mA 

T amb max 60 Oc 

Cd (V R '" 0 ; f = 900 MHz) typ 0,3pF 

rD (I '" F 
10 ~A; f 35 MHz typ 1 ,7kQ 

(I 0= 

F 
10 mA; f = 35 MHz typ 4,5 Q 

BROCHAGE (dimensions en mm) 

Boîtier SOD-52 

1.6 max 

== 
~ 0,19 max 

(.-------,)~ + 
La cathode est indiquée par une bande colorée 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
Tension -------

Courant 

IF 

'!~IEE~E~!~E~!! 
T stg 
T amb 

max 30 V 

max 20 mA 

- 55 à +100 Oc 
max 60 Oc 

31 



CARACTERISTIQUES ( à 

Tension directe 

IF = 20 mA 

Courant inverse 

VR = 10 V 

T 
amb 

V 

o 
f 

f 

100 MHz 

900 MHz 

IF 10 wA f 35 MHz 

IF 10 mA f 35 MHz 

Inductance série 
( 1 ) 

----------------

Cross modulation 
( 2 ) 

-----------------
f 55 MHz f . 50 MHz 

0 ~nt 

IF 50 wA 

--Fi .. BA 379 
page 2/4 

< 

<: 

Cd typ 

Cd typ 

rD typ 

rD typ 

< 

LS typ 

V. typ 
~nt 

v 

wA 

0,34 pF 

0,30 pF 

l , 7 kf2 

4,5 ~ 

6,5 Q 

2 nH 

0,5 V 

(1) Mesurée directement sur le boîtier 

(2) La cross modulation est définie comme étant une tension 
d'interférence modulée à 80 % de profondeur aopliquée s~. 

la diode P.I.N, provoquant une profondeur de modulation 
de 0,8 7. sur le signal utile ( K = 1%). 

32 



COURBES CARACTERISTIQUES 

rD 

(Q) 

10 

1 

1 

102 

IF 

(mA) 

10 

10-1 

10-3 

10-4 

o 

~ 

10 

V 

0,25 

typ 

" 

1 

J 

j 

/typ 

1 

0,5 

r-.... 
....... 

-.Fi __ BA 379 

page 3/4 

Tamb 25 Oc = 
1 

, 
,1 

/ 

0,75 VF (V) 1 

Tamb=25 oC 
f=35 MHz 
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INTRODUCTION 

diode ultra-rapide 
au silicium 

BAV1U 

Diode ultra-rapide au silicium planar épitaxial, en boîtier DO-35, destinée à la commandedetores dans les mémoires 

très rapi des. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension continue inverse ..................................................... . 

Tension inverse répétitive maximale ................................... . 

Couront direct répétitif maximal ........................................... . 

Température de jonction ........................................................ . 

Tension directe à IF = 200 mA ............................................... V F 

T emp s de recouvrement inverse 

(1 F = 400 mA ; '1 R = 400 mA ; RL = 100 Q) 

mesuré à IRR = 40 mA ...................................................... trr 

Charge recouvrée 

(1 F = 10 mA ; V R = 5 V ; RL = 500 Q) Qs 

DONNEES MECANIQUES 

max 

max 

max 

max 

< 

< 

< 

60 

60 

600 

200 

1,0 

6 

50 

V 

V 

mA 

V 

ns 

pC 

Boilier 00-35 Dimensions en mm 

~~! ~911 T p~ (ô) 
L 2S.4_LL 4.2S:_L 2~,4 _1 J;; 1_ 

m,n 1 max 1 mon max 
r-----.J 1 L... _____ ..., 'ZI"'l 
1 1 1 

marron noir vert 

(cathode) 

RESIS TANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant, en air calme, 

au maximum de longueur des connexions Rth{j-amb) 

Marquage conforme à la 
norme CECC 50000 
2ème édition 

= 0,5 °C/mW 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions inverses 

Tension continue inverse 

Tension inverse répétitive maximale ........................................................ YRRM 

Courants directs 

Courant moyen redressé ........................................................................... . 

Courant continu ....................................................................................... . 

Courant répéti ti f maxi mal ......................................................................... . 

Courant non répétitif maximal 
t = 1 IJS ............................................................................................. . 

t = 1 s 

Températures 

Température de stockage 

T empératu re de ion cti on 

CARACTERISTIQUES (T j = 25 OC sauf indication contraire) 

Tensions directes 

IF = 10mA ........................................................................................... . 

IF = 200 mA ........................................................................................... . 

1 F = 200 mA; T j = 100 ° C ..................................................................... . 

IF = 500 mA ........................................................................................... . 

Courants inverses 

IF(AY) 

IF 

IFRM 

IFSM 
IFSM 

YF 

VF 

YF 

YF 

YR = 60 Y ................................................................................................ IR 

YR =60Y;Tj=150°C ........................................................................ IR 

Capacité de la diode 

Y R = 0 ; f = 1 MHz.................................................................................... Cd 

Tension de recouvrement directe 

1 F = 400 mA ; t r 1 = 30 n s ...................................................................... V fr 

IF =400mA;tr2=100ns ...................................................................... Yfr 

Circuit de mesure et forme du courant d'entrée et de la tension de sortie. 

max 

max 

max 

max 

max 

max 
max 

60 

60 

300 

300 

600 

4000 
1000 

- 65 à + 200 

max 200 

< 
< 
< 
< 

< 

< 

< 

< 
< 

0,75 

1,00 

0,95 

1,25 

100 

100 

2,5 

2,0 

1,5 

lOOn. 1.50n HL 
t 

Si gna 1 d'entrée Signol de sortie 

(1) Mesure à zéro heure à 1 R = 10 IJA et YR ~ 75 Y 

Y 

Y (1) 

mA 

mA 

mA 

mA 
mA 

Y 

Y 

Y 

Y 

nA 
IJA 

pF 

Y 

Y 

(2) 

(2) Fonctionnement en régime sinusoïdal (voir page 5) ; fonctionnement en régime impulsionnel (voir page 4). 
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Si 9nal d'entrée: 

Temps de croissance de l'impulsion directe nO 1.. .................................................... . trl = 30 ns 

Temps de croissance de l'impulsion directe nO 2 .................................................. .. tr2 = 100 ns 

Durée de l'impulsion directe ................................................................................... . tp = 300 ns 

Rapport cycl i que ..................................................................................................... . 5 = 0,01 

Oscilloscope: 

Temps de croi ssance du courant = 0,35 ns 

Capacité d'entrée ..................................................................................................... . pF 

Capacité du circuit C ~ 20 pF (C = Ci + capacité parasite) 

Temps de recouvrement inverse 

(1 F = 400 mA; ,1 R = 400 mA; RL = 100 Q) 

mesuré à ' RR = 40 mA .............................................................................................. trr < 6 ns 

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie. 

T 
+IF -trr-1 t 

r-:!., 
Signal d'entrée Signal de sortie 

Signal d'entrée: 

Durée totale de l'impulsion .................................................................................... .. tp( tot) = 0,2 \JS 

Rapport cyclique ..................................................................................................... . 5 = 0,0025 

Temps de croissance de l'impulsion inverse ........................................................... . tr = 0,6 ns 

Durée de l'impulsion inverse .................................................................................. .. tp = 30 ns 

Oscilloscope: ' 

Temps de croissance du courant = 0,35 ns 

Capacité du circuit C ~ l pF (C = capacité d'entrée de l'oscilloscope + capacité parasite) 

Charge recouvrée 

' F =10mA;VR =5V;RL =500Q ........................................................................ : ... Qs < 50 pC 

Circuit de mesure et forme de la tension Vc 
Dl 

Signal de sortie 

Dl = BAW62 

D2 = diode dont la durée de vie des porteurs minoritaires à 10 mA est inférieure à 200 ps. 

Si gnal d'entrée: 

Temps de croissance de l'impulsion inverse .......................................................... .. tr = 2 ns 

Durée de l'impulsion inverse ................................................................................... . t p = 400 ns 

Rapport cydi que ..................................................................................................... . 6 = 0,02 

Capacité du circuit C" 7 pF (C = capacité d'entrée de l'oscilloscope + capacité parasite) 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
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7Z1011l 

1 

1 

f =lMHz 
Tj=25°C 

!' 
-t- I--- lm ax 

tYI1 

10 20 VR (V) 30 

1Z72421 

i'~'" 
Tomb = 

o IFIAV) 

""'" 25°C t:Jt j I-!: ~ T 6= T 
~ -~ ... .... --- 50°C 

/ ...... ~ .... 1000' ~ ~ PI"'" 1 
t:'!6 0.5 ms 

~ ..... ...-::: ~ .... -- 75°C --VR -< 20V 
---VR =50V 

... ~ ~ ;-.. -t-: 
10~OC 

;...~ ~ ~ ~' -.... -.... ,;.-
..... ~ 12re 

1;... -i""" --- T 
- 150°C 

,--1- ... ' 

-' 17~OC 
i- l-. 1-- ,'" 

IF(AV) maxen .... 1- - fon ction de B 
(.égime impulsionneJl 

0.5 1 6 

7Z72422 

i'O~'" 
I:T .1 6= + 

t:'!6 0,5 ms 
--VR -< 20 V 

1'.. ---VR = 50 V 
l'- i"-
~ t .... '" 

....... 

[":: ;:. i=::.' ;::: t--... '" VTamb=2Sloe r": b" t".: E:::: ~ .... ~ ~ t-.. 
r-::: :, ... f""'.: ~ ~ t::::. f=:::o 1==0. 1"'" II" it-
~. 1" .... ~ ~ -~ ~ ;,: ""'" ~ 50°C 

r--- .... -t- r- 75 Oc 

'- r- 100°C 
r- 125°C 

r- ..... -. J- t-- --~ 150°C IFRMmaxen 

--'- 17fe 
foncti on de B 

(,égirne impulsionneJl 

0,5 1 6 



7 Z 10678,1 

Courant direct moyen max. redressé 
en fonction de la température 

IF 

~hl"'" 
ambiante 

T .; 1 ms 
1 : VR <:: 20V 

1. -

200 

1 ~-t- -

(mA) 

td 
f-f 1 

100 
+ 

~.'i= 

o 
o 

600 

1 

-

, 

T .. 
_-+1 

~, 
1 
1 

+ ~ rt i 4-
i 

H-t r ++-- -
++r'-' _-1- +-- - t-

, 

c--

l 

Il:VR =60V' 

l 
~+- i--H-
1= f ! 

~~ + H 
-- t -il ~ l 1 

~ >-

ll'll\ 
U t-~-f i . ~f 

1 \ 

+-' 1 L i\ 

7Z106811 

~[ fll-nax 1 

l--
h 

(mA 

Tj = 25°C 
1 

If- typ 

~ _~min -t 
) 

400 

200 

o o 

3 

2 

- -

-

-

-

1 -t-t ~il _ 
- l 

- -. -r-
- _. ft fI fi-

- - ..·.r-
iT 

tI -

r 
-

--- -" -+-

.t -

i- -+ 
fi - - t~~~ 

H=-Ff rh r- + . 1&0 

2 

7Z 10679.1 

Valeurs typo 
Tj = 25°C 

I F=400mA 

200mA 

50mA 

50 tr (ns) 100 

.·Fi+ BAY 10, Page 5/6 

1 7Z 0677 1 

Courant direct continu maximal 
admissible en fonction de la 

température ambiante 

) 

-
40 0 

r-. 
200 

100 Tamb (OC) 200 

1,5 7Z10684 

-l-
+ di- Valeurs typiques l 

Jp 500 mA 

1--

1-- f~ 
'C2Q..mA 

0,5 I~ 

--

+ 
~± 

o o 

600 

) 

400 

200 

100 

I F-60 mA 

500mA ~ 

4 mA 

300~A 

mA 

mA 
-BOmA 
60mA 

40mA 

5 

200 

7Z107I'.1 

Valeurs t yQ, 
RL = 100 

mesuré à 10. '70 de IR 
TI = 25'C 

circuit d'essai 
page 3 

trr (ns) 10 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

6 

trr 

(ns) 

2 

10 

10 
1 

3 

500 

f 
j 

1 

1/ 

J 

(suite) 

7Z'OUO .1 

typ 

RL = 100.n. 

IR = 400mA 

mesuré à 
10%deiR 
Tj = 25' C 

circuitd'essai 
page 3 

1000 

7,5 

trr 
(ns ) 

5 

2,5 

t-

V 
V 

1/ 

.' 1.'-

<;:,4. .:. ~"J<§\ 
4.t~ r-~ 1/ 

[/ l/ V 

~" V V 

/ 

IL 

/ / 

100 

BAY 10, Page 616 

7ZlO6Il 1 

IL 
~ typ 

.;-
,/ 

RL = 100.n. 
I F =400mA 

IR =400mA 

mesuréà 10% 
de IR 

circuit d'essai 
page 3 

100 200 

7l106'S 

~~ 

-f 
V~ ./ 

200 
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diodes au silicium 

BAV 18 à 21 

Diodes planar épitaxial en boîtier JEDEC 00-35, elles sont principalement destinées aux applications de commutation et 
aux aoplications générales dans l'équipement industriel comme les oscilloscopes, les voltmètres numériques et les étages de 
sortie vidéofréquence en télévision couleur. 

Ca ractéristiq ues 

VR · ............................ max 

IF · ............................ max 

T· J · ............................. max 

Rth j-a ............................... 

VF (IF = 100 mA) ................. max 

IR (VR = 50 V) · ................. max 

IR (VR = 100 V) · ................. max 

IR (V R =150V) · ................. max 

IR (V R = 200 V) · ................. max 

. . {tyP. 
Cd (V R = 0 a f = 1 MHz) ............. 

trr ( 1 F = 30 mA à 1 R = 30 mA; max 

1 RR = 3 mAl .................. max 

Brochage 
Boîtier 00-35 - F 80 

~~~;-F911 T p~ 
1 I

l 1 1 1 1 • __ 25,4 __ .!- 4,251. ... 1 ____ 25,4 __ 
min 1 max 1 min 

.-----...1 1 L _____ --, 

1 1 1 

BAVIS: marron gris fond vert 

BAVI9: marron blanc fond vert 

BAV20: rouge noir fond vert 

BAV21: rouge marron fond vert 
(cathode) 

BAV 18 

50 

250 

175 

0,375 

1 

100 

-

-
-

1,5 

5 

50 

@ J ,,851 .. 
max 

7166863 

principales 
BAV 19 BAV20 BAV21 

100 150 200 

250 250 250 

175 175 175 

0,375 0,375 0,375 

1 1 1 

- - -

100 - -
- 100 -
- - 100 

1,5 1,5 1,5 

5 5 5 

50 50 50 

(Dimensions en mm) 

Marquage conforme à la 

norme CECC 50000 

2ème édition 

V 

mA 
oC 

°C/mW. 

V 

nA 

nA 

nA 

nA 

pF 

pF 

ns 
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Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

VR .............................. max 

VRRM ............................ max 

IF (AV) (T = 20 ms) .................. max 

IF ............................. " max 

IFRM ............................ max 

1 FSM (t < 1 s ; Tj = 25 OC) . . . • . . . . . . . .. max 

Ptot (Tamb";; 25 OC) ................. max 

Tstg ................................. . 

Tj ............................... max 

Résistance thermique 
Rth j·a .............................. . 

BAV18 

50 

60 -

--Fi-- BAV 1 S à 21 Page 2/4 

BAV 19 BAV20 BAV 21 

100 150 200 V 

120 200 250 V 
~ 

250 mA 

250 mA 

625 mA 

A 

400 mW 

- 65 à + 175 Oc 
175 oC 

0,375 °C/mW 

Caractéristiques (à Tj = 25 oC sauf indications contraires) 

vF (IF = 100 mA) ................ " max 

VF (IF = 200 mA) ................ " max 

BAV 18 BAV 19 

V(BR)R (IR = 100 IlA ). ................. min 60 120 

IR (VR = 50 V) ................. max 100 

IR (VR = 100 V) ................. max 100 

IR (VR = 150 V) ............... " max 

IR (VR = 200 V) ................. max 

IR (VR = 50 V ; T. = 150 oC) max 

IR (VR = 100 V ; T! = 150 oC) max 

IR (VR = 150 V ; T! = 150 oC) max 

IR (VR = 200 V ; T! = 150 oC) max 

rD (IF = 10 mA) .. J ••..•.••.•••••• typo 

100 

100 

--
Cd (V R = 0 à f = 1 MHz) .......... {tyP. 

max 

trr (IF =30 mA à IR =30 mA; 

RL = 100 n mesuré à I RR = 3 mA) .. max 

1,25 

BAV 20 BAV21 

200 250 

100 

100 

100 

100 --v---'---- --5 

1,5 
5 

50 

V 

V 

V(l) 

nA 

nA 

nA 

nA 

IlA 

IlA 
IlA 

IlA 

n 
pF 
pF 

ns 

(1) Mesurée sous des conditions d'impulsions pour éviter toute dissipation excessive tension de mesure limitée à 275 V. 
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Courbes caractéristiques 

300 

IF 
(mA) 

200 

100 

o 

600 

Ptot 

(mWI 

400 

200 

o 

o 
o 

Courant direct maximal 
admissible en fonction 
de la température ambiante 

1\ 

"-
'\ 

1\ 

\ 

~ , 
1\ 

1\ , 
1\ 

1\ 

100 T amb (OC) 200 

Puissance totale dissipée 
maximale admissible, 
en fonction de la temperature 

" " 
" '" , 

" , 
" , 

1'1. 
1'\. 

100 

300 

Ip(AV) 
(mA) 

200 

100 

o 

200 

VR 
(V) 

150 

100 

50 

o 

•• ,'+ BAV 18 à 21 Page 3f4 

Courant moyen 
maximal admissible 
en fopction de la 
temperature T 5 20ms 

IF~ 
'7? ;r, IF(AV) 

I---T-I 

1 1 1 1 
VRMiusqu'à 60VrAV18~ 

~ '" vRM jusqu'~ 120 V BAVI9 

~~It"" 
VRM JUsqu'. 180 V BAV20 

~~ 
·VRMiusqu'à2S0V BAV21) 

,~" 
1'\ ~ 

\: .,'" 
~'" 

I\.'~, 
1\' ., 1\. 
l' 
1\ l\ 

., 1\: 
1\ l\ .,1\ 

1\ 
1\ 

1\ 
1\ 

\1\ ~ 
1\ 

o 100 T amb (OC) 200 

Tension inverse continue 
maximale admissible 
en fonction de la température 

BAV21 
1\ 
\ , 

BAV20 1\ 
\ 

1\ 
1\ 

BAV19 1 

1\ 
1\ 
:1 

BAVIS 
l 
1\ 
\ 

o 50 100 150 
T amb (OC) 
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Courbes caractéristiques (suite) BAV 18 à 21 Page 4/4 

Tj = 25°C 

'" "' , ~ 
""-

10 
'\ typ , 

-f--f--

~ 

"\.. 

1 
" ''-. { 

1 10 

1 

r 
1 

c, 
',p.' 

1.5 

0.5 

o 
10' 

typ -

Il 
f=1MHz 
T,=25°C 

t-- -

ID V. IV' 

BAV18:VR= SOV Valeurs typiques 

IR(Tj 1 
BAV19:VR= 100V 
BAV20:VR= 1S0V 'r 

IR(25°CI BAV 21: VR= 200V V 
200 

102 V 
1 

150 

1/ Tj =100 o C Tj = 25°C 

10 V 
100 

If 1 
1 1 1 

50 

Il 1 
~ Il 

~ 

1 1 

l , 
Il 1 

'1 1 
.... ~ ~ 

10-1 

o 50 0.5 1 VF (VI 1.5 

-=Fi--
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diode pl anar 
à avalanche contrôlée ~ 

BAW21 A 
BAW21 B 

La BAW 21 A (ou B) est une diode à avalanche au silicium diffusée planar, dans un boitier compact JEDEC DO-35. C'est une 
diode à temps de mise en conduction faible et à haute conductance, destinée principalement à la commutation de charges 
inductives et à la récupération d'énergie dans les centraux téléphoniques semi-électroniques et à toutes autres applications 
industrielles. 

Caractéristiques principales 

BAW21 A BAW21 B 

V(BR)R· ........... . 

IR (VR max) ........ . 

VF (IF = 400 mA ; 

t = 300,us ; Ù = 0,02) .. 

trr (1 F = 30 mA ; V R = 3 V ; 

min 
max 

max 

90 
150 

100 

120 
175 

1,25 

RL = 100n ;I RR =3mA)max 300 

Cd (VR =O;f=lMHz) ... max 35 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

BAW21 A BAW21 B 

VR ................ max 

IF ................. max 

IFSM (t = 1 s) ......... max 

IRRM ............... max 

Tstg ................ max 

Tj ................. max 

70 90 

400 

1500 

600 

200 

200 

V 
V 

nA 

V 

ns 

pF 

V 

mA 

mA 

mA 
oC 

Oc 

Résistance thermique 

Rth j.a ......................... 0,38 °C/rnW 

Brochage 

Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80) (Dimensions en mm) 

La cathode est indiquée par une bande colorée 

(marquage conforme à la norme CECC 
50000, 2ème édition) 

Caractéristiques 
(à Tj = 25 Oc sauf indication contraire) 

BAW21 A BAW21 B 

V(BR) R ............. 
min 90 120 
max 150 175 

VR ................ max 70 90 

IR (VR max) .......... max 100 

Cd(V R = 0 ; f = 1 MHz) .. tvp 15 
max 35 

V 
V 

V 

nA 

pF 
pF 
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Montage de mesure -.Fi-- BAW 21 - Page 2/2 

Temps de recouvrement inverse 
trr (IF = 30 mA à VR = 3 V ; RL = 100 n) 

mesuré à IRR = 3 mA ....................................................... . 

hantillomag~ 

R;:50ll 

~ 
Impulsion d' entr~e 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns ; tp = 300 ns ; li = 2,5 %0 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns ; capacité d'entrée + capacité parasite ~ 1 pF. 

Exemple d'utilisation 

Impulsion de sortie 

max 300 ns 

Calcul du courant maximal possible dans la diode et du temps de blocage maximal 10ff pour un circuit déterminé. 

Une tension inverse VR plus grande que celle indiquée dans les valeurs à ne pas dépasser peut être permise sous deux 
conditions : 

1. Que l'énergie transitoire W ne dépasse pas 5 mJ pour une température de jonction de 25 oC (l'énergie sera plus faible 
pour des températures plus élevées) ; 

2. Que la fréquence de récurrence ne soit pas inférieure à 50 Hz avec un rapport cyclique li maximal de 0,01 en signaux 
rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires. 

Dans le cas de la figure l, l'énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par la formulé W = ~ LI~ donc le 

courant sera égal à \ ~ soit 1 max = 130 mA pour W max ~ 5 mJ à 25 oC. 

V ~ L 

Aussitôt après l'ouverture du commutateur S, le courant inverse dans la diode est égal à 1 max calculé plus haut. 

Le temps de blocage toff est égal à W . Ce temps sera maximal pour les dispositifs présentant une tension d'avalanche 
1 
2'IR' V(BR) 

et le courant de circulation maximal. 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons donc toff max = 0,6 ms. 

s 

Réf. 3863·02- 75 

1 Circulation 

-ICirculation 

R L=O,6H • 
BAW 21 lA ou BI 

Fig. 1 
Fig. 2 
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diode au silicium 
plaoar épitaxial 

BAW62 

Diode au silicium planar épitaxial, en boîtier JEDEC DO-35, destinée principalement aux applications en logique 
rapide. 

caractéristiques principales 

VR ............................... max 75V 

IF ............................ max 100 mA 

VF (IF = 100 mA) .................... max 1 V 

1 R (V R = 20 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 25 nA 

Cd (VR =O;f=lMHz) .............. max4pF 

trr (de IF = iD mA à V R = 1 V; R L = 100 il ; 

mesuré à IR = 1 mA) ............... max 4 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
(limitas absolues) 

VR · ., ... , ., ......... '" .......... max 75 V 1) 

VRRM ............................ max 75 V 

brochage Dimensions en mm 

ri; ri, 
!1-~1 min --fi 

.r56~", ~IL Bk" <lm, i:- i"i(couleur du corps) 

:: :1 ~ K " Il A - - ---i--+ . l '" JI1 Bleu Rouge 

28min 28min 1,B5max 

Boîtier JEDEC 00-35. 

(Marquage conforme à la norme 
CECC 50000 2ème édition) 

IFAV .......................... max 100 mA 2) 

IF' ...... '" ........... , ........ max 100 mA 

IFRM ........................... max 225 mA 

Tstg .· .... ·.·.· ................................................................. - 65 à +200 oC 

Ti ................................................................ - ................. max 200 oC 

Rthj-amb ............................................................................. 0,6 °CjmW 

1) Mesuré à IR = 100 pA; VR > 100 V 

2) En sinusoidal- Voir page 4, en impulsions - Voir page 3. 
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caractéristiques n j = 25 °Cl 

VF (IF = 5 mA) .......................................................................... :: ~',~~ ~ 
VF (IF = 100 mA) .......................................................................... max l V 

VF (IF = 100 mA; Tj = 100 oC) ................. , ....... " .... , ............................. max 0,93 V 

tR (VR =20 V) ........................................................................... max 25 nA 

IR (VR =20 V; Tj = 150 oC) ............................................................... max 50 pA 

IR (VR =75V) ........................................................................... max SpA 

Cd (VR =O;f=IMHz) ...................................................................... max2pF 

trr (de IF = 10 mA à VR = 1 V, RL = 10051 mesuré à IR = 1 mA) ..................................... max 4 ns 

montage de mesure 

Mesure de la Tension directe de recouvrement 

V fr (IF = 50 mA ; tr = 20 ns) ................................................................ max 2,5 V 

1kll Impulsion d~ sortie 
VF --

RS =501l BAW62 

TI.. 

Impulsion de mesure: tr = 20 ns , lp = 120 ns ; li = 1 % 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns ; capacité d'entrée + capacités parasites ~ 1 pF 
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Mesure du temps de recouvrement inverse 

trr = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de : 

1 F= lamA à V R = 1 V ; R L = 100 Q ; mesuré à 1 R = 1 mA ........................................... max 4 ns 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 100 ns ; ô = 5 % 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns ; capacité d'entrée + capacités parasites < 1 pF 

Mesure de la charge emmagasinée 

90% 

Impulsion 
d'entrée 

Impulsion 
de sortie 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 5 V, RL = 500 Q) ...................................................... typ 50 pC 

D1 = D2 = BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 2 ns ; tp = 400 ns ; ô = 2 % 

Oscilloscope: Capacité d'entrée + capacités parasites <7 pF 
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«JO couront direct de crlle maximal 

I~~IFRM admsSlbl. en fonctton ru cyd.de ""'" 

1-"" , T t-f 
(m 

t OSms 2CJ. 
--~~uli2 

- -7 V 

200 , 
amb = 125"C 

-
1 

175 .. 
.,-

0 o 0,5 1 If 

/5 0 
courant continu maximal admissible en 
fonction de la température_ 

100 

[l 

5 1 

IV 

0 o 100 Tamb(OCJ 200 

1,5 
KJleurs typiques 

1 ~=.?.?5"'A 

~~ 

0,5 I~ 
1" 
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VFM 
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1\ 
1\ ' 
l\ 
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" I\. f\. 
'\. ~ 
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"" ~ 
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r---.. 

valeurs typiqla 
Tj=25°C 

-~ 1---

......... ..... 

......... t--..~ ~ 

"" r--.. ~~ i'o. ~ 
......... t'--.. {n 

r-.... t"-- ~~ 
......... 

!"---f'-~4 
....... ........ 12 ~ --~ 

'--

25 tr (nsJ 50 

8= -
t-' 

~. , 
,- 1 

l ' 
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10 

1 
lIv 

10 -1 11/ 

~ 

l 10 0 ,90 

f~IMHz 

Tj .25° C 

1 

0, 5 

0 o 70 

«'~ 

>l~ ~ ,ç 
H= 

~ 

0 

10 

IR 
(~A 

10 2 

10 

1 

1 

2 lCT 

'.' 

10 -3 

A 4179 

a eu" 

o 

s 

15 

t" 
(nsJ 

0 

5 

0 
o 

50 
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oa/eurs typiques 
RL = 100A 
Tj ~25°C 
Ij., .1)% de IF 

i~ ~~ 

·rJ 

t 

50 

'-1 

j.l 

100 
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diode à avalanche 
au silicium 

diffusée mésa BAX 12 

La BAX 12 est une diode à avalanche au silicium diffusée mésa dans un boîtier compact. C'est une diode à temps 
de mise en conduction très faible et à haute conductance, destinée principalement à la commutation de charges inductives 
et à la récupération d'énergie dans les çentraux téléphoniques semi-électroniques et à toutes autres applications industrielles. 

caractéristiques principales 

V(BR)R' ....................... min 120 Y 

IFRM ........................ max 800 mA 

YF ............................. max l'Y 

trr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

YR ............................ max 90 Y 

brochage Dimensions en mm 

7,6 

r ] 
~ I-~à~-I ~ 

O.5SLk ~a 
ma.+c:=:J~C:::::> 

1_ 25,4 _1_: S~5: _1_ 25,4 _1 
min 1 max 1 min 

(@) 
J';L 

r------' 1 L------1 
1 1 1 

marron 
(cathode) 

rouge noir 

ma. 
11516"".l 

Boîtier SOD-I7 

(Marquage conforme à la norme 
CECC 50000, 2ème édi tion) 

IF ........................ . max 

IFRM ······················ . max 

IFSM (t = 1 s) ................ . max 

IFSM (t = lO/Ls) .............. . max 

400 mA 

800 mA 

I,5 mA 

30 mA 

IRRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 600 mA 

T stg . ~ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 65 à + 200 ° C 

Tj ..................................................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 200 Oc 
~j-amb' .................................................................... 0,3 0 C/mW 
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caractéristiques n. 
J 

25 OC] 

VF (IF = 10 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,75 V 

VF (IF = 50 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,84 V 

VF (IF = 100 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,90 V 

VF (IF = 200 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,0 V 

VF (IF = 400 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,25 V 

V(BR)R (IR = 1 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 à 175 V 

IR (VR = 90 V; Tj = 150 oC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 100 pA 

Cd (V R = 0; f = 1 MHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. { Z~~; ~: 

montage de mesure 

Temps de recouvrement inverse 

trr (IF = 30 mA à VR = 3 V; RL = 100 il) 

mesuré à IRR1 = 1 mA ....................................................... { Z~!6~: 

mesuré à IRR2 = 3 mA ....................................................... t 

antillonnage 
Ri = son 

Impulsion de mesure : tr = 0,6 ns; tp = 100 ns; li = 2,5 ". 

~ 
Impulsion d' entr4e 

Oscilloscope : tr = 0,35 ns; capacite d'entrée + capacité parasite ~ 1 pF. 

Charge emmagasinée 

t .I~ ~A 
! 

1 RR -.J 

Impulsion de sortie 

typo 30 ns 
max 50 ns 

Qs OF = 10 mA à VR = 5 V; RL = 500 il) ............................................ m~ 0,5 nC 
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BAX12 Dl 

Dl = D2 = BAW 62 

Impulsion de mesure : tr = 15 ns; tp = 35 Il s. 

Oscilloscope : capacité d'entrée + capacité parasite"" 30 pF. 

Exemple d'utilisation 

_m'i-- BAX 12,Page 3/4 

Vc Impulsion de sortie 

V Qs 
CM=­

C 

Calcul du courant maximal possible dans la diode et du temps de blocage maximum toff pour un 
circuit déterminé. 

Une tension inverse V R plus grande que celle indiauée dans les valeurs à ne pas dépasser peut être pennise sous 

deux conditions : 

1. Que l'énergie transitoire W ne dépasse pas IOmJ pour une température de jonction de 25 Oc (l'énergie sera plus 

faible pour des températures plus élevées); 

2. Que la fréquence de récurrence ne soit pas inférieure à 50 Hz avec un rapport cyclique 15 maximal de 0,01 en 
signaux rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires. 

Dans le cas de la figure 1, l'énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par lâ formule W = ~ U 2 

donc le courant sera égal à ~ W soit 1 max = 130 mA pour W max";; 10rnJ à 25 oC. 
~L 

Aussitôt après l'ouverture du comnutateur S, le courant inverse dans la diode est égal à 1 max calculé plus haut. 

Le temps de blocage toff est égal à"l W ,Ce temps sera maximal pour les dispositifs présentant une tensiond'ava-
2IR·V(BR)R 

lanche et le courant de circulation maximal. 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons donc toff max = 0,4 ms. 

l Circulation 

-ICirculation 

R 
5 

BAXI2 

Fig. 1. Fig. 2. 
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BAX12 07 

07 = 02 = BAW 62 

Impulsion de mesure : tr = 15 ns; tp = 35 Il s. 

Oscilloscope : capacité d'entrée + capacité parasite -< 30 pF. 

Exemple d'utilisation 

--i' __ BAX 12,Page 3/4 

Vc Impulsion de sortie 

v Gs 
CM=­

C 

Calcul du courant maximal possible dans ]a diode et du temps de blocage maximum toff pour un 
circuit déterminé. 

Une tension inverse V R plus grande que celle indiauée dans les valeurs à ne pas dépasser peut être permise sous 
deux conditions : 

1. Que l'énergie transitoire W ne dépasse paslOmJ pour une température de jonction de 25 Oc (l'énergie sera plus 
faible pour des températures plus élevées); 

2. Que la fréquence de récurrence ne soit pas inférieure à 50 Hz avec un rapport cyclique ô maximal de 0,01 en 
signaux rectangulaires et de 0,02 en signaux triangulaires. 

Dans le cas de la figure l, l'énergie transitoire emmagasinée par le circuit nous est donnée par lA formule W = ~ U 2 

donc le courant sera égal à ~ W soit 1 max = 130 mA pour W max .;;;; 10mJ à 25 oC. 
~ L 

Aussitôt après l'ouverture du conmutateur S, le courant inverse dans la diode est égal à 1 max calculé plus haut. 

Le temps de blocage toff est égal à·-1 W .Ce temps sera maximal pour les dispositifs présentant une tension d'ava-
ïIR·V(BR)R 

lanche et le courant de circulation maximal. 

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons donc toff max = 0,4 ms. 

l Circulation 

4--1 Circulation 

R 

s 
BAX12 

Fig. 1. Fig. 2. 
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INTRODUCTION 

diode à avalanche 
au silicium 

diffusée planar BAX 12 A 

La BAX 12 A est une diode à avalanche au silicium, diffusée planar, en boîtier 00-35, destinée principalement à la 
commutation de charges inductives, à la récupération d'énergie dans les centrauxtéléphoniquessemi-électroniques 
et à toutes autres applications industrielles. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Courant di rect répétitif maximal ...................................................... 1 FRM max 0,8 A 

Energie inverse répétitive maximale 

tp ;). 50 !lS i f -< 20 Hz i T j = 25 ° C ............................................ ERRM max 5,0 mJ 

Rési stance thermi que joncti on-ai r ambi ant .................................... Rth(j-amb) 0,38 °C/mW 

Tension directe à IF = 200 mA ...................................................... VF < 1,00 V 

Tension d'avalanche inverse à IR = 100 !lA ................................ V(BR)R 120 à 175 V 

Temps de recouvrement inverse 

(1 F = 30 mA i 1 R = 30 mA i RL = 100 Q) 

mesuré à IRR= 3 mA ...................................................................... trr < 50 ns 

DONNEES MECANIQUES 

Boilier 00-35 Dimensions en mm 

O,56+~1 1 p~ 
max+ L 1 L 1 

2S,4 __ l.- 4,25 _ 25,4 __ 
min max min 

(@) 
-1;1.-

max 
1Z66721 

L'extrémité colorée indique la cathode 

RESISTANCES THERMIQUES 

Jonction-air ambiant, en air calme ............................................................ Rth(j-amb) 

Jonction-air ambiant, en air calme, la température des 

conducteurs étant de 25 oC à 8 mm du corps de la diode .................... Rth(j-amb) 

= 0,38 °C/mW 

0,30 °C/mW 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension continue inverse 

Courants 

Courant direct moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) ........ . 

Courant di rect (conti nu ) ......... -................................................................. . 

Courant di rect répéti ti f maxi mal .......................................................... .. 

Courant di rect non répéti ti f maximal 

t = 1 ~s; Ti initiale = 25 ° C ........................................................ .. 

t = 1 s ; Ti initiale = 25°C ........................................................ .. 

Courant inverse répétitif maximal 

Energie inverse 

Energie inverse répétitive maximale 

t '>- 50 "s . f<'" 20 Hz . T· = 25 ° C p.... ..,.... , ) 

Températures 

Température de stockage ........................................................................ T stg 

Température de jonction ......................................................................... . 

CA RACT E RIST 1 QU ES (Ti = 25 oC sauf indication contraire) 

Tension directe 

10 mA 

50 mA 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

T· 
) 

IF = 100mA ........................................................................................ VF 

1 F = 200 mA ...... ........ .... ......... ............... ........... ......................... .......... V F 

1 F = 400 mA .............. ....... ...... .......... .......... ....... .................................. V F 

Tension d'avalanche inverse 

IR = 100 ~A ........................................................................................ V(BR)R 

Courant inverse 

VR = 90 V ............................................•............................................... IR 

VR = 90 V i Tj = 150 OC .................................................................... IR 

(1) Des tensions inverses plus élevées que cette valeur sont permises pourvu que: 
a. l'énergie transitoire n'excède pas 5 mJ à Ti = 25 oC i 

b. T (période) ~ 50 ms; ô ,0,01 (impulsion rectangulaire) ô, 0,02 (impulsion triangulaire) 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

90 

0,4 

0,4 

0,8 

6,0 

1,5 

0,6 

v (1) 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

5,0 mJ (2) 

- 65 à + 200 

max 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

200 

0,75 

0,84 

V 

V 

0,90 V 

1,00 V 

1,25 V 

120 à 175 

100 

100 

V 

nA 

~A 

(2) L'énergi~ transitoire maximale admissible doit diminuer de 0,03 mJ/oC avec l'augmentation de la température. 
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Capacité de la diode 

VR = 0 ; f = 1 MHz ................................................................................ Cd 

Temps de recouvrement inverse 

(1 F = 30 mA ; 1 R = 30 mA ; RL = 100 Q) 

mesuré à IRR= 3 mA ........................................................................ trr 

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie. 

Si gnol d'entrée 

Si gnal d'entrée: 

durée totale de l'impulsion tp( tot) 

rapport cyclique ............................................................................... . 5 

temps de croissance de l'impulsion inverse ................................... . tr 

durée de l'impulsion inverse tp 

Osci lIoscope : 

temps de croi ssance du courant 

typ 

< 

< 

Si gnol de sorti e 

= 

= 

= 

= 

= 

Capacité du circuit C ~ 1 pF (C = capacité d'entrée de l'oscilloscope + capacité parasite) 

15 

35 

50 

2 

0,0025 

0,6 

100 

0,35 

pF 

pF 

ns 

J.lS 

ns 

ns 

ns 
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Ce! informations sont rlOIl"'-'I"!S fi titre Incfir:ntif nt Si1ns oarnntle ct'orreur ou d'00h11. Leur publlcntlon "'lmpllQuo pas 'lUf) la matlltre exposée soit libre de tout droit de brevet et "e 
confôre j'lIICUIIf} licence dc lout droit de propri61c industrielle. R.T.C. LA RADI01ECHN1QUE-COMPELEC "'assumant en outre Bucune responsabilité quant BUX conséquences de leur 
utilisation. Ces caractérislÎCluns pourront 6vontucllcment être modifiées sans l'lréitvis. et leur puh1ication nO constitue pas une garantie quant â la disponibilité du produit. Ces 
Inlormalions ne peuvent êlre reproduites par Quelque procécJé Que ce salt. en tout ou parti •• sans raccord écrit de R.T.C. LA RADIOTECHNIOUE-COMPELEC . 

•• ,p .. 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIQUE 1 TUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. COMPOSANTS ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS 1 ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC 

CONDENSA TEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN - 75540 PARIS CEDEX 11 - T~L~PHONE : (1) 355.44.911 

CENTRES INDUSTRIELS ET LABORATOIRES: CAEN· DREUX - ÉVREUX· JOUÉ-LES-TOURS' SURESNES - TOURS 
S.A. AU CAPITAL DE 300.000.000 DE F - R.C. PARIS B 672 042 470 



diode au silicium diffusée 

BAX 13 

Diode au silicium, diffusée, dans un boîtier compact, la BAX 13 est principalement destinée aux applications de 
logique rapide et aux usages généraux. 

caractéristiques principales 

VR ..................... max 50 V 

V RRM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 V 

IFRM ........................ max 150 mA 

VF (IF = 20 mA). . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1 V 

trr (de IF = 10 mA à VR = 6 V) ........ max 4 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR ·········.· .... · ............ max 50 V 

VRRM ......................... max 50 V 

brochage 

marron 

(cathode) 

7,6 

orange 

Dimensions en mm 

noir 

(@) 
J:;L 

mQx 

71516.4.2 

Boîtier SOD-I7 

(Marquage confonne à la nonne 
CECC 50000 2ème édi tion) 

IF ......................... max 75 mA 

I FRM ................... " .... max 150 mA 

IFSM (t = 1 s) ................. max 500 mA 

IFSM (t = 1 ils) ................ max 2000 mA 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~j-arnb· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "0,6 °C/mW 
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caractéristiques n j = 25 oC] 

VF (IF = 2 mA) ........ '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,7 V 

VF (IF = 10 mA; Tj = 100 oC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,8 V 

V F (IF = 20 mA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 1 V 

VF (IF = 75 mA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,53 V 

IR (VR = 10 V) ............................................................... max 25 nA 

IR (VR = 10 V; Tj = 150 0C) .... , ........................................... , ..... max 15 pA 

IR (VR = 25 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 nA 

IR (VR = 50 V) ............................................................... max 200 nA 

IR (VR = 50 V; Tj = 150 0C) ...................................................... max 25 pA 

Cd (VR = 0; f = 1 MHz) ........................................................... max 3 pF 

montages de mesure 

Mesure de la tension directe de recouvrement 

Avec tr > 20 ns et IF compris entre 1 et 75 mA, la valeur de la tension directe de recouvrement Vfr ne dépasse pas 

la valeur de la chute de tension statique V F' 

Ikn ,son Impulsion dt> sorti€' 
VF --

RS= son BAX 13 

.IL 

Impulsion de mesure : tr = 20 ns; tp = 120 ns; {j = 1 %. 
Oscilloscope: tr = 0,35 ns; capacité d'entrée + capacités parasites", 1 pF. 

(1) Mesurée en impulsions, pour éviter une dissipation excessive. 
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Mesure du temps de recouvrement inverse 

trr = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de : 

IF = 10 mA à VR = 1 V; RL = 100 n; mesuré à IRR = 1 mA ................................. max 6 os 

IF = 10 mA à VR = 6 V; RL = 100 n; mesuré à IRR = 1 mA ................................. max 4 os 

: -===- oscillgscoPE' 

• haltil 
1 Ri = 501l __ ---...1 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 100 ns; {j = 5 %. 

impulsion d'Mlr~E' 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns; capacité d'entrée + capacités parasites";; 1 pF. 

Mesure de la charge emmagasinée 

irrpulsion dE' sor/if.' 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 5 V; RL = 500 n) ........................................... max 45 pC 

BAX 13 07 

07:= 02:= BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 2 ns; tp = 400 os; {j = 2 %. 
Oscilloscope: capacité d'entrée + capacités parasites ~ 7 pF. 

Vc /rrpulsion df.' sortif.' 

'--1~ ___ :=-__ t 
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courbes caractéristiques 
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diode au silicium diffusée 

BAI 16 

Diode au silicium diffusé à faible courant inverse, en boîtier compact, destinée à un emploi général dans les appli­

cations professionnelles et industrielles. 

caractéristiques principales 

VR ················ .... max 50 V 

VRRM ........................ max 150 V 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 300 mA 

VF (IF = 100 mA) ............... maxl,3V 

trr (IF = 30 mA à V R = 3 V). . . . . . . max 120 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR .......... · ................ max 150V 

VRRM ........................ max 150 V 

brochage Dimensions en mm 

7,6 

~. ',~ 
,~ I-~à~-+I ~ 

056Lk ~ a 
rriax.F~~ 

1_ 25.4 _1 __ : 6:35:_1_ 25.4.--' 
@ 

J 2.01_ 
min 1 maxi min 

r------.J 1 L------l 
, l , 

marron 
(cathode) 

bl eu noir 

BoÎti er SOD-I7 

(marquage conforme à la norme 

CE CC 50000, 2ème édi tion) 

max 

IF .......................... max 200 mA 

IFAV (1) (T c= 20 ms) '" ......... max 200 mA 

IFRM ........................ max 300 mA 

IFSM (t = 1 s) .................. max 500 mA 

IFSM (t = 1 IJ.s) ................ max 2500 mA 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................................................ - 65 à + 200 ° C 

Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5 °C/mW 

(1) Pour un fonctionnement en courant sinusoïdal, et pour un fonctionnement en impulsion, voir courbe. 67 
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caractéristiques [T j = 25 oC) 

VF (IF = 1 mA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,65 V 

VF (IF = 10 mA; Tj = 100 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,85 V 

V F (1 F = 100 mA) (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,3 V 

VF (IF = 200 mA) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,5 V 

VF (IF = 200 mA; Tj = 175 oC) (1) ................................................ max 1,4 V 

IR (VR = 50 V) ......... , .................................................... max 25 nA 

IR (VR = 50 V; Tj = 150 oC) .................................................... max 25/1A 

IR (V R = 150 V) .............................................................. max 100 nA 

IR (VR = 150 V; Ij = 150 oC) .................................................... max 100 /1A 

Cd (VR = 0; f = 1 MHz) ......................................................... max 10 pF 

montages de mesure 

Mesure du temps de recouvrement 

trr = temps de recouvrement inverse quand la diode est commutée de 

IF =30mAàVR =3V; RL =100n;mesuréàIRR=lmA 

r------------.., 
1 • 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ::,,-'- ____________ ..J 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 300 ns; Ô = 0,25 %. 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns; capacité d'entrée + capacités parasites ~ 1 pF. 

Mesure de la charge emmagasinée 

ImpulsIon d~ 
so,.l1~ 

typo 70 ns 
max 120 ns 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 5 V; RL = 500 n). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 0,7 nC 

BAX /6 01 

01 - 02" BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 15 ns; tp = 35 /1S; f = 25 kHz. 

Oscilloscope: capacité d'entrée ~ 30 pF. 

(1) Mesurée en impulsions, pour éviter une dissipation excessive. 
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courbes caractéristiques 
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diode au silicium diffusée 

BAX 17 

Diode au silicium diffusée à très faible courant inverse, en boîtier compact, destinée à un emploi général dans les 
applications professionnelles et industrielles. 

caractéristiques principales 

VR ........................ max 200 V 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 300 mA 

VF (IF = 200 mA). . . . . . . . . . . . . . .. max 1,2 V 

trr (de IF = 30 mA à VR = 3 V; 

RL = 100 il; mesuré à IRR =3mA) .. max 120 ns 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR ........................... max 200 V 

VRRM ........................ max 200 V 

brochage Dimensions en mm 

7,6 

~. "1 
~ r·~a~-l H 

'k~' 1 a 

~~~ F1c::::::J' TIC:=::>' _ 25.4_1_: 6:35: __ 25.4_ 
min 1 max 1 mm 

r------' 1 L------1 
1 1 1 

marron 

(cathode) 

violet 

Boîtier SOD-17 

noir 

(marquage conforme à la norme 
CECC 50000, 2èmc édition) 

(@) 
-'::1-ma. 

1lS8644.2 

IF .......................... max 200 mA 

IFAV (1) (T = 20 ms), ............ max 200 mA 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 300 mA 

IFSM (t = 1 s). . . . . . . . . . . . . . . . .. max 500 mA 

IFSM (t = 1 ilS) . ............... max 2500 mA 

Tstg .................................................................... - 65 à + 200 Oc 
Tj ........................................................................ max 200 Oc 
~hj-amb· .................................................................... 0,5 °C/mW 

(1) Pour un fonctionnement en courant sinusoïdal et en impulsion voir courbes. 
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caractéristiques [J j = 25 °Cl 

VF (IF = 1 mA) .............................................................. max 0,65 V 

VF (IF = 10 mA; Tj = 100 OC) .................................................... max 0,75 V 

VF (IF = 100 mA) (1) ........................................................... max 1,1 V 

VF (IF = 200 mA) (1) ........................................................... max 1,2 V 

VF (IF = 200 mA; Tj = 175 OC) (1) ................................................. max 1,2 V 

IR (VR = 50 V) .............................................................. max 25 nA 

IR (VR = 50 V; Tj = 150 oC) .................................................... max 25 IlA 

IR (VR = 150 V) ............................................................. max 100 nA 

IR (VR = 200 V; Tj = 150 oC) ......................... '.' ......................... max 100 IlA 

Cd (VR =O;f= 1 MHz) ......................................................... max lOpF 

montages de mesure 

Mesure du temps de recouvrement inverse 

trr (de IF = 30 mA à VR = 3 V; RL = 100 il; mesuré à IRR = 3 mA) 
r----------- ., , ' , : 

........................ 

: 1 .I~+ Irr 
1 1 

Im""p;.;::ul::...:sio.:..n....;dT'onlr.. IR f 
Impulsion RR 
de sortIe 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 300 ns; li = 0,25 %. 

Oscilloscope: tr = 0,35 ns; capacité d'entrée + capacités parasites";; 1 pF. 

Mesure de la charge emmagasinée 

{ 
typo 70 ns 

max 120 ns 

Qs (de IF = 10 mA à V R = 5 V; RL ;;;. 500 il) .......................................... max 0,7 nC 

BAXI7 D1 

D1 = D2 = BAW62 

Impulsion de mesure : tr = 15 ns; t p = 35 ilS; f = 25 kHz. 

Oscilloscope: capacité d'entrée";; 30 pF. 

(1) Mesurée en impulsions pour éviter une dissipation excessive. 
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courbes caractéristiques 
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1 

1 

1 

diode au silicium mésa 

BAX 18 

La BAX 18 est une diode au silicium Mesa, en boîtier compact, d'usage général, utilisée principalement en redresseur. 

caractéristiques principales 

YR .......................... max 75 Y 

YRRM ....................... max 75 Y 

IFAy ........................ max 350 mA 

T ........................... max 200 Oc 
J 

Rthj-amb' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,3 °CjmW 

valeurs à ne pas dépasser 
(limites absolues) 

YR .......................... max 75 Y 

YRRM ....................... max 75 V 

IFAy CT = 20 ms) ............... max 350 mA 

IF .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 500 mA 

IFRM ........................ max 2 A 

caractéristiques 

brochage Dimensions en mm 
7,6 

'---~---~l 

~ 34 ' 
11 max ~ l· 1-· .... 1 LJ 

'k~\' 'la 0.56 -c=::J . . c:::::::) 

max +1 1 ": 1 . 1 

I .. ~ 25 .• 4. _--+-1-+-~ 1 6,351 ~..-.._ 25,4 ----.­
min 1 max 1 mm 

r--------l j L------1 
, l , 

marron 
(cathode) 

gris 

Boîtier SOD-17 

noi r 

® 
....l2,0 1_ 

max 

IFSM (t = 10 ms)."" , , ........ , ., . max 6 A 

T stg . , ..... , , .. , .. , . . . . . .. ~ 65 à + 200 Oc 
Tj " ....... " ............. ,., max 200 Oc 
Rth· b' .. ' .. , ... ".,',.,..... 0,3 °CjmW J-am 

VF (IF = '2 A, '1j = 150 oC) .. , .............. , . , , .................. , .. , , .... , ...... , max 2 V 

IR (YR = 75 V, T j = 150 oC) , .... , .. , . , , , ..................... , , .. , ... , . . . . . . . .. max 100 J.1A 

L __ 
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courbes caractéristiques 

TT 
TJ=25°C 

) 

Q ",,i 
...,"" r~ 
.1 

2 

il 

1 

17 
0 
o 

76 

3 

2 

o 
o 
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A 12;'4 

valeurs typiques 

F=2A-

5~d~A 
+-

100mA 

100 Tj (OC) 200 

" 

t ~ 

02 I FAv (A) 04 



L_ 

Va 
(V) 

40 

20 

1\ 
~ 

" 

o 
o 

r--. 
l' 

--

250 

,\ \:.\ 

II' 
....... ~"'JO 

r--. Il 

\1 
r-~tt.."'2011 

500 la (mA) 

•. FA-- bAX 1B,Pé3gc 3/4 

30 V 5 76 n 1000 !-IF 
20 V 3,4 nllOOO!-lF 
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diode au silicium pl anar 

BAX 18 A 

INTRODUCTION 

La BAX 18 A est une diode au silicium planar, en boîtier DO-35, d'usage général, mais utilisée principalement com­

me redresseur. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse répétitive maximale ........................................ VRRM max 75 V 

Courant di rect moyen .................................................................. 1 F(A V) max 400 mA 

Courant di rect non répétif maximal ............................................ 1 FSM max 6,0 A 

DONNEES MECANIQUES 

Boîtier 00-35 Dimensions en mm 

O.56·~1 1 p~ 
max+ L 1 1 1 

25,4 __ i_ 4.25_ .. _25,4 __ 1 

min max min 

®I 
_11,851..­

max 
1166721 

L'extrémité colorée indique la cathode 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ai r ambi ant, en ai r cal me, 

au maximum de longueur des connexions Rth(j-amb) 0,38 °C/mW 

79 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tensions 

Tension inverse répétitive maximale 

Tension continue inverse ..................................................................... ., .. . 

Courants di rects 

Courant conti nu ........................................................................................ 1 F 

Courant moyen (mesuré sur une période de 20 ms) .................................... IF(AV) 

Courant répétitif maximal .......................................................................... 1 FRM 

Courant non répétitif maximal 

(durée max = une alternance de 10 ms 

à Tj initiale = 25 oC) .......................................................................... I FSM 

Températures 

Température de stockage .......................................................................... T stg 

Température de jonction ............................................................................ Tj 

CARACTERISTIQUES 

Tension directe 

1 F = 2 A; T j = 150 ° C ............................................................................ V F 

Courant inverse 

Capacité de la diode 

V R = 0 ; f = 1 MHz ................................................................................ Cd 

80 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

75 

75 

500 

400 

2,0 

6,0 

- 65 à + 200 

max 200 

< 

< 

typ 

< 

1,4 

100 

15 

35 

V 

V 

mA 
mA 

A 

A 

V 

\lA 

pF 

pF 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

0,6 

Ptot 

(W) 

0,4 

0,2 

o o 

1 F eH 
a 

IF(AV) 

a 

~ 

2,0 
l,57 1,42-

2,5 c,c. 

3,0 

0,2 IF(AV) (A) 0,4 

7Z72936 1 

o 100 T amb (oC) 200 

La partie gauche de la courbe donne la puissance totale dissipée en fonction du courant de sortie moyen, 

IF ff par diode R + rd"ff 
Le paramètre a = e fonction de nw RL CL et de t 1 peut être lu sur des courbes (n = l ou 2). 

IF(AV)pardiode' nRL ' 

Quand la puissance dissipée est connue, la température ambiante maximale admissible peut être lue dans la partie 

droite de la courbe. 

Quant à la résistance série, ajoutée pour limiter le courant de redressement initial crête, sa valeur minimale peut 
être lue sur la courbe de la page 4/6. 

La valeur de la résistance rdiff peut être lue sur la courbe de la page 5/6. 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

82 

Valeur minimale de la résistance série Rt (comprenantlarésistancedu trans­

formateur) destinée à limiter le courant de redressement initial maximaL 

Vi eH 
(V) 

30 

20 

10 

-

1 
1 o 

o 

r-

1 1. 
IP 

1 1 1 

CL:%250~F -, 

/ 
1 

1 
Il 1 

1 1 V 
1 / 
ri / 1/ 

fi ,/ /' 
l, V 

'/ 

1 

7 50~~~} 10bo~F - "/ 15100 ~F 
'1 / ,/ 

1/ 
/ /' 

V 
Rt t:":\_lo 

/ 1 \Jt ~( V. jOf" Rl r 
j 
0 

Tolérances admises: 

_ tension secteur: + 1070 
- copaci té : + 50 70 
- rési stance : - 10 70 

5 

T ensi on de sorti e en fonction du courant de sorti e pour 1 e ci rcui t ci-des sou s. 

Rt 

1 
Vi 

i j Va 

~ 

40 1 

~ d-+-t 1 

1 

1 ....... 1 

1 ....... 1-..... 1 

V i eH -+-
;~ 

=-
1 30 V -
1 1 , ! 1 1 

I\H-'--t ! 1 
1 

1 

i 
ri r--.L.. 1 

1 r-- , 

30 

RL 

20 1 20 V - r- - 7Z724.00 

1---

10 

o o 

1 

-.l-

I 

, i 
1 

250 

1 

\' i (V) Rt (q) CL (I1F ) 

,,0 :;,0 1000 

20 3.4 l()()() 

1 

1 

500 la (mA) 750 
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, 
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2 , 
f- , 

r-+ 
1- --r-

, 
, 

, 

7Z72935 

q+j--T: 25°C 1 t+T-+ J 

1 tffi --_T ~ 150°C 
- _, , J 

t-gr-+±~tf ~+ l ' , ~ ~t-+--:-
, 

f-I- ti-++- H--l--j=l-=-tyP Tt+. ma1±t -., 

fit! ..J ' - =p--- L±::1:-fI. 
1 - , ~ 

+--+~ ft 
. ' 

-~=t 
Il, 

-1 L 

ri-t li '!Pt- --

: -t-J ~ l! ,'TT -t---+--, 
--\--J. 

l ' Il 
, 1 +t- .l-

or' ~ '~f: eot (-): O. 
(-) " 

~ 
'1 -t-- , 

2 

3 

) 

10 2 

10 

10 -, 

-2 10 

3 10" 
o 

VR=75 V 

li 
j 

/ 

1 

L 

100 

--Fi-- BAX 18 A, Page 5/6 

7Z72934 

o 5 ,~-, l , 10 A' 
, ! "l' 1 m 

I-t-+-+--+-+ -+-!-i--' 

7Z11238.1 

~I .. ;) 

1 

200 300 
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diode au gemanium 
à pointe d'or 

OA47 

Diode au germanium, en boîtier JEDEC 00-7, destinée aux circuits de commutation et aux usages généraux. 

caractéristiques principales 

VR ......................... max 25 V 

VRRM ......................... max 25 V 

IFRM (Tamb = 25 OC) •........... max 150 mA 

VF (IF = 150 mA). . . . . . . . . . . . . . .. max 1,1 V 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 10 V) . . .. max 600 pC 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues] 

VR ............................ max 25 V 

VRRM ......................... max 25 V 

VRSM (t < 1 s) ................... max 30 V 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC 00-7. 

L'anneau de couleur indique la position de la cathode. 

IF .......................... max 110 mA 

IFAV (T = 20 ms) •.•.........•• max 110 mA 

IFRM ........................ max 150 mA 

IFSM (t < 1 s) .................. max 200 mA 

Tstg ..................................................................... - 65 à + 75 Oc 
Tj ......................................................................... max 75 Oc 
~j-arnb· ................................................................... 0,55 °C/mW 
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caractéristiques 

VF (IF = 0,1 mA) ......................................... . 

VF (IF = 1,0 mA) ......................................... . 

VF (IF = 10 mA) .......................................... . 

VF (IF = 30 mA) .......................................... . 

VF (IF = 150 mA) ......................................... . 

1 R (V R = 1,5 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

IR (VR = 10 V) 

IR (VR = 20 V) 

IR (VR = 25 V) 

· ......................................... . 
· ......................................... . 

· ......................................... . 

Cd (VR = 1 V;f= 1 MHz) ................................... . 

montages de mesure 

Mesure du temps inverse de recouvrement 

--Fi __ DA 47,Page 2/4 

T· = 25 Oc 
J r. = 60 Oc 

J 
max max 

0,20 0,14 V 

0,31 0,28 V 

0,45 0,43 V 

0,65 0,62 V 

1,10 1,10 V 

3,5 20 p.A 

15 40 p.A 

50 90 p.A 

100 160 p.A 

3,5 3,5 pF 

trr (de IF = 10 mA à VR = 1 V; RL = 100 il; mesuré à IRR = 1 mA) ........................ max 70 ns 

Diode 
en essai r----------, 

1 1 
1 1 

1 
1 

1 

1 
1 ______ J 

Impulsion de mesure: tr = 0,6 ns; tp = 100 ns; ô = 5 ~o 

Oscilloscope: capacité d'entrée + capacité parasite.s.;;; 1 pF 

86 

Oscilloscope 
à 

échantillonnage 

Ri =50n 

Impulsion de sortie 
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Mesure de la charge emmagasinée 

Qs (de IF = 10 mA à VR = 10 V; RL = 1 kQ). ........................................ max 600 pC 

Diode 
en essai DI 

RS = 500 Q 
li.. 

IIF 

02 Q. 
1 

vrrJ 
..., 

Vc ~ 

'" 
IFl " V=VR+IF·RS u 

07 c: 02 cc BAW62 

Impulsion de mesure: tr = 2 ns; t p = 0,4 ns; 0 = 2 % 

Vc\ 

c:; 
->c 

Os Cllioscope 
0 

R, ~ 10/11[2 ~ 

f-
I 

VCM 

L 

ImpulsIon 

de 
sorl ie 
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diode à pOinte 
au germanium 

DA 90 

Diode au gennanium destinée aux circuits de détection, en particulier aux circuits de détection vidéo. 

c aracté ri sti q ues p ri ncipales 

V R CT = 20 ms) ................. max 20 V 

I FAV CT = 20 ms) ............... max 8 mA 

1 FSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 200 mA 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR CT= 20 ms) 

VRRM 

V RSM 

max 20 V 

max 30 V 

max 40 V 

brochage Dimensions en mm 

2max 

b::: :1K 
1 _. j 

25.4m;np7.6.max1-.;25.4m;n 
J .. 

~13m;n~ 
Boîtier JEDEC DO-7. 

L'anneau de couleur indique la position de la cathode. 

I FAV CT = 20 ms) ............... max 8 mA 

IFRM ........................ max 45 mA 

IFSM (t < 1 s). . . . . . . . . . . . . . . . .. max 200 mA 

Tstg ..................................................................... - 55 à + 90 Oc 
T amb .................................................................... - 55 à + 75 Oc 

89 



•. Fi-- Of\ CJO,Pô['2 =/4 

caracté ri sti que s 

Tamb = 25 Oc Tamb = hO ° C 

min typo max min typo max 

YF (IF = 0.1 mA) 0.1 0.11\ 0,25 O.L' 0.20 \' 

YF (IF = 10 mA). 0.5 1.0 1.5 OA 0.95 1,4 V 

YF (IF = 30 mA). 1.1 2.0 3.2 1.0 1.95 3.1 Y 

IR (YR = 1,5 Y) 2,4 10 Il 40 fJA 

IR (Y R = 10 Y). 20 135 45 270 fJA 

IR (YR = 20 Y). 90 450 140 650 fJA 

IR (YR = 30 Y). 300 1 100 400 1500 fJA 

schéma d'utilisation 

Condition d'utilisation en détection vidéo 

Yim 5 1,4 1 0.5 5 V 

RL · ..... 3 , 3 3.9 kSl .' 
CL' 10 10 10 10 pl' 

f. ... 40 40 +0 30 MHz 
~ CL 

RL 
17 . typo 63 54 34 1> (JO % ...... 

Rd . .... typo 2,4 2.1\ 3.7 > 2.9 kSl 
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courbes caractéristiques 

, . .+ 
H tt l--- ···-f 

~± la -'~ H-~ t.L r+-' , -;+ 
,~~ 

Ittf:t - F+ 
h fF-t T-H-

a 
a 5 la 15 20 25 30 

VRRM IV) 
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diode à pointe 
au germanium 

DA 95 

Diode à pointe au gennanium, en boîtier JEDEC 00-7, destiné à des usages généraux. 

caractéristiques principales 

V R (T = 20 ms) ................. max 90 V 

IF CT = 20 ms) ................ max 50 mA 

IFSM (t < 1 s) .................. max 500 mA 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR CT = 20 ms) max 90 V 

V RRM '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1 15 V 

brochage Dimensions en mm 

14----13 mm . .• 

Boîtier JEDEC 00-7. 

IFAVCT='~20ms) ............... max SOmA 

I FRM ........................ max 150 mA 

IFSM (t < 1 s) .................. max 500 mA 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 à + 75 ° C 

T amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 à + 75 ° C 

Rthj-amb' ................................................................... 0,55°CmW 
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caractéristiques (J amb = 25 ·C] 

VF (IF = 0,1 mA) ................. . 

VF (IF = 10 mA) .................. . 

VF (IF = 30 mA) .................. . 

IR (V R = 1,5 V) .................. . 

1 R (V R = 10 V) ....... ........... . 

IR (VR = 75 V) .................. . 

1 R (V R = 100 V). . . . . . . . . . . . . . . ... . 

courbes caractéristiques 

-1 

Tamb =lS'C 

-- - Tamb = 60'C 

94 

-0,2 

-10 

min 

0,1 

0,65 

1,0 

0,4 

0,8 

5,7 

10 

t+Hi 
"ütl 

·tt 

t 'llH 

Tamb = 25 Oc 

typo 

0,18 

1,05 

1,85 

1,2 

2,5 

35 

80 
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Tamb = 60 Oc 

max min typo max 

0,25 0,05 0,1 0,2 V 

1,5 0,55 0,95 1,4 V 

2,6 0,9 1,75 2,5 V 

4,5 5,5 12 26 p.A 

7 8 17 40 p.A 

110 20 100 250 p.A 

250 30 200 430 p.A 

1 !' LllllliLi 

10-1 : 1 il i il! i 1//1 1/1 /1 : 1 

o ",.. 50 IfIV) 100 0 50 ~ (V) 100 



. ~ " .,. ~ t + '; j ~. .. . .. 1 + -t • + +-< 

.. ··t"I t'· t·,! "t' "t' .... 

.... -j .. Ii" "1 t'Ti I!II .. " 
00 •• ., 20 '0 60 

·-Fi. uA ~5,Page 3/4 

102r--'~-'--'---r--.--~---r~ 

IF 

(mA) 

:::: :::~:::::-~. ~::: 
:::: +- ~ r--=-=-

: : ;; :: i t ::;. :::: :::: 
80 100 120 

VRRM(V) 
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diodes ultra-rapides 
au silicium 

1 N 4148/50/51 
1 N 4446/48/49 

Diodes au silicium planar. en boîtier JEDEC DO-35. destinées aux circuits de logique rapide et aux usages généraux. 

caractéristiques principales 

1 N 4148 

1 N 4446 
VR · . ... . . . .... .... .. .. . . max 75 V 

1 N 4448 

1 N 4449 

VR ...................... {:~::~~ m~,50V 

IF ........ - ......... 1 N 4148 Œax 75 mA 

1 F' ............................... max 200 mA 

IF' .................... " 1 N 4150l11ax 300 mA 

Plot (Tamo = 25 OC) ................. max 500 mW 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

VR ···················· 

vR ··················· { 

1 N 4148 

1 N 4446 

1 N 4448 

1 N 4449 

max 75 V 

1 N 4150 max 50 V 
IN4151 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC D0-35. 

IF ............................... max 200 mA 

IF - ............... 1 N 4148 max 75 mA 

IF ..................... 1 N 4150 max 300 mA 

,,(O( 1 Talllo ccc ~5 SC) . . ..............................•....................•....•••.••... max.500 mW 

T '(0 ... 
S b 

.................................................................... ' .. _ 65 à +200 oC 

T· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max + 200 oC 
l 

R(llI-aI11O ............................................................................ - ... 0,35 °CjmW 
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caractéristiques (T. 
J 

25 OC] 

IN414X IN4150 IN41S1 1 N4446 1 N444X 1 j\j4449 

V(BR)R (IR = 100 /lA) .................... min 100 100 100 100 

V(BR)R (IR = 5/lA) ...................... min 7':, 7':, 7" 7" 75 

III in (J,i>::' lU)3 
V F (1 F = 5 mA), . , , , . , , . , , ................ 

max 0,71 0,73 

YF (IF = 10 mA) .................... , ..... max 0.74 

YF (IF = 20 mA) ......................... max 

YF (IF = 30 mA) . . . . . . . . . . . ............. . max 

YF (IF = 50 mA) ........... .. ....... .. ... max O,Xh 

VF (IF = 100 mA) .......... . .. . .... ma.x O,l) ::' 

IR (V R =20V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ma x 2" 2" 2S .:" 
IR (V R =10V; T· = 150 oC) .......... ma x SO ,,0 ,,() 'u 

J 
IR (V R =50V) . . . . . . . . . . . . ............ ma x 100 ,,() 

IR (V R =50V T- ~.- 150 oC) max 100 "u J 

trr (IF = 10 mA ;VR=--oV .R I IOOSl) .. m a.\ .f l .f -+ -+ -
CdIVR=OV;f=1 Mill) . .... ............. ma \ .f ~.:-' 2 .f .f .f 
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diodes stabilisatrices de tension 
diodes de référence 
diodes écrêteuses 
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1 NTRODUCTI ON 

diode stabilisatrice 
de tension 

BA 220 

Diode au silicium planar épitaxial, en boîtier 00-35, destinée aux usages généraux et aussi à la régulation de ten­

sions. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse répétitive maximale ................................... . 

Courant direct répétitif maximal ........................................... . 

Températures de stockage ................................................... . 

Température de jonction ....................................................... . 

Résistance thermique jonction-air ambiant 

Tension directe à IF = 0,1 mA 

1 F = 1,0 mA 

IF = 10 mA 

IF = 100 mA 

Capacité de la diode à V R = 0; f = l MHz ........................ . 

Temps de recouvrement inverse 

(1 F = 10 mA ; 1 R = 60 mA; RL = 100 Q) 

V RRM 

IFRM 

T stg 

T· 
J 

Rth(j-amb) 

V F 

V F 

V F 

V F 

Cd 

mesuré à I RR = l mA .................................................... trr 

DONNEES MECANIQUES 

max 10 

max 400 

- 65 à + 200 

max 200 

0,50 

460 à 520 

560 à 620 

680 à 750 

825 à 950 

< 2,5 

< 4 

V 

mA 

oC 

oC 

°C/mW 

mV 

mV 

mV 

mV 

pF 

ns 

Boilier 00-35 Dimensions en mm 

I@I 
_11,851_ 

max 
1Z66119 

rouge rouge noir beige 

( cathode) 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-air ambiant, en air calme ........................................................ Rth(j-amb) = 0,50 °C/mW 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues 
selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse répétitive maximale ........................................................ Y RRM 

Courants directs 

Courant moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) 1 F(AY) 

Courant continu ....................................................................................... . IF 

Courant répétitif maximal ......................................................................... . I FRM 

Courant non répétitif maximal ................................................................... . 

t = 1 ~s ............................................................................................... . I FSM 
t = 1 s ............................................................................................... . I FSM 

Températures 

Température de stockage .......................................................................... T stg 

Température de jonction ............................................................................ Tj 

CARACTERISTIQUES (Tj = 25 oC) 

Tension directe 

IF = 0,1 mA 

IF = 1,0 mA 

IF = 5,0 mA 
IF = 10 mA 

IF = 100 mA 

Courant inverse 

Y F 
Y F 
Y F 
Y F 
Y F 

Y R = 10 Y ................................................................................................ IR 

Capacité de la diode 

YR = 0 ; f = 1 MHz .................................................................................... Cd 

Temps de recouvrement inverse 

(1 F = 10 mA ; 1 R = 60 mA; RL = 100 Q) 
mesuré à IRR = 1 mA .......................................................................... trr 

Circuit de mesure et forme de la tension d'entrée et du courant de sortie. 
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max 10 

max 200 

max 200 

max 400 

max 4000 
max 1 000 

- 65 à + 200 

max 200 

460 à 520 
560 à 620 
640 à 700 
680 à 7SO 
825 à 9SO 

< 1 SOO 

y 

mA (1) 

mA 

mA 

mA 

mA 

OC 
oC 

mY 

mY 

mY 
mY 
mY 

nA 

< 2,5 pF 

< 4 ns 

Signal d'entrée Signal de sorti 

Signol d'entrée: 

temps de croissance de l'impulsion inverse ........................................ tr 0,6 ns 

durée de l'impulsion inverse .............................................................. tp 100 ns 

rapport cyclique .................................................................................. 5 0,05 

Oscilloscope: 

temps de croissance du courant .......................................................... tr 0,35 ns 

Capacité du circuit C ~ 1 pF (C = capacité d'entrée de l'oscilloscope + capacité porosite). 

(1) En fonctionnement sinusoïdal, IF(AY) = 130 mA. 



COURBES CARACTERISTIQUES 

IF 
(mAl 

10 

1 

rJ 

~' r, 

1 

j 
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7Z61050 1 

Tj - 25°C 

min typ max 

Il L' 
l" 

1/ 

~) 1 

750 V F (mVI 1250 
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diode stabilisatrice 
de tension 

Diodes au silicium planar stabilisatrices de tension en 
boîtier 00-35, destinées aux étages de sorties d'ampli­
ficateurs classe B, aux circuits de stabilisation, etc ••. 

Caractéristiques principales 
IFRM ........................ max 250 mA 

Tj ................... :..... max + 200 Oc 
Cd (VR = 0 ; f = 1 MHz) ........... max 140 pF 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

5,1 min. r- -ri, 
U LJ 
n r: 

~:+ ~, UIIIT~~ (ô) 
+ L 25,4 __ U ~,2~ ~L 25,4 __ 1 J; 1 __ 

min 1 rror 1 min max 

:-----~J-.J L_~-----~ 

orang" marron jaun" beige 

Boîtier JEDEC DO-35 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
IFRM .................... , ..... max 250 mA 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 65 à + 200 oC 

Tj ........................... max + 200 oC 

Rth j-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,38 °C/mW 

BA 314 

Caractéristiques 
(T· = 25° C) 

J 

VFàIF== 0,1 mA ................ 610à690mV 

IF = 1 mA ................ 680 à 760 mV 

IF = 5 mA ................ 730 à 810 mV 

IF = 10 mA ................ 750 à 830 mV 

IF = 100 mA ................ 870 à 960 mV 

1 R (à V R = 4 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 5 IlA 

Cd (à VR = 0 ; f = 1 MHz) ............ max 140 pF 

SF (à IF = 1 mA) " ............ typo - 1,8 mV/°C; 

IF 
(mA) 

10 

10- 1 

0,25 

Tj 25 Oc 

0,5 

1 
mini max 

1 

0,75 1 1,25 
VF (V) 
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INTRODUCTION 

diode stabilisatrice 
de tension 

BA 315 

Diode au silicium planar épitaxial, en boîtier 00-35, destinée à la stabilisation des basses tensionso 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse répétitive maximale .................................... .. 

Courant direct répétitif maximal ............................................ .. 

Température de stockage ..................................................... . 

Température de jonction ....................................................... . 

Rési stance thermique jonction-air ambiant ........................... . 

Tension directe à IF 0,1 mA 

1,0 mA 

10 

100 

mA 

mA 

Capacité de la diode à V R = 0 ; f = 1 MHz ......................... . 

DONNEES MECANIQUES 

V RRM 

I FRM 

T stg 

T· 
J 

Rth(i-amb) 

V F 

V F 

V F 

V F 

Cd 

max 5 

max 225 

- 65 à + 200 

max 200 

0,60 

480 à 540 

590 à 660 

710 à 790 

875 à 1050 

< 3,0 

V 

mA 

oC 

oc 

° C/mW 

mV 

mV 

mV 

mV 

pF 

Boîtier 00-35 Dimensions en mm 

orange marron vert beige 

(cathode) 

RESISTANCE THERMIQUE 

(@) 
-1;1.-

max 
1Z6671g 

Jonction-air ambiant, en air calme ................................................. - Rth(j-amb) 0,60 °C/mW 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absolues selon publication CEl 134) 

Tension 

Tension inverse répétitive maximale 

Courants directs 

Courant moyen redressé (mesuré sur une période de 20 ms) 

Courant continu ...................................................................................... 1 F 

Courant répétitif maximal ...................................................................... 

Courant non répétitif maximal 

t == 1 ilS ..........•.......•.....................................................•................... 

t == 1 s ........................................................................................... , .. 

Températures 

Température de stockage ........................................................................ 

Température de jonction ........................................................................ . 

CAR ACT E RIS T 1 QUE S (T j == 25 ° C) 

Tension directe 

0,1 mA 

1,0 mA 

5,0 mA 

10 mA 

mA 

Courant inverse 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

YR .......................................................................................................... IR 

Coefficient de température à 1 F == 1 mA 

Résistance différentielle à f == 1 kHz 

1 F == 1 mA ................................................................................................ rZ 

IF ==10mA ................................... ·.············ ............................................... rZ 

Capacité de la diode 

Ry = 0 ; f == 1 MHz ................................................................................ Cd 

(1) En fonctionnement sinusoïdal, IF(AY) == 75 mA 

108 

max 

max 

max 

max 

max 

max 

5 y 

100 mA (1) 

100 mA 

225 

2000 

500 

mA 

mA 

mA 

- 65 à + 200 

max 200 

< 

typ 

typ 

typ 

< 

< 

480 à 540 

590 à 660 

670 à 740 

710 à 790 

875 à 1050 

1500 

mY 

mY 

mY 

mY 

mY 

nA 

- 2,1 mY/oC 

50 

6 
7 

Q 

Q 

Q 

3,0 pF 



COURBES CARACTERISTIQUES 

IF 

(mA) 

10 

C=-Lj.--'-'--",~ H-

Tj 25 Oc 

: 
1 

1 i 
min 

1 1 Il 

Il 

1/ 
1 V 

l' 

i Il Il 
I~r 

Vi 

.< 

1-+- -

H-
~ 

1/ V 
/ max 

1 

1 ~-- - t-
Il 1 1 10- 1 

0,25 0,5 0,75 1 1,25 
VF (V) 

•. Fi+ BA 315, Page 3/4 
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diodes de référence 
de tension ~ 

BZV 10 
à BZV 14 

Diodes de référence de tension en boîtier JEDEC DO.35. 
Ces diodes présentent un coefficient de température très faible. Elles 
sont utilisées comme source de référence en instrumentation ( tels que 
les voltmètres digitaux). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
V REF (IZ 

6V REF (IZ 

2 mA) 

2 mA; 

cf note 

T à T 
amb l amb 2 

BROCHAGE 

l et courbe 

(Dimensions en mm) 

Boîtier JEDEC DO.35-F.80 
La cathode est indiquée 
par une bande colorée. 

3) 

6,5 ± 5 % 

.....•.... B Z V l 0 46 
BZV l l 23 
BZV l 2 9 
BZV l 3 4,6 
BZV l 4 2,3 

o à 70 

-~-max 

v 

mV 
mV 
mV 
mV 
mV 

Oc 

111 



-.Fi-- BZV 10 à 14, Page 2/4 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

Courants 

IZ ............................................. max 

IZM ............................................. max 

Puissance dissipée 

P tot (T amb ':::: 50°C) .............................. max 

Température 

T 
stg 

T 
amb 

RESISTANCE THERMIQUE 
R th j-a ......................................... . 

CARACTERISTIQUES 
à T 25°C ( sauf indication contraire) 

m~n 
= 

amb 
VREF (IZ 2 mA) ....................... 6,175 

r Z (IZ 2 mA) ....................... 
Sz (IZ 2 mA) ( cf Notes 1 , 2 et courbe 3) 

BZV 10 
BZV Il 
BZV 12 
BZV 1 3 
BZV 1 4 

6V REF (IZ = 2 mA) (cf. Notes 1 , 2 et courbe 3) 

T = OOC· 25°C' 
amb ' , 70° C) 

BZV 10 
BZV Il 
BZV 1 2 
BZV 13 
BZV 14 

NOTES 

1. Tolérance et stabilité de l ------------------------------Z 

t 

6,5 

30 

50 

50 

400 

mA 

mA 

mW 

65 à +200 Oc 

o à 70 Oc 

0,375°C/mW 

max 

6,825 ~ 
50 n 

± 0,01 %/oC 
± 0,005 %;oC 
± 0,002 %/oC 
± 0,001 %/oC 
± 0,0005 %/oC 

46 mV 
23 mV 

9 mV 
4,6 mV 
2,3 mV 

Les valeurs de Vz sont fonction de la stabilité du courant 
IZ' Deux facteurs peuvent faire varier Vz la résistance 

différentielle r Z et le coefficient de température SZ' 

112 

1.1 Comme la résistance r Z maximale du circuit peut être 
de 50 n ,une variation de 0,01 mA de l'intensité qui 
traverse la diode de référence provoquera 

6V REF = 0,01 mA x son ~ 0,5 mV 

Ce taux de 6V REF est insignifiant sur BZV \0 où 
6V REF = 46 mV, mais devient sensible sur BZV 14 où 
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Notes 

1.1 (suite) 

6V REF = 2,3 mV. 

Ainsi la STABILITE de l est d'une importance considérable 
particulièrement pour BZV 12, BZV 13, BZV 14. 

1.2 Le coefficient de température de la tension de référence 
Sz est fonction de IZ' Les diodes de référence sont classées 
par rapport à leur courant de test et le coefficient Sz de 
la diode de référence sera différent à des taux différents 
de IZ' La valeur absolue de l est très importante, cepen­
dant la stabilité de IZ est plus significative encore. Ceci 
s'applique particulièrement à BZV 13 et BZV 14. L'effet de 
stabilité de IZ sur Sz est montré sur les courbes ci-dessous. 

Toutes les diodes de référence sont caractérisées par la 
Il méthode de la boîte ". Ceci garantit une excursion de tension 
maximale (6V REF ) 1~nc la plage de température spécifique et au courant 
de test spéc~I~que IZ,.vérifié par des tests aux limites extrêmes 
de température de fonctionnement préconisées. 
Le coefficient de température Sz de la tension de référence VREF est 
obtenu de l'équation suivante: 

x 100 

T - T x V 
(amb2 ambl) REF(nom) 
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'_._-r-r- r- ---.--,--, ___ ~c---y-y-= ~_ -'--'--' __ I=- II-EETc-_-,= 
-- T amb=25 Oc 
.- 1---,-- - - - --1-­

--- f-I--I-,-- --1--1-1-1-1- --+-+-1---i 

(Q) ---

---1- - -- -- - -

-1-- - --

1- - 1- - - -- --

25 1- ---1--- - ---1- ,- - - --f-

1-1 1-- - -- - -- - --1--1-
- - - -- ------ -- -

- - --1- 1- - - t-- -
- t- _. -1-- - -- - - 1--

- - -- -- 1- ---1-

o L-L-_L-L-L-I_L ____ L- _ --'-- _J.._-,-~_~---'......J J_~~~~~~~~~...J 

+" 
~ 
CI) 

·rf o 

1,5 

.rf .r--.. 

2 2,5 IZ (mA) 3 

+0'3n-Variation typique du coefficient de 
température en fonction du courant 

+0,2 de fonctionnement. " 

+0,004 

~ +0,003 

+0,002 
Cri 0 ~ 0 1 H++-I++-lH--f--I-++H-l-+-I++-lH-+4 +-'-+-+-I-~H-f-+4-1 
Cri 0 ' 

CD ........... op 
o e 

Réf.3625-01 -14 

; 
;"'-

i; -
o 1-+-+-'-++ ++H++-I++--1I+-f--HYH+H+4-+-+-I'--f--+-I-++ 

- 0, 3 ~..L..1-'-L-L..L..1-'-L.L..L..1-'-LL..L.J-'-LL..L.J-'-L.L..L..1-'-~..L.L-L...I 

1 1,5 2 IZ (mA) 2,5 

+0,001 

0 

-0,001 

-0,002 

-0,003 

-0,004 
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diodes écrête uses 
de transitoires 

série BZW 70 

Diodes au silicium utilisées principalement pour la 

protection des équipements électriques et électroniques 

contre les transitoires. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
VR ....•...•................................... 5,6 à 62 V 

V(BR)R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,4 à 70 V 

[ 
T j = 

t = 
P 

.... max 3 kW 
25°C avant surcharge 

100 us (impulsion exponentielle) 

BROCHAGE 
Dimensions en mm Boîtier SOD 18 

IlOIl It.ml; 

4 ma, 1 L 4 mo, 

1 1 Q 

*' 
k = 

1 24m;n 

./ 

12.5 mo• 24 m ;n 
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BZW 70 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

Tension 

équivalente au suffixe 
placé pour indiquer le 
type de la diode 

Courants (T. 
J 

25°C avant surcharge) 

t la us (impulsion carrée) 
p 

I RSM BZW 70 - 6 V 8 · · · · · · · · · · · · · · · 
BZW 70 - 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 -18 · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 -39 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
BZW 70 -62 · · · · · · · · · · · · · · · · · 

t 
P 

1 ms (impulsion exponentielle) 

I RSM BZW 70 - 6 V 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 - 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 -18 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 -39 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · BZW 70 -62 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· 
· 
· 
· 

· 
· 
· · 
· 

max 
max 
max 
max 
max 

max 
max 
max 
max 
max 

PRSM .••••••••••••••.•..••••••••••.••••••• max 

à 
[

T. = 25°C avant surcharge 

t
J 

=100 uS ( impulsion exponentielle) 
p 

T ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
stg 

T. ...................................... 
J 

max 

420 A 
250 A 
140 A 

70 A 
50 A 

45 A 
30 A 
16 A 
la A 

6 A 

3 kW 

65 à + 150 Oc 
150 Oc 

(1) la tension VR est la tension inverse maximale recommandée 
pour un fonccionnement en continu; 
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CARACTERISTIQUES 
Tensions 

1 A; T. 
J 

25°C) ...............•.... max 1,5 V 

V(CL)R (V) (3 ) V(BR)R (V) (4) 

T. = 25°C avant surcharge 25°C J T. = 
t =500 IJS (impulsion exponentielle) J 

p 
~. 

typ 
, 

max min 

tjZ W 70 - 5 V 6 9 10 6,4 
, 

6 V 2 10 1 1 • 2 7,0 
6 V 8 11 1 2 , 5 7 , 7 
7 V 5 12 14 8,5 
8 V 2 1 3 , 5 15 ,5 l = 20A 9,4 IR = 50 mA 
9 V 1 15 1 7 , 5 R 

10,4 
10 1 7 19 1 1 ,4 
11 1 9 21 12,4 
12 21 23 13,8 
13 23 26 15 ,3 
15 22 26 16,8 
16 25 29 18,8 
18 28 33 20,8 
20 32 38 IR = 10A 22,8 IR = 20 mA 
22 36 43 25 , 1 
24 4 1 48 28 
27 47 54 3 1 
30 44 52 34 
33 49 58 37 
36 56 65 40 
39 63 72 l = 5A 44 
43 7 1 82 

R 
48 

47 80 93 52 IR = 10 mA 
51 89 104 58 
56 98 

1 

116 64 
62 104 116 70 

(2) Mesure impulsionnelle 
(3) V tension d'écrêtage 

V(CL)R 
(4) (BR)R = tension d'avalanche 
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Courant inverse de crête -------------------------

BZW 70 
BZW 70 

5 V 6 à BZW 70 
7 V 5 à BZW 70 

Ç~~~~~~~~~!_~~_!~~E~E~!~E~_ 
de la tension d'écrêtage 

RESISTANCE THERMIQUE 
R . 

th J-a 

r~ETHODES DE f10!JT AGE 

6 V 8 
62 

BZW 70 ._"-- page 4/6 

mélx 
max 

.•....•••.•.....• S typ 

1. Montage sur cosses à souder à 
une longueur de connexion :~ = 10 mm 

+ 

500 
100 

60 

2. 

R . 
th J-a 

Montage sur cosses à 
une longueur maximale 

souder à 

1--0 -1 
V71tz/Zzz~.--z-z-zz-z-<ztzzZ7zrL> 

a de connexion: 

= 70'0 CI W 

3. Montage sur plaquette de circuit 
imprimé à une longueur maximale 
a de connexion : 

4. 

R 
thj-a 

Montage 
imprimé 

Rh' t J-a 

sur plaquette de 
à une longueur a 

circuit 
= 10 mm 

f > Z 

wA 
wA 

NOTES DE SOUDURE ET DE MONTAGE 
1. Les points de soudure doivent être effectués à une distance d'au 

moins 5 mm de l'extrémité du corps de la diode. 

2. La température maximale admissible du fer ou du bain est de 300°C 
et le temps de soudure ne doit excéder 3 secondes. 

3. Eviter toute zone de chaleur durant le montage, 1*2 corps de ]a 
diode ne devant être en contact ou exposé à une température 
supérieure à + 150°C. 
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COURBES CARACTERISTIQUES 3ZW 70,Page 5/6 
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La durée t d'une impulsion exponentielle est le temps mis par 
l'impulsioR pour décroître de son amplitude maximale à 37 % de 
cette valeur. On suppose que l'énergie de cette impulsion disparaît 
après 2 fois ce temps. 
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...... 
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10- 1 
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BZW 70 
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diodes écrêteuses 
de transitoires 

série BZW 91 

Diodes au silicium utilisées principalement pour la protection 
des équipements électriques et électroniques contre les transi­
toires. 

Les séries sont les suivantes 

- Polarité normale cathode reliée au boîtier) 
BZW 91 - 5V6 à 62 

- Polarité Inverse ( anode reliée au boîtier) 
BZW 91 - 5V6R à 62R 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

V R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,6 à 62 v 

V (BR)R ....................................... . 6,4 à 70 V 

rT
t 

J
p
' 

PRSM ~ 
25 Oc avant surcharge 

max 27 kW 
100 ~s (impulsion exponentielle) 

BROCHAGE 
Dimensions en mm Boîtier :type DO-5 

Diamètre du trou dans 
le radiateur :max 6,5mm 

~!JrIJ ---

{@@ 
1/4 ". 28UNF 

Poids net 16 , 5 g 

Accessoires disponibles: 
56 264 A 

Couple de serrage 
min 1,7 Nm (17 kg.cm) 

max 3,5 Nm (35 kg. cm) 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites rbsolues) 

Tension 

BZW 91 
..... -- page 2/6 

équivalente au suffixe placé 
pour indiquer le type de la 
diode 

Courants (T. 
J 

25 Q C avant surcharge) 

t 
P 

10 ~s impulsion carrée) 

BZW 9 1 - 6 V 8 (R) .. max 
BZW 91 - 1 1 (R) .. . . max 
BZW 9 1 -18 (R) .. · . max 
BZW 91 -39 (R) .. · . . . max 
BZW 9 1 -62 (R) · . · . . . max 

t ms 
P 

( impulsion exponentielle) 

BZW 91 - 6 V 8 (R) · . . . . . . . max 
BZW 91 - 1 1 (R) .. max 
BZW 9 1 -18 (R) ... . . max 
BZW 9 1 -39 (R) . max 
BZW 91 -62 (R) · .. .. · .. . . max 

.............. max 

f = 50 Hz 

( impulsion carrée) 

P RSM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• max 

- J [ 
T. = 25°C avant surcharge 

a t p =IOO~s (impulsion exponentielle) 

T 
stg 

T. 
J 

. .........•.................. . max 

2800 A 
1700 A 
1000 A 

480 A 
350 A 

660 
430 
240 
120 
85 

A 
A 
A 
A 
A 

25 kW 

27 kW 

- 55 à + 175"C 

1 7 5 

(I)La tension VR est la tension inverse maximAle recommandée pour 
un fonctionnement en continu; 
A cette tension on assure la non-conduction de la diode écrêteuse, 
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-.F' __ BZW 91,Page 3/6 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tensions 

(IF = 10 A T. - 25°C) .................. . 
1 max 1 , 5 v 

BZW 

(2) 
(3 ) 

(4) 

T. 
J 

t p 

9 1 - 5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
1 2 
1 3 
15 
1 6 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
43 
47 
5 1 
56 
62 

Mesure 

V(CL)R 

V(BR)R 

V(CL)R (V) (3) 

= 25°C avant surcharge 

=500 ~s (impulsion exponentielle) 

typ max 
._~---

V 6 (R) 8 ,5 9 ,5 
V 2 (R) 9,5 1 0 , 5 
V 8 (R) 10 1 1 , 5 
V 5 (R) 1 1 1 2 , 5 
V 2 (R) 1 2 1 3 , 5 I R=150 A 
V 1 (R) 1 3 15 

(R) 1 4 , 5 1 7 
(R) 1 6 1 9 
(R) 1 7 , 5 22 
(R) 1 9 26 
(R) 22 28 
(R) 24 3 1 
(R) 26 34 
(R) 28 37 IR=IOO A 
(R) 3 1 40 
(R) 34 44 
(R) 38 48 
(R) 40 52 
(R) 44 56 
(R) 49 6 1 
(R) 54 66 
(R) 60 72 l = 50 A R 
(R) 66 79 
(R) 72 87 
(R) 79 97 
(R) 86 97 . 

impulsionnelle 
tension d'écrêtage 

= tension d'avalanche 

-------- --_.---"-

V(BR)R (V) (4 ) 

T. = 25°C 
J 

---_._----
mln 

6,4 Jr. 7 ,0 = 5 A 
7 , 7 
8 ,5 
9 ,4 

10,4 
1 1 , 4 IR = 2 A 
1 2 ,4 
1 3 ,8 
1 5 , 3 
1 6 ,8 
1 8 ,8 ... 
20,8 
22,8 
25, 1 IR = 1 A 
28 
31 
34 
37 ... 

40 
44 
48 
52 IR = 0,5A 
58 
64 
70 " 
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BZW 91 

··Fi-- page 4/6 

Courant inverse de crête 

BZW 91 - 5 V 6 
BZW 91 - 7 V 5 
BZW 91 -33 

à BZW 91 - 6 V 8 
à BZW 91 -30 
à BZW 91 -62 

• •••••••• IRM 
· ........ l 

RM 
· ....... • IRM 

max 
max 
max 

60 
5 

10 

mA 
mA 
mA 

de la tension d'écrêtage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S typ + 0,1% fOc 

RESISTANCE THE~MIQUE 

R t h J - a .................................,....... 

Rth j-mb'······································· 
R t'lI 'nlb-h' ••••••••.•••.••••.•••••••••••••••••.••• 

NOTES D'UTILISATION 

25 

1,5 °C/W 

0,2 oC/VI 

a) Pour des transitoires non répétitifs, la diode écrêteuse peut être 
utilisée sans radiateur pour des impulsions allant jusqu'à 10 ms. 

b) Pour des transitoires répétitifs, on devra utiliser un radiateur 

Rth h-a' 

En considérant la courbe des puissances P RRM , on a 

où T. max 
J 

T 
amb 

p 
s 

El 

Rth j-mb 

Rth mb-h 

R th j-mb + R + R = 
th mb-h th h-a 

= température ambiante 

T j max - T amb 

P s + 5 , P RRM 

dissipation au repos en l'absence d'impulsions 

= t / T 
P 

,. 1,5°C/W 

0: 0,2 °C/W 

On peut ainsi déterminer la résistance thermique du radiateur R th h-a' 
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COURBES CARACTERISTIQUES 

PRSM 
(kW) 

~-=1 ___ . 
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--Fi-- BZW 91 ,Page SIE 

10 tempo (mo) 111 2 

La durée t p d'une impulsion exponentielle eRt le temps mis par 
l'impulsion pour décroître de son amplitude maximale à 37 Ïo de 
cette valeur. On suppose que l'énergie de cette impulsi6n disparaît 
aprês deux fois ce temps. 
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diodes écrête uses 
de transitoires 

série BZW 93 

Diodes clU siliciu;1 utilisées principalement pOlir la protection des 
équipements électriques et ~lectroniques contre les transitoires. 

Deux séries existent 

- Polarité normale (cathode reliée au boîtier) 
BZW 93 - 5 V 6 à 62 

V R ••••• 

V(BR)R 

- Polarité inverse (anode reliée au boîtier) 
BZW 93 - 5 V 6 R à 62 R 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

5 , 6 

6,4 

[
Tj = 

t = 
P 

..... max 
25°C avant surcharge 

100 ~s (impulsions exponentielle) 

BROCHAGE 
Dimensions en mm 

à 

à 

62 

70 

3 

v 
V 

kW 

Boîtier type 00-4 

1Q-32UNF 

-@-@J: 
L:4 

10-32UNF 

1,0 
0,8 -w 

.~ 
1_1"oJ 

Diamètre du trou de 
radiateur max 

Poids net 

èouple de serrage 

5,2 mm 

6,5 g 

rr.in 0,8 Nm ( 8 kg cm) 
{;Jax 1,7 Nm (17 kg cm) 

Accessoire 56262 A 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

Tension 

-.E' __ BZ H 93 
page 2/6 

v (1) 
R ................................. êquivalente au suffixe 

placé pour indiquer le type 
de la diode 

Courants (T. ~ 25°C avant surcharge) 
J 

t 10 us ( impulsion carrêe ) p 

I RSM BZW 93 - 6 V 8 (R) · ................. 
BZW 93 - II (R) · ................. 
BZW 93 -18 (R) · ................. 
BZW 93 -39 (R) · ................. 
BZW 93 -62 (R) · ................. 

t = ms 
p 

( impulsion exponentielle) 

I RSM BZW 93 - 6 V 8 (R) · ................. 
BZW 93 - Il (R) · ................. 
BZW 93 -18 (R) · ................. 
BZW 93 -39 (R) · ................. 
BZW 93 -62 (R) · ................ 

max 
max 
max 
max 
max 

max 
max 
max 
max 
max 

300 A 
180 A 
100 A 
50 A 
33 A 

58 A 
33 A 
20 A 
10 A 

6,5A 

PRRM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• max 3 kW 

[ 
T = 65°C' f = 50 Hz 

mb ' 
à 

t p - 10 us ( impulsion carrée) 

P R SM' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

= 25°C avant surcharge 

=100 IJS (impulsion exponentielle) 

Tempêratures 

T 
stg 

....................................... 
T. • ......................................... . 

J 

max 3 kW 

- 55 + 175 Oc 
max 175 Oc 

(1) la tension VR est la tension inverse maximale recommandêe 
pour un fonctionnement en continu. 

A cette tension on assure la non conduction de la diode écrêteuse. 
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4·Fa+ BZW 93,Page 3/6 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tensions 

v (2) 
F (IF = 10 A T. = 25°C) ................ max 

J 
1 ,SV 

V(CL) R (V) (3) 

T . = 25°C avant surcharge 
J 

t p -500 us (impulsion exponentielle) 

typ 

BZW 93 - 5 V 6 (R) 9 
6 V 2 (R) 10 
6 V 8 (R) 1 1 
7 V 5 (R) 12 
8 V 2 (R) 1 3 , 5 
9 V 1 (R) 15 

10 (R) 1 7 
1 1 (R) 1 9 
12 (R) 21 
13 (R) 23 
15 (R) 22 
1 6 (R) 25 
18 (R) 28 
20 (R) 32 
22 (R) 36 
24 (R) 41 
27 (R) 47 
30 (R) 44 
33 (R) 49 
36 (R) 56 
39 (R) 63 
43 (R) 71 
47 (R) 80 
5 1 (R) 89 
56 (R) 98 
62 (R) 104 

(2) Mesure impulsionnelle 
(3) VV(CL)R - tension d'~cr~tage 
(4) (BR)R· tension d'avalanche 

max 

10 
, 

1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 4 
15,5 
17 ,5 I R"'20 A 
1 9 
2 1 
23 
26 
26 
29 
33 
38 
43 I R=10 A 
48 
54 
52 
58 
65 
72 
82 
93 l • 5 A 

104 R 

1 1 6 
1 1 6 

V(BR)R(V) (4) 

T. = 25°C 
J 

min 

6 ,4 ] 
7,0 l = 2 A 
7 , 7 R 

8,5 
9,4 

10,4 l = 1 A 
1 1 , 4 R 

12,4 
1 3 ,8 , 
1 5 , 3 
16,8 
18,8 
20,8 I R= 0,5 A 
22,8 
25, 1 
28 
31 

~ 34 
37 
40 
44 
48 I R= 0,2 A 
52 
58 
64 
70 , 

129 



Courant inverse de crête ------------------------
I RM 

BZW 93 - 5 V 6 à BZW 

BZW 93 - 7 V 5 à BZW 

93 

93 

BZW 93 ·nS--- page 4/6 

6 V 8 ••••••• max 

62 .......... max 

de la tension d'êcrêtage ............•...... S typ 

RESISTANCE THERMIQUE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rth j-mb····································· 

Rth mb-h'···································· 

NOTES D'UTILISATION 

0,5 mA 

0,1 mA 

a) Pour des transitoires non rêpêtitifs, la diode écrêteuse peut 
être utilisée sans radiateur pour des impulsions jusqu'à 10 ms. 

b) Pour des transitoires rêpétitifs, on devra utiliser un radiateur 

Rth h-a' 

En considérant la courbe des puissances PRRM , on a 

où 

T. max 

Rth j-mb + -th mb-h + Rth h-a= P~ + g 
- T amb 

• PRRM 

T. max 
J 

Tamb 
P s 
fi 

Rth j-mb 

Rth mb-h 

• Température ambiante 

.. dissipation au repos en l'absence d'impulsions 

- t /T 
P 

.. 5,0°C/W 

.. 0,6 ° C /W 

On peut ainsi déterminer la résistance thermique du radiateur 

Rth h-a' 
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... Fi __ 3ZW 93, Page 5/6 

COURRES CARACTERISTIOUES 

l'RSM (W) 

~ 
.... ~., 

'" -~- __ ~j ~ 215 T;~! 

~ 
'. --impulBion carrie 

t-.... .... '~ 
~ 65 Oc - --impulsion exponentie Il. 

"" "'" ..... ~""( k~v125 oC 

""'..., ~ .. · ... · .... 1' 
~Tj=25 °C/ ... -" 
1 ~~. 65 Oc 

="'- ...... 
- 125 oC "'- "" 
~ --- "" ...... .... 
avant impulsion ~ ...... ..... PRRM (kW) 

---

~ ~ ~ 10 
--- -- - -

............. ...... ~ l' ....... 
.......... ~~ ~ 

....... 
10."" .... 

-- .. . "'" 
" ....... ... 

------
........ r--

l' 

1-, 1'1-. 

10 tellpS (ml) 102 

1\; lOms 
La durée t p d'une impulsion exponentielle 
est le temps mis par l'impulsion pour décroî- 10- 2 

tre de son amplitude maximale à 37 % de cette 
valeur. On suppose que l'énergie de cette 
impulsion disparaît après 2 fois ce temps. 

da 
100 

_1 ,-::LL 

Tmb 65 Oc 

... ... "'-~:l "'f... t p = la flS r-

100fls 

t· r- r-

1 ms-'-r--

200 300 H~ 400 
Valeur max III 1 
la tenaion VI Fréquence de répétition 

IR 
(mA) 

10 

10- 2 
o 

~ 

V 
,," 

1 

1; 

11 
,1 

50 

1 1 

BzlLI 5V6 to 6V8 

;; 
; 1 

, 
V .1.117 

j.;V ,/111 
Il 

BZW93 -7V5 to 62 

100 Tj (OC) 150 

10 

PRRM 

(kW) 

1-- ... 

..... "'" 

rH 

... 

"" "'~ 

10- 2 1\ 10 ms 

10- 3 
o 100 

i-

f... 

Tmb 125 oC 

l 1 1 ~ 1 

... t p = 10fls-.. 

100flS .... 

1"- ~"'" 

l"- f' 1 {;S 

""r--

200 300 Hot 400 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

500 mil série BZX 46 

Ces diodes planar au silicium en boitier JEDEC DO-35 sont 
utilisées comme diodes stabilisatrices de tension ou comme 
éléments de filtrage ou de limitation de tension. 

En série E 24, elles existent dans la gamme de tension 5,1 à 
62 V à ± 5 % de tolérance sur la tension. 

Caractéristiques principales 

Vz ................... nom 5,1 à 62 V 

P tot à T amb = 25 Oc ........ max 500 mW* 

PZSM .................. max 15 W 

Tj ..................... max 175 Oc 

Rth j-a .. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 °C/mW 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

IF(AV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 250 mA 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 250 mA 

Ptot à T amb = 25 Oc ... . . . . . . . . .. max 500 mW* 

PZSM (t = 1 ms ; Tj = 50 OC) ....... max 15 W 

T stg ................... - 55 à + 175 Oc 

Tj ........................... max 175 Oc 

(*) Pour une température ambiante différente de 25 oC, 
Ptot max est donnée page suivante. 

Résistance thermique 
Rth j-a ......................... 0,32 °C/mW 

Brochage 
Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80) (Dimensions en mm) 

La cathode est indiquée par une bande colorée 

Caractéristiques 
(à Tj = 25 oc sauf indication contrairel 

Chute de tension directe maximale 
V F (à 1 F = 200 mA) ............. _ .... max 1,5 V 

Courant inverse maximal 

Type àVR (V) IR max (J.LA) 

BZX46 C5Vl 1 1 
BZX46C5V6 2 1 

BZX46 C6V2 3 1 

BZX46 C6V8 4,8 5 
BZX46 C7V5 5,3 5 

BZX46 C8V2 5,8 5 
BZX46 C9Vl 6,4 5 
BZX46 Cl0 7 5 
BZX 46 Cll 8,4 5 
BZX 46 C12 9,1 5 
BZX46 C13 9,9 5 
BZX46 C15 11,4 5 
BZX 46 C16 12,~ 5 
BZX 46 C18 13,7 5 
BZX46 C20 15,2 5 
BZX46 C22 16,7 5 
BZX"46 C24 18,2 5 
BZX46 C27 20,6 5 
BZX46 C30 22,8 5 
BZX46 C33 26,1 5 
BZX46 C36 27,4 5 
BZX46 C39 29,7 5 
BZX46 C43 32,7 5 
BZX46 C47 35,8 5 
BZX46 C5l 38,8 5 
BZX46 C56 42,6 5 
BZX46 C62 47,1 5 
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Caractéristiques (suite) -.Fa+ BZX 46 - Page 2/2 

Caractéristiques à rZK à IZK 

Type VZnom VZT rZT cxvz IZT (il) (mA) 
(V) (V) (n) (?'o/DC) (mA) 

min max max min max max 

BZX46C5V1 5,1 4,8 5,4 17 -0,02 0,05 20 700 1 
BZX46 C5V6 5,6 5,2 6,0 11 -0,01 0,06 20 700 1 
BZX46 C6V2 6,2 5,8 6,6 7 0,00 0,07 20 700 1 
BZX46 C6V8 6,8 6,4 7,2 4,5 0,01 0,08 18,5 700 1 
BZX46 C7V5 7,5 7,0 7,9 5,5 0,01 0,09 16,5 700 0,5 
BZX46 C8V2 8,2 7,7 8,7 6,5 0,01 0,09 15 700 0,5 
BZX46 C9V1 9,1 8,5 9,6 7,5 0,02 0,10 14 700 0,5 
BZX46C10 10 9,4 10,6 8,5 0,03 0,11 12,5 700 0,25 
BZX46 C11 11 10,4 11,6 9,5 0,03 0,11 11,5 700 0,25 
BZX 46 C12 12 11,4 12,7 11,5 0,03 0,11 10,5 700 0,25 
BZX46 C13 13 12,4 14,1 13 0,03 0,11 9,5 700 0,25 
BZX 46 C15 15 13,8 15,6 16 0,03 0,11 8,5 700 0,25 
BZX46 C16 16 15,3 17,1 17 0,03 0,11 7,8 700 0,25 
BZX46 C18 18 16,8 19,1 21 0,03 0,11 7,0 750 0,25 

BZX46 C20 20 18,8 21,2 25 0,03 0,11 6,2 750 0,25 

BZX46 C22 22 20,8 23,3 29 0,03 0,11 5,6 750 0,25 

BZX46 C24 24 22,8 25,6 33 0,04 0,12 5,2 750 0,25 

BZX46 C27 27 '25,1 28,9 41 0,04 0,12 4,6 750 0,25 

BZX46 C30 30 28 32 49 0,04 0,12 4,2 1000 0,25 

BZX46 C33 33 31 35 58 0,04 0,12 3,8 1000 0,25 

BZX46 C36 36 34 38 70 0,04 0,12 3,4 1000 0,25 

BZX46 C39 39 37 41 80 0,04 0,12 3,2 1000 0,25 

BZX46 C43 43 40 46 93 0,04 0,12 3,0 1500 0,25 

BZX46 C47 47 44 50 105 0,04 0,12 2,7 1500 0,25 

BZX 46 C51 51 48 54 125 0,04 0,12 2,5 1500 0,25 

BZX46 C56 56 52 60 150 0,04 0,12 2,2 2000 0,25 

BZX46C62 62 56 66 185 0,04 0,12 2 2000 0,25 

Courbe donnant la puissance maximale en fonction de la température ambiante 

Pmax 
500~----~----~ 

(mW 

1664-----4-----~----------------~~~~ 

Tamb ( "C) 
-25 o 25 125 175 

les diodes seront maintenues à 4 mm maximum des extrémités des corps de verre par des stJpports dont la température ne 
doit pas s'élever au-dessus de T amb (impédance thermique négligeable)_ 

Ref. 3860-02-75 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

500mW série aZI 55 

Diodes de régulation en boîtier" JEDEC 00-35 "auxquelles la techno­
logie planar confère une résistance dynamique et un courant inverse 
très faibles. 

Elles sont fournies dans la série E 24 ( environ ± 5% de tolérance 
sur la tension de fonctionnement) 

Gamme de tension comprise entre 4,7 et 75 volts. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension de fonctionnement Vz nom 4,7 à 75 V 

Puissance totale dissipée à 25°C(1) 

à 50 0 C(2) 

P tot max 500 mW 

Puissance inverse crête dissipée 
(non répétitive) 

Température de jonction 

Résistance thermique jonction-ambiance(2) 

max 

P ZSM max 

T. max 
J 

R = 
th(j-a) 

400 mW 

30 W 

200 Oc 

0,38°C/mW 

BROCHAGE Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC 00-35 (UTE F-80) 

La cathode est indiquée par une bande colorée 

(1) Longueur maximale des connexions = 8 mm 

(2) En air calme, au maximum de longueur des connexions. 
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-.Fi+ SZX 55 p.2/4 

VALfURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

Courants 
Courant direct moyen(mesuré sur une 
période de 20 ms) 

Courant direct répétitif crête 

Puissance dissipée 
Puissance totale dissipée 

Puissance inverse non répétitive crête 
t = 100 ps; T j = 150°C 

Tenipératures 
Température de stockage 

Température de jonction 

RESISTANCE THERMIQUE 
Jonction-ambiance en air calme (3) 

IF(AV) max 

I FRM max 

P tot max 
max 

P ZSM max 

T - 65 Èl 
stg 

T. max 
J 

R = 
th(j-a] 

CARACTERISTIQUES (T j = 25°C sauf indication contraire] 

Chute de tension directe maximale 
IF = 100 mA; Tamb = 25°C 

Courant inverse maximal 

SZX 55 - C4V7 

C5V1 

C5V6 

C6V2 

C6V8 

VR 1 V 

VR 1 V 

V R 1 V 

V R 2 V 

VR = 3 V 

< 
< 

< 
< 

< 

< 

500 nA 

100 nA 

100 nA 

100 nA 

100 nA 

+ 

250 

250 

500 
400 

30 

200 

200 

1 , 0 

10 !-lA 

2 !-lA 

2 !-lA 

2 !-lA 

2 !-lA 

C7V5 VR 5 V IR < 100 nA 2 !-lA 

C8V2 Èl C75 VR 0,75 VZnom IR < 100 

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, 
de température 

nA 1 2 !-lA 

coefficient 

mA 

mA 

mW 
mW 

W 

Oc 
Oc 

V 

SZX55 ... 
Tension 

de fonctionnement 
Vz (V] 

Résistance 
di fférentielle 

r Z (m 

Coefficient de 
température 

Sz (mV / ° c) 

C4V7 
C5V1 
C5V6 
C6V2 
C6V8 

C7V5 
C8V2 
C9V1 
C10 
C11 

C12 
C13 
C15 
C16 
C18 

à IZ = 5 mA 
min max 

4,4 
4,8 
5,2 
5,8 
6,4 

7,0 
7,7 
8,5 
9,4 

10,4 

11,4 
12,4 
13,8 
15,3 
16,8 

5,0 
5,4 
6,0 
6,6 
7,2 

7,9 
8,7 
9,6 

10,6 
11,6 

12,7 
14,1 
15,6 
17,1 
19,1 

à IZ = 5 mA 
max 

60 
35 
25 
10 

8 

7 
7 

10 
15 
20 

20 
26 
30 
40 
50 

à l = 1 mA 
Z 

max 

600 
550 
450 
200 
150 

50 
50 
50 
70 
70 

90 
110 
110 
170 
170 

à IZ = 5 mA 
typ 

- 1,2 
1,0 
1,6 
2,5 
3,0 

3,8 
4,5 
5,5 
6,5 
7,7 

8,4 
9,8 

11,3 
12,8 
14,4 

(1 ) 

(2) 
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CARAClERISTHIJES (sui te) 

BZX 55 . . . Tension Résistance Coefficient 
différentielle de température 

Vz (V) r Z (m Sz (mV/oC) 

à IZ 5 mA à IZ = 5 mA à IZ = 1 mA à IZ = 5 mA 

min max max max typ 

C20 18,8 21,2 55 220 16,0 
C22 20,8 23,3 55 220 18,7 
C24 22,8 25,6 80 220 20,4 
C27 25.1 28,9 80 220 22,9 
C30 28,0 32,0 80 220 27,0 

C33 31,0 35,0 80 220 29,7 
C36 34,0 38,0 80 220 32,4 

à IZ = 2,5 mA à l = 2,5 mA à IZ=O,5 mA à IZ = 2,5 mA Z 

min max max max typ 

C39 37,0 41,0 90 500 35,1 
C43 40,0 46,0 90 600 38,7 
C47 44,0 50,0 110 700 44,0 
C51 48,0 54,0 125 700 49,0 
C56 52,0 60,0 135 1000 55,0 

C62 58,0 66,0 150 1000 62,0 
C68 64,0 72,0 180 1000 70,0 
C75 70,0 79,0 220 1000 78,0 

COURBES CARACTERISTIQUES 

10 

Zth SUL (OC/mW ·Itpl-j t 
--T 6=-; 

1 

;= 

Il .0:5' 
~ ii 

10-1 

i .t 
~ y::: 

f-- ~ 

......-: t;::r- ~~r 10-2 0: )1 
~o 

1u 
10 

( 1 ) Si les conducteurs sont maintenus à T = 2SoC à 8 mm du corps de la diode. amb 
(2) En air calme, au maximum de longueur des connexions, à T = 50 o,C. amb 
(3) En air calme, au maximum de longueur des connexions. 137 
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COURBES CARACTERISTIQUES (suite) 

100 -

) 

50 

o 
o 

Valeurs typiques 

Tj: 25°C 

./ 
0.5 

Ref. 3974-06/75 

Puissance inverse maximum non 

répétitive en fonction de la durée 

> 

;~~ 
.. 'IV 

II) S? 
II) 

)( 
'N 

ID 

J 
1/ 
./ 

1.5 

PZSM 
(W) 

2 

10 

:........... 
~ 

-=Fi~ 

i'--'" ..... ~ 

de l'impulsion 

r---. 
..... ~ Tj:25°C 
..... 

............. 

150°C ~ 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

1,3 W série HlX 61 

Diodes au silicium diffusées, en boîtier 00-15, destinées à la régulation des ten­
sions en puissance moyenne. 
La série se compose de 35 diodes dans la gamme de tensions de 7,5 à 200V, avec une 
tolérance d'environ ±5% (série E 24). 

CARACTERISTIQUES PRInCIPALES 
Tension de régulation V nom 7,5 à 200 V z 
Tolérance sur cette tension (E24) enviror 1 ± 5 % 

Courant de régulation (crête): -de 7,5 à 75 V IZM max 3,0 A 
-de 82 à 200 V 1 ,5 A 

Puissance totale dissipée à 
T = 25 Oc 

amb 
Ptot max 1,3 W 

Puissance inverse dissipée (crête 
répétitive) PZRM max 6,0 W 

Température de jonction T. max 175 Oc 
J 

BROCHAGE 
Boîtier 00-15 Dimensions en mm 

FR 
max 

k 

c==:J 

1. 28 mon 

a • 
c==J-O,80 

,tmax 

-.1-- 5.75max , .. --- 28mn--1 

La cathode est indiquée par une bande blanche . 

RESISTANCE THERMIQUE 
Voir courbes pages 3 et 4 

INSTRUCTIONS POUR SOUDURE ET MONTAGE 
1. Ne pas souder à moins de 5 mm du corps de la diode. 

2. Température maximale du fer à souder ou du bain de soudure: 245 Oc pendant 5 s 
maximum. 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER ( limites absolues selon publication CEl 134) 

Courants 
Courant de régulation (crête) -de 7,5 è 75 V 

-de 82 è 200 V 

Courant direct crête répétitif 

Puissances dissipées (voir courbes pages 3 et 4) 

Puissance totale dissipée jusqu'è T b am 
Puissance inverse crête répétitive 

Puissance inverse 
t =100 I..IS; T b P am 

crête non répétitive 
-55 è +25 Oc 

Températures 
Température de stockage 

Température de jonction 

lZM 

I FRM 

Ptot 
PZRM 

PZSM 

T stg 
T. 

J 

CARACTER 1 ST 1 GUES (T j = 25 oc, sauf indication contraire) 

Chute de tension directe maximale 
IF = 100 mA; T = 25 Oc 

amb 

max 

max 

max 

max 

max 

3,0 A 
1,5 A 

1,0 A 

1,3 W 

6,0 W 

300 w 

-65 è +175 

max 175 

< 1 ,5 V 

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, coefficient de température, 
tension et courant inverses 

Tension de Coefficient de Résistance Tension et couram 
BZX 61 .. fonctionnement température différentielle inverses 

V (V) Sz (mV/oC) rZ(O) IR (I..IA) è VR(V) 
min 1 Znom 1 max typ max max 

l = 
Z 

20 mA 

C7V5 7.0 7,5 7,9 + 3,0 5,0 5 3 
C8V2 7,7 8,2 8,7 + 3,3 7,5 5 3 
C9V1 8,5 9,1 9,6 + 4,6 8,0 5 5 
C10 9,4 10,0 10,6 + 5,0 8,5 5 7 
C11 10,4 11,0 11 ,6 + 5,5 9,0 5 7 
C12 11 ,4 12,0 12,7 + 6,0 9,0 5 8 
C13 12,4 13~0 14,1 + 6,5 10,0 5 9 
C15 13,8 15,0 15,6 + 9,0 14,0 5 10 

l = Z 10 mA 

:::16 15,3 16 17,1 +10 16 5 11 
C18 16,8 18 19,1 +11 20 5 13 
C20 18,8 20 21,2 +12 22 5 14 
C22 20,8 22 23,3 +13 23 5 15 
C24 22,7 24 25,9 +14 25 5 17 
C27 25,1 27 28,9 +16 35 5 19 
C30 28 30 32 +21 40 5 21 
C33 31 33 35 +23 45 5 23 
C36 34 36 38 +25 50 5 25 
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CARACTERISTIQUES CT. = 25 oC, sauf indication contraire) Csuite) 
J 

Tension de fonctionnement, résistance différentielle, coefficient de température, 
tension et courant inverses 

Tension de Coefficient de Résistance Tension et courant 
SZX 61 •. fonctionnement température différentielle 

Vz CV) Sz CmV/oC) r Z cm 
min 1 nom 1 max typ max 

l = Z 5 mA 

C39 37 39 41 +27 60 
C43 40 43 46 +30 70 
C47 44 47 50 +38 80 
C51 48 51 54 +41 95 
C56 52 56 60 +45 1d5 
C62 58 62 66 +50 110 
C68 64 68 72 +54 120 
C75 70 75 79 +60 135 

min max 
C82 77 82 87 0,06 0,13 175 
C91 85 91 96 0,065 0,135 200 
C100 94 100 106 0,065 0,135 220 
C110 104 110 116 0,065 0,135 250 
C120 114 120 127 0,07 0,14 270 
C130 124 130 141 0,07 0,14 300 

IZ = 2 mA 

C150 138 150 156 0,08 0,15 950 
C160 153 160 171 0,08 0,15 1000 
C180 168 180 191 0,08 0,15 1100 
C200 188 200 212 0,08 0.15 1250 

COURBES CARACTERISTIQUES 

1,5 .--------------, 
pu!uDclnca totalo d1u5!pêe en fonc­
tion do la tempéroture ambIante 

~ot H-H.-+++++++++++++-+-+-l-i 
(W) rr~r+++++~~~~~~ 

0,5 H-+++++-+--t-rt-t->t-+++++-t-t-1 

150 Mtthc~e. Cs m~"te~.: 
1: re~ibt~_~ j~fini 
2: c: :-cui t .:r--;:- cir.'ls =\(E':! sw:rft::- ~ 

Rth '_Q CE minir.31s dE =,~qu;:; CGn- ~tfIII. 

o J dl.:c:teur :-ëi='JOr:?: 1 C:T? ~F-~H-I 
( C/W) 3: ccsse. ,. SL~.jEr 

3~~+++++++++-+~~~ 
1 00 I-++++++-+-+-H-+-+++++~I!:H 

2.~++++++++++~~~-i 

°0~~~~~~10~~~~~20 

lunguLur ue conducteur (mm) 

inverses 
IRCIJA) à VRCV) 

max 

5 27 
5 30 
5 33 
5 36 
5 39 
5 43 
5 48 
5 52 

5 55 
5 60 
5 66 
5 70 
5 80 
5 90 

5 100 
5 110 
5 120 
5 140 
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COURDES CARACTERISTIOUES (suite) 

PZSM 

(W) 

__ ~ ~~_ 1 1 III __ _ -w-
---, -'-~'~~H---+-~-~-D~t---4--~~,-I~IJII,I--~--~_J'~~Hrt1 

f""'-... T amb = - 55 to + 25 oc 

~"""'~"""'+r--.+i'-H+t++----+--t-H++++t-----+---+---+-rT 11 -J 

E-::::;; __ O,005~ 
~ =~1-fffi~- r-

~-IIIII 

t-r-

10 

-

-ttlP 

t p (ms) 

--

1 

1 

Les centrages des v:dt:urs ty~iqui!~ nt: ~euvè'H être norwot')5 qu'à titre indicatif et sont susceptibles de vanation. 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

2,5 W série alX 70 

Les BZX 70 sont des diodes au silicium, sous enveloppe plastique, utilisées pour 1<1 stabilisation ou la référence en moyenne 
tension. 

La série compre'ld 22 types assurant une gamme de tensions Zener de 10 à 75 V avec une tolérance de ± 5 %. 

Caractéristiques principales 
Gamme de tensions Zener ..................................................... . nom 10 à 75 V 
Tolérance ......................................... : ........................ . ± 5 % 
IZRM··········································· ......................... . max 5 A 
Ptot (Tamb = 25 OC) ......................................................... . max 2,5W 

PZSM····································································· . max 100 W 
Tj ....................................................................... . max 150 oC 

Rth j-a (~ur radiateur infi'li, et 10 mm de connexions) ............................... . 50 °C/W 

Non étamé 

Brochage 4-X 1 1 4-X 

(Dimensions en mm) a '1 
""" 

1 k 
c::=:::::;> 

./ BoÎti er SOD-18 

L a cathode se trouve du côté arrondi, 24min 12.5-- 24 min 

Valeurs à ne pas dépasser 

(Limites absolues) 

Courants 

IFAV································· ......................... , ............... . max 1 A 

!ZRM············· .................................................. , ....... . max 5 A 

IFRM········································································· . max 3 A 

Puissances dissipées 

Ptot (lamb = 25 ° C ; montage selon méthode 2) ....................................... . max 1,75 W 

P tot (montage sur radiateùr infini avec 10 mm de connexions) ............................ . max 2,5 W 
PZSM ........................................................................ . max 100 W 

Températures 

lstg' ............................................................ , .......... . -65 à + 150 oC 

l j' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......................................... . max 150 oC 

Les tests d étanchéité de 1 enveloppe plastique sont pratiqués sous chaleur humide, selon les exigences de la norme CEl 68-2 
(test D condition IV, 6 cvcles). 
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Rth j-a (montage selon méthode 2) ................................... . 

Rth j-a (montage selon méthode 1) .................................................. . 

Rth j-a (montage sur radiateur infini avec 10 mm de connexions) .......................... . 

Caractéristiques (à Tj = 25 oc sauf spécification contraire) 

IF=lA VF~1,5V 

VR = 2/3 Vz nom. IR <, 10 j..lA 

BZX 70-... 

min. 

C 10 9.4 
C 11 10.4 
C 12 11.4 
C 13 12.4 
C 15 13.9 

C 16 15,3 
C 18 16,8 
C 20 18,8 
C22 20,8 
C 24 22,7 
C 27 25,1 
C 30 28 
C 33 31 
C 36 34 

C 39 37 
C43 40 
C47 44 
C 51 48 
C 56 52 
C 62 58 
C 68 64 
C 75 71 

Notes d'emploi 

Vz 
(IZ = 50 mA) 

nom. 

10 
1 1 
12 
13 
15 

(IZ = 20 mA) 

16 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
36 

(IZ = 10 mA) 

39 
43 
47 
51 
56 
62 
68 
75 

Sz 
(IZ = 50 mA) 

max. typo 

10.6 V 7.0 mV/oC 
11.6 V 7.5 mV/oC 
12.7 V 8.0 mV/oC 

14.1 V 8.5 mV/oC 
15.6 V 10.0 mVoC 

(IZ = 20 mA) 

17.1 V 11 mV,o C 

19.1 V 12 mV, oC 

21.2 V 14mY oC 
23.3 V 16mV oC 
25.9 V 18mV oC 
28.9 V 20mV/oC 
32 V 25 mV oC 

35 V 30 mVoC 

38 V 32mY oC 

(IZ = 10 mA) 

41 V 35 mYoC 
46 V 40 mV/oC 

50 V 45 mV/oC 

54 V 50 mV/oC 

60 V 55 mY/oC 

66 V 60 mV/oC 

72 V 65 mY/oC 
79 V 70 mY/oC 

1 - Détermination de la puissance dissipée maxi male permise 

a) En régime continu: 

Elle est donnée par la relatio'l : 
Ps max = Tj max - Tamb 

R th j-a 

où Tj max est la température de jonction maximale permise 
1amb est la température ambia'lte 
Rth j-a est la résistance thermique totale de la ionctio'l à 1 ambia'lte. 

b) En impulsion: 

Elle est donnée par la formule: 

Pm max 
(lj max-Tamb) - (Ps. Rth j-al 

Zth j-a 

rz 

70 

60 

50 

O(;W 

°cw 
°CiW 

(IZ = 50 mA) 

typo max. 

0.75 4.0 U 
0.80 4.5 n 
0.85 5.0 U 
0.90 6.0 U 
1.0 8.0 n 

(IZ = 20 mA) 

2.4 9 U 
2.5 11 n 
2.8 12 n 
3.0 13 U 
3.4 14 U 
3.8 18 U 
4.5 22 n 
5.0 25 n 
5.5 30 n 

(1 Ze- 10 mA) 

12 35 n 
13 40 n 
14 50 n 
15 55 n 
17 63 n 
18 75 n 
18 90 U 
20 100 n 

où Ps est la dissipation en continu 
Zth j-a est l'impédance thermique effective de la jO'lction à lambiante: elle est 'onction de la durée de 1 impulsio'l et du 

rapport cyclique. 
(Voir courbes: - impédances thermiques en fonction de la durée d impulsion.) 

La diode étant polarisée dans le sens zener et le courant zener étant donné, Ps se déduit de la courbe Pz = f (izi (voir courbes 
caractéristiques). iJs additionné à Pm calculé d après la formule ci-dessus, donne PZR M- : 

PZRM = Ps + Pm max 

IZRM se déduit de la valeur de PZRM sur la courbe PZ= f (IZ) et est comparé avec la valeur limite absolue. 



Exemple d'application 
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Soit une diode 8ZX 70 C 30 montée sur circuit imprimé, les connexions étant au maximum de leur longueur. Dans ces condi­
tions Rth j-a = 85 °C/W (voir ci-après, méthode de montage nO 3). Soit encore les données suivantes: 

Tamb= 60°C. 
IZ= 25 mA. 

R apport de cycle = 0,1. 

Soit une diode 8ZX 70-C 30 montée sur circuit imorimé, les con'lexio'ls étant au maximum de leur longueur; dans ces condi­
tions Rth j-a = 85 °C/W (voir ci-après, méthode de montage nO 3). Soient encore les données suivantes: 

Tamb = 60 oC 
Iz=25mA 

Rapport de cycle = 0,1 
Durée dimpulsion = 1 ms 

La courbe Pz = f (IZ) pour 8ZX 70-C 30 à IZ = 25 mA donne Ps (ou PZ) = 0,9 W. 

La courbe impédance thermique en fonction de la durée d'impulsion pour un montage sur circuit imprimé pour une. durée 
d'impulsion de 1 ms et un rapport de cycle de 0,1 donne: 

Zth j-a = 0,2 oC W 
En appliquant la formule on a : 

P _ (150 - 60) - (0,9 x 85) _ 47 W 
mmax- 9,2 -1, 

et 
PZR M = 0,9 + 1 A 7 = 2,37 W 

De la courbe Pz = f (IZ) pour PZR M (ou PZ) = 2,37 , IZR M (ou IZ) = 65 mA. 

Comparée à la valeur limite absolue, ce coura'lt est admissible. 

Rapport cyclique: 0 =~ 
T 

Méthodes de montage et influence sur la résistance thermique 

1. Montage sur cosses à souder à une 10'lgueur de connexion: a = 1 ° mm 
Rth j-a = 60 ° C W 

2. Montage sur cosses à souder à une IO'lgueur maximale a de connexion: 
Rth j-a 70 oC W 

3. Montage sur plaquette de circuit imprimé à une longueur maximale a de 
connexio'l : 
Rthj-a = 85°CW 

4. Montage sur plaquette de circuit imorimé à une longueur a = 1 Omm: 
Rth j-a 95 oC W 

Notes de soudure et de montage 

1. Les points de soudure doivent être effectuées à une distance d'au moins 5 mm de l'extrémité du corps de la diode. 

2. La température maximale admissible du fer ou du bain est de 300 oC et le temps de soudure ne doit pas excéder 3 secondes. 

3. Eviter toute zone de chaleur durant le montage, le corps de la diode ne devant pas être en contact ou exposé à une tempé­
rature supérieure à + 150 oC. 
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Courbes caractéristiques 

14 Vz CV) 12 10 80.001 100 

~~~aac~~~~~iucs Zener 1 . Il i+4ZX. 7, LS10 
valeurs typiques 1 1 1 r 

~ 1 0.01 
dl.. I, 'ii 1 

H4++H4++HH+F~~~+~_~+H 
H+H+H+H+H+'~~rr#+ il 

38 Vz (V) 36 

! caractéristiC]ues Zel1er r 

dynamiques 1 
valeurs typiques 

, W. ilT "-1 

~ u o tt 
i~ 1 

:1: 

1 F 
, 

1 

, 
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+-

j 

90 Vz (V) 85 

rcaractéristiQUeS Zener 1 
dynamiques 
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r 
U 
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! 
li 
F Il 

1 

1 

1 

~t ~_ 
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1 

~+: i : 1 

.l-
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: , 

f 

0.1 
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80 75 
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' ·1 

'I+f+ ± 
1~~ 
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1 1 

1 

-t--

1 

1 
1 ! , 

0.01 

0.1 
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A) ( 

1 o 
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, 
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ï / 1 J 1 J 1 J J 
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3~~--~~~~~"-rrT,, 

-t - ~ • • 

+- t--+--+ 

... , 

j---t- -1-- +-

Ftot 
(W) 

°0~--~~~~2~O~lo-n~-\l-eu-rrl~"~CO~"~rlL~Jct~p.ur40 
in"!)) 



•. Fa+ BZX 70 ~ Page 5/6 

Courbes caractéristiques (suite) 

QOO1 001 0.1 IZ(A) 10 

103.-----------------------------------------~r_~TTTIT, 

-1 
l010L_--,-4-'-L--'--..'-'-'-'--"----

JUL 
---4i-T 1 ~ 5=i 

durée ri impulsion (s) 

103.-------------------------------------------r=~rT~= 

(O~~.};al 
10 2 cS=1 

durée ri imnulc;ion 1<-,\ 
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15 100 
valeurs typiques Vi.l!eurs typiques 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

400 mW série alX 75 

Diodes stabilisatrices de tension, en boîtier JEDEC 00-7 destinées plus particulièrement à la régulation des 
faibles tensions. 

La série comprend quatre types avec des tensions de référence nominales de 1,4 à 3,6 V (tolérance = ± 5 !Yol. 

caractéristiques principales 

VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. typo 1,4 à 3,6 V 
(tolérance ± 5 0/0) 

VR ............................ max 10 V 

VRRM ......................... max 10 V 

IFRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 250 mA 

Ptot (T amb = 32 oC) ............. max 400 mW 

valeurs.à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

brochage Dimensions en mm 

Boîtier JEDEC DO-7 

(la bande colorée indique la cathode). 

VR ··································.········ ............................... max 10V 

VRRM ....................................................................... max 10 V 

IFRM ........................ -.............................................. max 250 mA 

P.tot (T amb = 32 ° C) ........................................................... max 400 mW 

T stg .................................................................. - 65 Oc à + 175 oC 

Tj ........................................................................ max 200 oC 

Rth(j-amb) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,42 °CjmW 
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caractéristiques à 25 oC 

Tension de régulation Coefficient de 
Résistance différentielle (chu te de tension directe) température 

TYPES VF SF 
f = 1 kHz 

à IF = 1 mA à IF = 1 mA à IF = 1 mA 

min max typo typo 

BZX 75/CIV4 1,16 1,34 V - 4 mY/oC 60n 

BZX 75/C2Vl 1,75 2,05 V - 6 mY/oC 90n 

BZX 75/C2V8 2,33 2,70V - 8 mY/oC 120n 

BZX 75/C3V6 3,02 3,45 V - IOmV/oC 150n 

à IF = 10 mA à IF = 10 mA à IF = 10 mA 

min typo max typo typo max 

BZX 75/C1V4 1,33 1,4 1,47 V - 3,3 mY/oC 6 Ion 

BZX 75/C2V1 1,99 2,1 2,21 V - 5,OmV/oC 9 15 n 

BZX 75/C2V8 2,66 2,8 2,94 V -6,6 mY/oC 12 20n 

BZX 75/C3V6 3,42 3,6 3,78 V - 8,2 mY/oC 15 25 n 

IR (VR =5 V) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 \ :~~ ~!;~~~1}} max 500 nA 

BZX 75/C3V6 max 200 nA 

Qs (IF = 10 mA à VR = 5 V ; RL = 500 n) 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 min 600 pC 

Cd (V R = 0 ; f = 1 MHz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 max 250 pF 

150 



courbes caractéristiques 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

500 mW série HlX 79 

Ces diodes planar au silicium en boitier JEDEC DO-35 sont utilisées comme diodes stabilisatrices de tension ou comme 
éléments de filtrage ou de limitation de tension. 

Elles existent en deux séries E 24: - B à ± 2 % de tolérance sur la tension. 

- C à ± 5 % de tolérance sur la tension. 

Chacune des deux séries comprend 30 diodes dans la gamme de tensions 4,7 à 75 V. 

Caractéristiques principales 

V Z ·················· . nom 4,7 à 75 V 

Ptot à Tamb = 25 Oc ..... . max 500 mW(l) 

Ptot à Tamb = 50 oC ..... . max 400 mW(2) 

PZSM················ . max 30 W 

Tj .................. . max 200 Oc 

Rth j-a ............... . 0,38 °C/mW(l) 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 

IF(AV) ....................... max 250 mA 

IFRM ....................... max 250 mA 

Ptot à Tamb = 25 Oc ............. max 500 mW(l) 

Ptot à T amb = 50 Oc ............. max 400 mW(2) 

PZSM (t = 100 JJ.s ; Tj = 150 OC). . . . . .. max 30 W 

Tstg ....................... -65à + 200 Oc 

Tj ......................... max 200 Oc 

Résistance thermique 

Rth j-a ........................ 0,38 °C/mW( 1) 

(1) Longueur maximale des connexions = 8 mm. 

(2) En air calme, au maximum de longueur des connexions. 

Brochage 
Boitier JEDEC DO-35 (UTE F-80) (Dimensions en mm) 

min 5,1 

),; .~ 
U LJ 
Il n 

+ k il l JL a ~ 0,56 =c=:::J i , ~c::::=J 0 

max + L 25 .. 10 --L 10,25 _L 25,10 ~ 1,15 4-

mon max min max 

La cathode est indiquée par une bande colorée 

Caractéristiques 

(à Tj = 25 Oc sauf indication contraire) 

Chute de tension directe maximale 

VF (à IF = 10 mA et Tamb = 25 OC) 

Courant inverse maximal 

Type à VR (V) 

BZX 79 - 4V7 2 
BZX 79 - 5V1 2 
BZX 79 - 5V6 2 
BZX 79 - 6V2 4 
BZX 79 - 6V8 4 
BZX 79 -7V5 5 
BZX 79 - 8V2 5 
BZX 79 - 9V1 6 
BZX 79 - 10 7 
BZX 79 - 11 à 13 8 
BZX 79 - 15 à 75 0,7 Vz nom 

max 0,9 V 

IR max (nA) 

3 000 
2 000 
1000 
3000 
2000 
1000 

700 
500 
200 
100 

50 
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SERIE B 

Vz (V) rz (n) Sz (mV/oCI Cd (pF) 

Type à f = 1 MHz 

min max typ max min typ max typ max 

1 à IZ - 5 mA 1 VR = 0 

BZX 79 B4'17 4,61 4,79 50 80 - - 1,4 - 130 180 
BZX 79 B5V1 5,00 5,20 40 60 - - 0,8 - 110 160 
BZX 79 B5V6 5,49 5,71 15 40 - 1,2 - 95 140 
BZX 79 B6V2 6,08 6,32 6 10 - 2,3 - 90 130 
BZX 79 B6V8 6,66 6,94 6 15 - 3 - 85 110 
BZX 79 B7V5 7,35 7,65 6 15 - 4 - 80 100 
BZX 79 B8V2 8,04 8,36 6 15 - 4,6 - 75 95 
BZX 79 B9V1 8,92 9,28 6 15 - 5,5 - 70 90 
BZX 79 B10 9,80 10,20 8 20 - 6,4 - 70 90 
BZX 79 B11 10,80 11,20 10 20 - 7,4 - 65 85 
BZX 79 B12 11,80 12,20 10 25 - 8,4 - 65 85 
BZX 79 B13 12,70 13,30 10 30 - 9,4 - 60 80 
BZX 79 B15 14,70 15,30 10 30 - 11,4 - 55 75 
BZX 79 B16 15,70 16,30 10 40 - 12,4 - 52 75 
BZX 79 B18 17,60 18,40 10 45 - 14,4 - 47 70 
BZX 79 B20 19,60 20,40 15 55 - 16,4 - 36 60 
BZX 79 B22 21,60 22,40 20 55 - 18,4 - 34 60 
BZX 79 B24 23,50 24,50 25 70 - 20,4 - 33 55 

1 à IZ - 2 mA 1 

BZX 79 B27 26,50 27,50 - 80 - 23,5 - 30 50 
BZX 79 B30 29,40 30,60 - 80 - 26 - 27 50 
BZX 79 B33 32,30 33,70 - 80 - 29 - 25 45 

BZX 79 B36 35,30 36,70 - 90 - 31 - 23 45 

BZX 79 B39 38,20 39,80 - 130 - 34 - 21 45 

BZX 79 B43 42,10 43,90 - 150 - 37 - 21 40 

BZX 79 B47 46,10 47,90 - 170 - 40 - 19 40 

BZX 79 B51 50,00 52,00 - 180 - 44 - 19 40 

BZX 79 B56 54,90 57,10 - 200 - 47 - 18 40 
BZX 79 B62 60,80 63,20 - 215 - 51 - 17 35 
BZX 79 B68 66,60 69,40 - 240 - 56 - 17 35 

BZX 79 B75 73,50 76,50 - 255 - 60 - 16,5 35 

Vz (V) 1 rZ cm Vz (V) 1 rz (n) 

Type 1 à IZ = 1 mA 1 1 à IZ=20mA 1 

min nom max typ max min nom max typ max 

BZX 79 B4V7 - 4,2 - 425 500 - 5 - 8 20 

BZX 79 B5V1 - 4,7 - 400 480 - 5,4 - 6 20 

BZX 79 B5V6 - 5,4 - 80 400 - 5,7 - 4 20 

BZX 79 B6V2 - 6,1 - 40 150 - 6,3 - 3 10 

BZX 79 B6V8 - 6,7 - 30 80 - 6,9 - 2,5 10 

BZX 79 B7V5 - 7,4 - 30 80 - 7,6 - 2,5 8 

BZX 79 B8V2 - 8,1 - 40 80 - 8,3 - 3 8 

BZX 79 B9V1 - 9 - 40 100 - 9,2 - 4 8 

BZX 79 B10 - 9,9 - 50 150 - 10,1 - 4 10 

BZX 79 B11 - 10,9 - 50 150 - 11,1 - 5 10 

'BZX 79 B12 - 11,9 - 50 150 - 12,1 - 5 10 

BZX 79 B13 - 12,9 - 50 170 - 13,1 - 5 15 

BZX 79 B15 - 14,9 - 50 200 - 15,1 - 6 20 

BZX 79 B16 - 15,9 - 50 200 - 16,1 - 6 20 

BZX 79 B18 - 17,9 - 50 225 - 18,1 - 6 20 

8ZX 79820 - 19,9 - 60 225 - 20,1 - 7 20 
BZX 79 B22 - 21,9 - 60 250 - 22,1 - 7 25 

BZX 79 B24 - 23,9 - 60 250 - 24,1 - 7 25 
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SERIE C 

Vz (V) rz (D.) Sz (mV/oC) 
Cd (pF) 

Type à f = 1 MHz 

min max typ max min typ max typ max 

làl z =5mAI V R = 0 

BZX 79 C4V7 4,4 5 50 80 - 3,5 - 1,4 0,2 130 180 
BZX 79 C5Vl 4,8 5,4 40 60 - 2,7 - 0,8 1,2 110 160 
BZX 79 C5V6 5,2 6 15 40 -2 1,2 2,5 95 140 
BZX 79 C6V2 5,8 6,6 6 10 0,4 2,3 3,7 90 130 
BZX 79 C6V8 6,4 7,2 6 15 1,2 3 4,5 85 110 
BZX 79 C7V5 7 7,9 6 15 2,5 4 5,3 80 100 
BZX 79 C8V2 7,7 8,7 6 15 3,2 4,6 6,2 75 95 
BZX 79 C9Vl 8,5 9,6 6 15 3,8 5,5 7 70 90 
BZX 79 Cl0 9,4 10,6 8 20 4,5 6,4 8 70 90 
BZX 79 Cll 10,4 11,6 10 20 5,4 7,4 9 65 85 
BZX 79 C12 11,4 12,7 10 25 6 8,4 10 65 85 
BZX 79 C13 12,4 14,1 10 30 7 9,4 11 60 80 
BZX 79 C15 13,8 15,6 10 30 9,2 11,4 13 55 75 
BZX 79 C16 15,3 17,1 10 40 10,4 12,4 14 52 75 

BZX 79 C18 16,8 19,1 10 45 12,4 14,4 16 47 70 

BZX 79 C20 18,8 21,2 15 55 14,4 16,4 18 36 60 

BZX 79 C22 20,8 23,3 20 55 16,4 18,4 20 34 60 
BZX 79 C24 22,8 25,6 25 70 18,4 20,4 22 33 55 

1 à IZ = 2 mA 1 

BZX 79 C27 25,1 28,9 - 80 - 23,5 - 30 50 
BZX 79 C30 28 32 - 80 - 26 - 27 50 
BZX 79 C33 31 35 - 80 - 29 - 25 45 

BZX 79 C36 34 38 - 90 - 31 - 23 45 
BZX 79 C39 37 41 - 130 - 34 - 21 45 
BZX 79 C43 40 46 - 150 - 37 - 21 40 
BZX 79 C47 44 50 - 170 - 40 - 19 40 
BZX 79 C5l 48 54 - 180 - 44 - 19 40 
BZX 79 C56 52 60 - 200 - 47 - 18 40 
BZX 79 C62 58 66 - 215 - 51 - 17 35 
BZX 79 C68 64 72 - 240 - 56 - 17 35 
BZX 79 C75 70 79 - 255 - 60 - 16,5 35 

Vz (V) rZ (D.) Vz (V) rZ (D.) 

Type 1 à IZ = 1 mA 1 1 à IZ = 20 mA 1 

min nom max typ max min nom max typ max 

BZX 79 C4V7 3,7 4,2 4,7 425 500 4,5 5 5,4 8 15 
BZX 79 C5Vl 4,2 4,7 5,3 400 480 5 5,4 5,9 6 15 
BZX 79 C5V6 4,8 5,4 6 80 400 5,2 5,7 6,3 4 10 
BZX 79 C6V2 5,6 6,1 6,6 40 150 5,8 6,3 6,8 3 6 
BZX 79 C6V8 6,3 6,7 7,2 30 80 6,4 6,9 7,4 2,5 6 
BZX 79 C7V5 6,9 7,4 7,9 30 80 7 7,6 8 2,5 6 
BZX 79 C8V2 7,6 8,1 8,7 40 80 7,7 8,3 8,8 3 6 
BZX 79 C9Vl 8,4 9 9,6 40 100 8,5 9,2 9,7 4 8 
BZX 79 Cl0 9,3 9,9 10,6 50 150 9,4 10,1 10,7 4 10 
BZX 79 Cll 10,2 10,9 11,6 50 150 10,5 11,1 11,8 5 10 
BZX 79 C12 11,2 11,9 12,7 50 150 11,5 12,1 12,9 5 10 
BZX 79 C13 12,3 12,9 14 50 170 12,5 13,1 14,2 5 15 
BZX 79 C15 13,7 14,9 15,5 50 200 13,9 15,1 15,7 6 20 
BZX 79 C16 15,2 15,9 17 50 200 15,4 16,1 17,2 6 20 
BZX 79 C18 16,7 17,9 19 50 225 16,9 18,1 19,2 6 20 
BZX 79 C20 18,7 19,9 21,1 60 22!;i 18,9 20,1 21,4 7 20 
BZX 79 C22 20,7 21,9 23,2 60 250 20,9 22,1 23,4 7 25 
BZX 79 C24 22,7 23,9 25,5 60 250 22,9 24,1 25,7 7 25 
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SERI E C 

Vz (V) rZ (Q) Vz (V) rZ (Q) 

Type làI Z =O,lmAI 1 à IZ = 0,5 mA 1 1 à IZ = 10 mA 1 

min nom 

BZX 79 C27 25,0 26,9 
BZX 79 C30 27,8 29,9 
BZX 79 C33 30,8 32,9 
BZX 79 C36 33,8 35,9 
BZX 79 C39 36,7 38,9 
BZX 79 C43 39,7 42,9 
BZX 79 C47 43,7 46,8 
BZX 79 C51 47,6 50,8 
BZX 79 C56 51,5 55,7 
BZX 79 C62 57,4 61,7 
BZX 79 C68 63,4 67,7 
BZX 79 C75 69,4 74,7 

Courbes caractéristiques 

10 

=::-f-
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10-1 

1--

2V t::: 

J 

156 
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5=1 

PZSM 

(W) 

.~ 

t--

0.75 
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0.33 
0.2 
0,1 

~ 

~5 
~0.02 

0,Q1 
'" 0,001 

max typ max min nom 

28,9 65 300 25,2 27,1 
32,0 70 300 28,1 30,1 
35,0 75 325 31, 1 33,1 
38,0 80 350 34,1 36,1 
41,0 80 350 37,1 39,1 
46,0 85 375 40,1 43,1 
50,0 85 375 44,1 47,1 
54,0 90 400 48,1 51,1 
60,0 100 425 52,1 56,1 
66,0 120 450 58,2 62,1 
72,0 150 475 64,2 68,2 
79,0 170 500 70,3 75,3 

Puissance inverse maximum non 

répétitive en fonction de la durée 

t (ms) 10 

7 Z 59113 
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.... -

·1- SLJL -_. 1--
. r-
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- . 1--... ~r= t1tt = t:= -- ._- r---
t --t-- r---- r··· tt 1--
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10 

max typ max 

29,3 10 45 
32,4 15 50 
35,4 20 55 
38,4 25 60 
41,5 25 70 
46,5 25 80 
50,5 30 90 
54,6 35 100 
60,8 45 110 
67,0 60 120 
73,2 75 130 
80,2 90 140 
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7Z59112 2 

Valeurs typo 

Tj =25 à 150°C 

BZXI7~_1 iD 
9V1 

8V2 
?~5 
sve 
?V,2 
SV6 

SV1 

......... 
~ ... .... 4V7 ..... ? -

i-'" 

5 10 15 20 
Iz ImA) 

7Z69449 

Valeurs typo 

Tamb =25°C 

Ptot max l-

f-'" 

1/ V lz (c.c.) =2mA 

50 75 100 
VzIV) à Iz=2 mA;TJ =25°C 

159 



Courbes caractéristiques (suite) 

Réf. 3862 - 03·75 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

2,75W série BlX 87 

INTRODUCTION 

Ces diodes sont fabriquées suivant une technologie qui permet d'accroître, toutes choses égales d'ailleurs (dimen­
sions du cristal, du boîtier ... ), la dissipation maximale de 50 %. 
Elles couvrent toute la gamme normalisée E 24 (à environ 5 % de tolérance sur la tension) de 5,1 à 75 V. 
Leur encol'!1brement restreint les désigne plus particulièrement pour toute implantation à haute densité de composants. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Vz ................................ nom . 5, 1 à 75 V 

P tot .............................. max . 2,75 W 

P ZSM ............................ max . 100 W 

T· 
) 

................................ max . 200 oC 

Rh' t -)-0 
.......................... max . 117 °C/W 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(limites absolues selon publication CEl 134) 

IZ ..................................... . limitépar Ptot max 

I FRM ................................ .. max 400 mA 

IZRM ····························· .. ··· limité par P ZRM max 

P tot .................................. . max 1,5 W (1) 

max 2,75 W (2) 

PZRM (T amb = 175°C; t = 100 iJ S 

et 5 = 0,001) .................. max 7,5 W 

PZSM (T amb = 25°C; t = 100 iJs) max 100 W 

T stg .................................. . 

Tj ..................................... . 

- 65 à + 200 oC 

max 200 oC 

(1) En air calme jusqu'à T amb = 25 oC, la diode étant 
montée sur des cosses à souder avec des connexions 
à la longueur maximale. 

(2) Si la température des connexions à 10 mm du corps 
est de 25 oc. 

RESISTANCE THERMIQUE 
En air calme, pour une longueur maximale 
des connèxions = 28 mm 

Rth- j -a .................................................... 117 0 C/W 

DONNEES MECANIQUES 

Boîtier SOD-51 (Dimensions en mm) 

La cathode est indiquée par une bande de couleur 

Chute de tension directe maximale 
VF (àI F =O,2A) .................................... maxlV 

Courant inverse maximal 

Type à VR (V) IR max (iJA) 

BZX 87 - C5Vl 2 10 

BZX 87 - C5V6 2 5 

BZX 87 - C6V2 2 3 

BZX 87 - C6V8 3 1,5 

BZX 87 - C7V5 3 0,6 

BZX 87 - C8V2 3 0,4 

BZX 87 - C9Vl 5 0,3 

2 
BZX 87 - ClO à 75 3"Vz nom 0,2 
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CARACTERISTIQUES (SUITE) 

Tension de fonctionnement YZ' résistance différentielle rZ' coefficient de température SZ' capacité de la diode Cd' 

YZ (y) rZ (Q) Sz (mY /0 C) 
Cd (pF) 

Type à f = 1 MHz 

min max min max min typ max min max 

1 
à IZ = 50 mA 

1 
YR = 0 

BZX 87 C5Yl 4,8 5,4 4 10 - 1,5 0 1,5 200 250 

BZX 87 C5Y6 5,2 6 2 5 - 0,2 1,5 2,5 180 225 

BZX 87 C6Y2 5,8 6,6 1,5 3 1,5 2,4 3,3 350 400 

1 
à IZ = 20 mA 

1 

BZX 87 C6Y8 6,4 7,2 1 3 2,2 3, 1 3,9 300 350 

BZX 87 C7V5 7 7,9 1 3 2,8 3,8 4,7 .270 310 

BZX 87 C8Y2 7,7 8,7 1,5 4 3,5 4,5 5,5 250 280 

BZX 87 C9Yl 8,5 9,6 2 4 4,3 5,4 6,5 210 250 

BZX 87 CIO 9,4 10,6 2 5 5,2 6,3 7,5 190 230 

BZX 87 CIl 10,4 11,6 3 5 6,2 7,4 8,6 170 220 

BZX 87 C12 11,4 12,7 3 6 7,2 8,4 9,8 165 200 

BZX 87 C13 12,4 14,1 3 7 8,2 9,4 11,2 165 200 

BZX 87 C15 13,8 15,6 4 10 9,6 11,4 12,8 160 190 

1 
à IZ = 10 mA 

1 

BZX 87 C16 15,3 17,1 4 10 11,1 12,5 14,4 140 180 

BZX 87 C18 16,8 19,1 5 15 12,6 14,5 16,6 120 160 

BZX 87 C20 18,8 21,2 5 15 14,6 16,6 18,8 110 150 

BZX 87 C22 20,8 23,3 5 20 16,6 18,6 20,9 100 135 

BZX 87 C24 22,8 25,6 6 20 18,6 20,7 23,4 95 130 

BZX 87 C27 25,1 28,9 7 25 21,0 23,8 26,8 90 120 

BZX 87 C30 28 23 8 25 23,8 26,9 30,6 80 110 

BZX 87 C33 31 35 10 30 26,6 30,0 34,2 75 95 

BZX 87 C36 34 38 10 35 29,6 33,4 38,0 70 90 

1 
à IZ = 5 mA 

1 

BZX 87 C39 37 41 15 40 32,6 37,0 41,6 65 80 

BZX 87 C43 40 46 15 50 36,0 41,6 47,6 62 75 

BZX 87 C47 44 50 20 60 40,4 46,1 52,6 60 75 

BZX 87 C51 48 54 30 70 44,6 51,0 57,6 55 70 

BZX 87 C56 52 60 35 80 49,2 56,6 64,8 52 65 

BZX 87 C62 58 66 40 90 56,0 63,4 72 50 60 

BZX 87 C68 64 72 45 110 62,4 70,4 79,2 46 58 

BZX 87 C75 70 79 45 125 69,2 78,4 88,0 44 55 
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Tension de fonctionnement VZ' résistance différentielle rZ 

Type 
Vz (V) rZ (Q) Vz (V) rZ (Q) 

min nom max typ max min nom max typ max 

1 

à IZ = 1 mA 
1 1 

à IZ = 100 mA ] 
SZX 87 C5Vl 3,3 3,8 4,3 425 500 4,9 5,2 5,5 1,2 2,5 

SZX 87 C5V6 4,1 5,3 5,8 400 500 5,3 5,7 6,1 1,0 2,0 

SZX 87 C6V2 5,6 6,0 6,5 40 200 5,9 6,3 6,7 0,8 2,0 

SZX 87 C6V8 6,3 6,7 7,1 40 120 6,5 6,9 7,3 0,6 2,0 

SZX 87 ClV5 6,9 7,4 7,8 20 100 7,1 7,6 8,0 o ~. 
,~ 1,5 

SZX 87 C8V2 7,6 8,1 8,6 20 100 7,8 8,3 8,8 0,5 1,5 

SZX 87 C9Vl 8,4 9,0 9,6 25 100 8,6 9,2 9,8 0,8 2,0 

SZX 87 Cl0 9,3 9,9 10,5 30 120 9,5 10,1 10,8 0,8 2,0 

SZX 87 C11 10,3 10,9 11,5 30 120 10,5 11,1 11,8 0,8 2,0 

SZX 87 C12 11,2 11,9 12,6 30 150 11,5 12,1 12,9 1,0 2,0 

SZX 87 C13 12,2 12,9 14,0 30 150 12,5 13, 1 14,3 l, :2 2,5 
SZX 87 C15 13,6 14,9 15,4 30 150 13,9 15,1 15,8 1,2 2,5 

1 

à IZ = 1 mA 
1 1 

à IZ = 50 mA J 
SZX 87 C16 15,2 15,9 17,0 30 150 15,4 16, 1 17,3 1,2 3,0 
SZX 87 C18 16,7 17,9 19,0 30 150 16,9 18,1 19,3 2,0 5,0 
SZX 87 C20 18,7 19,9 21,1 30 150 19,0 20,2 21,5 2,5 6,0 
SZX 87 C22 20,7 21,9 23,2 30 150 21,0 22,2 23,7 2,5 6,0 
SZX 87 C24 22,6 23,9 25,5 30 150 23,0 24,2 26;0 3,0 8,0 

SZX 87 C27 24,9 26,9 28,8 30 1."0 25,3 27,2 29,2 4,0 8,0 
SZX 87 C30 27,8 29,9 31,9 30 150 28,2 30,2 32,S 4,0 8,0 
SZX 87 C33 29,8 32,9 34,9 30 150 31,2 33,3 35,S 5,0 10 
SZX 87 C36 33,8 35,9 37,9 30 150 34,2 36,3 38,S 5,0 10 
SZX 87 C39 36,8 38,9 40,9 40 150 37,S 39,S 42,0 6,0 ~2 

SZX 87 C43 39,8 42,9 45,9 50 150 40,5 43,S 47,0 8 15 
SZX 87 C47 43,8 46,9 49,9 55 200 44,5 47,S 51,0 10 20 
SZX 87 C51 47,8 50,9 53,8 60 200 48,S 51,8 55,S 12 25 
SZX 87 C56 51,8 55,9 59,8 60 200 52,S 56,8 61,S 15 30 
SZX 87 C62 57,6 61,8 65,8 70 200 58,5 62,8 67,5 16 30 

SZX 87 C68 63,5 67,6 71,7 80 225 65,0 69,0 74,0 18 35 
SZX 87 C75 69,3 74,5 78,6 100 250 73,0 77,S 84,0 20 35 
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COURBES CARACTERISTIQUES 
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METHODES DE MONTAGE 

3 
1a 

rrb. 
Ptot 
(W) 

2 

~ 

o 
o 

2b 
1-. 

3a,3b 

7 Z72307 2 

Pvissance dissipée maxi-
mole odmi ssible en fonction 
de la température ambi ante 

L sur dissipateur infini (t.p. = point de fixation des conducteurs) 

2. sur cosses à'souder 
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200 

) 

150 
j·a 

100 r-r- j~ 

50 

o 
o 

J. 
. t 1 1- .p. 

l' 

r-

1" 

10 

7Z723061 

---c::::::J----
-111_ 

Valeurs max. 

3 

3.1;- -
i--

~ - .... J-p ,-

~ 
1-'" 

20 30 

1 = longueur des conducteurs (mm) 

3. sur circuit imprimé avec la surface de soudure minimale nécessaire pour une bonne conductibilité électrique. 

a. longueur des conducteurs = 10 mm 

b. au maximum de longueur des conducteurs. 

7,5 
Sz 

(mV 1°C) 

BZX87 ·C10 

5,0 

2,5 

o 

-2,5 
o 50 

C9V1 

C8V2 
C7V5 
C6V8 
C6V 
C5V6 

C5V1 

7Z77010 

Tj = 25 Oc to 150 Oc 
Valeurs typiques 

100 IZ(mA) 150 
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COURBES CARACTERISTIQUES (SUITE) 

6VZ 
(mV) 

10 
o 

6VZ 
(mV) 

Montage sur cosses à souder au maximum 
de longueur des conducteurs 

/' 

V 
..J 

IZ (c o c)=50mA ./ 
V 

1 
1 
1 

5 10 

Montage sur cosses à souder au maximum 
de longueur des conducteurs 

-V 
/' V 

" 'Z(c.c.) = 10mA V V ./ 

/' /' 

/ 

25 50 

~ 

......-

--

BZX 87, Page 6/6 

7Z77011 

Valeurs typi ques 

Tamb 25 Oc 

1 1 

1 1 

1--1-- Ptotmax - t-------- 1 1 

IZ i~.c.) 20mA t------_ ........ 
....... V 

j 
1 i 

15 20 

7Z77012 

Valeurs typiques 

Tamb 25 Oc 

"1 1 ----- - Ptotmax 

'Z (c.e.) 5mA t-------f..---

75 
Vz (V) à Tj = 25 0 C 
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diodes de référence 
de tension ~ 

Diodes de référence de tension en boîtier JEDEC DO-35. 
Ces diodes présentent un coefficient de température très 
faible et sont utilisées comme sources de référence. 

Caractéristiques principales 

min nom max 

Vz (à IZ = 7,5 mA) ........... 6,2 6,5 6,8 V 

Sz 1 (à IZ = 7,5 mA) (1) 

valeurs maximales 

BZX 90 

BZX 91 

BZX 92 

BZX 93 

0,01 %/oC 

0,005 %/oC 

0,002 %/oC 

0,001 %/oC 

T amb ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 55 à + 100°C 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

min 5,1 

)l" .~ 
ëj Ù 
n n 

+ k il l JL Q 

~~ =c::::::::l " n---'c::::::::l 

+ L 25,4---1: 4,25 _L2S.4 ~ 
min max min 

Fig. 1 

Boîtier JEDEÇ DO-35 - F.80 

La cathode est indiquée par une bande colorée 

(1) Voir graphique fig. 8 

Appendice 

BZX9D 
à BZX 93 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites absolues) 
Courants 

IZ ............................ max 50 mA 

IZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 mA 

Puissance dissipée 

Ptot (T amb <; 50 OC) . . . . . . . . . . . . . .. max 400 mW 

Température 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 65 à + 200 oC 

T amb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 55 à + 100°C 

Résistance thermique 
Rth j-a .................. - . . . . .. 0,375 °C/mW 

Caractéristiques 
à T amb = 25 Oc (sauf indication contraire) 

max 

6,8 V 

52 mV 

26 mV 

10,4 mV 

5,2 mV 

48 mV 

24 mV 

9,6 mV 

4,8 mV 

ISZ 1 (à IZ = 7,5 mA; Tamb =-55 à + 100 OC) 

~aleurs maximales: BZX 90 .. 0,01 %/oC 

BZX 91 .. 0,005 %rc 
BZX 92 .. 0,002 %/oC 

BZX 93 .. 0,001 %/oC 

r Z à 1 Z = 7,5 mA ........................ 15 il 

Le coefficient de température Sz de la tension de référence VREF est obtenu de l'équation suivante: 

VREF 1 !- VREF 2 
Sz = x 100 %/oC 

(Tamb 2 - Tamb l)x VREF nom 
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Courbes caractéristiques 

ISO 

100 

50 

o 

Cd 

50 

40 

20 

10 

o 

o 
o 
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PI 01 

(mW ) 

400 

300 

200 

100 

o 

25 

1.0 

.... "'"' 

2.0 

50 10Q 150 200 
Tomb (·C) 

Fig. 2 

1 

V.=2V 

1-'" 
... r"' Typ 

50 75 100 

Fig. 4 

Ty 

3.0 'Il 5.0 6.0 V.IV) 

Fig. 6 

125 T .... I·C) 150 
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r z 
(Q) 

20 

10 

10 

IZ 

(mA) 

7.5 

12 

11 

10 

9 

8 
a 

Tamb= + 100 oC 

5 

........ 

2.5 

o 
-75 

1 

......t" 
V 

+25 -55 

-50 

1-'" 
1-'" 

Iz=7,5mA -7~ 

101'" 

typ 

25 50 75 100 

-25 

Fig. 3 

10 

Fig. 5 

~ 
~ 

~12' 
VV 
V 

-sV' 
V. 

..-::~ 

Tomb (·C) 

Valeurs typiques 
Tamb=250C 

15 Iz(mA) 20 

~~ 1--' +100 

o 25 50 75 

max 6. Vz (mV) à IZ =7,5 mA) 

Fig. 7 
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+0,15 
u 
0 

:> 
E 

~Sz en fonction de Iz-valeurs t ypiques u 
0 

+0,002 --.,e 
0 

+0,1 
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Vl 
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N 
Vl 
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+0.001 
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Fig. 8 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

400 mil série aZY 88 

Diodes au silicium en boîtier JEDEC DO.7 principalement 
utilisées comme stabilisatrices courant-tension ou comme 
diodes de référence. 

La série comprend 24 types dans la gamme des tensions 
de zener nominales de 3,3 V à 30 V avec une tolérance de 
5%. 

Caractéristiques principales 

Vz +5% de 3,3 V à 30 V 

IZRM max 250 mA 

PtodTamb = 50 OC) max 400 mW 

PZSM (Tj = 150°C; t = 100 :~s) max 15 W 

Tj ..................... . max 200 oc 

Rthj-a O,37°C/mW 

Caractéristiques (T j 

Brochage Bo Îti er 00-7 

Dimensions en mm 

Valeurs à ne pas dépasser 
( limites absolues) 
IF .................................. max 250 mA 

IFRM ............................... max 250 mA 

IZRM ............................... max 250 mA 

Ptot (T amb = 50 OC) ................... max 400 mW 
PZSM (Tj.~ 150°C; t c= 100[1s) .......... max 15W 

Tstg .............................. -65à+ 175°C 

Tj ...... ."........................... max 200 oC 

Rthj-amb ........................... 0,37 °CimW 

VF(IF=10mA) •...•.•.•..••. ........................... '. max 0,9 V 
-

Vz (V\ 5z (mV "C) rd lU) 

à IZ = 5 mA à IZ= 5 mA à IZ= 5 mA 
BZY 88 ... 

min nom. max min typo max min typo max 

C3V3 3,1 3,3 3,5 - 4 - 2,3 - 0,5 70 83,5 110 
C3V6 3,4 3,6 3,8 - 3,5 - 2 - 0,5 65 76 105 
V3C9 3,7 3,9 4,1 - 2,5 - 2,05 - 0,5 60 76 100 
C4V3 4 4,3 4,5 - 2,5 - 1,8 - 0,5 55 70 90 
C4V7 4,4 4,7 5 - 2 - 1,55 0 49 62 85 
C5Vl 4,8 5,1 5,4 - 1,75 - 1,2 0 34 46 75 
C5V6 5,3 5,6 6 - 1,5 - 0,2 + 1 10 22 55 
C6V2 5,8 6,2 6,6 + 0,5 + 2 + 3,5 1 7 27 
C6V8 6.4 6,8 7,2 + 2,3 + 3,2 + 3,8 0,5 3 15 
C7V5 7,1 7,5 7,9 + 3,1 + 4,2 + 5,9 0,5 3 15 
C8V2 7,8 8,2 8,7 + 4,2 + 5 + 6 0,9 3,5 20 
C9Vl 8,6 9,1 9,6 + 4,8 + 6 + 7 1 4,75 25 
Cl0 9,4 10 10,6 + 6 + 7 + 7,5 2 5 25 
Cl1 10,4 11 11,6 + 7 + 8,7 + 9,1 3 7 25 
C12 11,4 12 12,6 + 8,5 + 9 + 9,6 4 8 35 
C13 12,4 13 14,1 +10 + 10,5 + 11,5 4 10 35 
C15 13,9 15 15,6 + 12 + 12,5 +14 4 15 35 
C16 15.4 16 17,1 + 12 + 13 +14 5 20 40 
C18 16,9 18 19,1 +14 + 15 +18 7 25 45 
C20 18,9 20 21,2 +16 + 17 +19 10 30 50 
C22 20,8 22 23,3 + 17 +19 + 21 15 35 60 
C24 22,7 24 25,9 + 20 + 21 + 24 20 40 75 
C27 25,1 27 28,9 + 22 + 23,5 + 27 25 50 85 
C30 28 30 32 + 25 + 26 + 29 30 60 95 
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Caractéristiques (Tj 25 OC) (suite) -.Fa+ BZY BB ,Page 2/6 

Cd (pF) 

BZY 88 ... à VR C 3 V à VR (V) C 

typo 

C3V3 395 
C3V6 370 
C3V9 335 
C4V3 270 
C4V7 290 
C5V1 275 
C5V6 260 
C6V2 240 
C6V8 220 
C7V5 190 
C8V2 150 
C9V1 140 
C10 110 
C11 90 
C12 80 
C13 65 
C15 60 
C16 55 
C18 50 
C20 45 
C22 43 
C24 42 
C27 40 
C30 35 

Détermination de la valeur maximale 
de la puissance en régime impulsionnel 

r 
fb 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
13 
14 
15 
17 
19 
21 

L~~~~~~~~-~ 
Pour une impulsion moins longue que le temps de stabili­
sation de la température on a : 

P _ Tj max - T amb - (PD x Rthj-amb) 
m - -'------="-'-""-=--=---

Rtht 

Pour une impulsion plus longue que le temps de stabilisa­
tion de la température on a : 

avec PD 
Rtht 

Tj max - Tamb 
Pm - Po 

Rthj-amb 

puissance dissipée en régime continu, 
résistance thermique transitoire. 

IR 

typo max 

0,54 3 
0,25 3 
0,11 3 
0,1 3 
0,25 3 
0,15 1 
0,6 1 
0,1 1 
0,025 1 

15 500 
11 400 

8 400 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

Exemple de calcul pour déterminer 
le courant de Zener maximal 

;.A 
;lA 
;IA 

ilA 

i" A 
:"A 
:"A 
ilA 
flA 
nA 
nA 
nA 
?A 
:" A 
:1 r\ 
ILA 
{l A 
:lA 
:" :., 
:. A 
:1.A 
:1.A 
,1. A 

:"A 

Dans cet exemple, nous avons choisi une diode BZY 88/C7 
V5 utilisée sous les conditions suivantes: 

Tamb ~ 60°C: ~10mA:(j~0,1:tc1ms 

Nous déterminons, d'après la courbe Pz - f (IZ), la dissipa­
tion Po à l'état stable: Po - 76 mW (point A). 

Nous connaissons la résistance thermique entre la jonction 
et l'ambiance: Rthj-amb ~ 0,31, et de la courbe: R tht - f (t): 
avec un ;; de 0,1 et t 1 ms, nous pouvons tirer la valeur 
de la résistance thermique transitoire: Rtht C 41,5 oC W. 

Nous possédons maintenant tous les éléments pour calculer 
Pm à l'aide de la formule: 

P _ Tj max- Tamb - (Rthj-amb x PO) 
m -

Rth( 
soit Pm C 2,2 W 

La puissance de crête maximale dissipable est: 

PZRM Po + Pm 2,28 W. 

Nous pouvons donc déterminer de la courbe Pz f (IZ) le 
courant de Zener maximal: IZRM c 250 mA (point B). 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

75 W série aZY 91 
:., 

Diodes au silicium stabilisatrices de tension en boîtier métallique JEDEC 00-5. La série se compose de 22 diodes 

dans la gamme de tension de 10 à 75 V. 

caractéristiques principales 

VZ ····························I0à75V 

IZRM ......................... max 100 A 

Ptot (Ttb = 65 OC) .....•••........ max 75 W 

brochage 
Boîtier JEDEC 00-5 

~[JI IJ U; -

{~~~ 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

~ 1_170_1 
?260890.1 

Dimensions en mm 

Couple de serrage : min 1,7 Nm 
max 3,5 Nm 

Diamètre du trou dans le 
radiateur: max 6,5 mm 

Accessoire: 56264 A 

IFAV ....................................................................... max 10 A 

IFRM ....................................................................... max 30 A 

IZRM ..................................................................... " max 100 A 

Ptot (Ttb = 65 oC) ............................................................. max 75 W 

PZSM (Ttb = 65 oC; t = 100 ilS) .............................. '" .......... " .•..... max 4,4 kW 

PZSM (Ttb = 65 oC; t = 1 ms) .................................................... max 1,48 kW 

PZSM (Ttb = 65 oC; t = 10 ms) .................................................... max SOO W 

PZSM (Ttb = 65 oC; t = 100 ms) ................................................. " max 170 W 

Tstg ............................................................. _ , ...•. - 55 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175 Oc 
~j-tb ................................................................•....... 1,47 °C/W 

~htb-r ............•......................••................. , . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 °C/W 
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caractéristiques nfb = 25 OC) 

VF(IF = 10 A) ................................................... ·.··· ... ·· .. · max 1,5 V 

IR (VR = ~VZ nom) ........................................................... max 1 mA 

Caractéristiques à : 
IZ IR à VR 

Type Vz Sz rZ (A) (mA) (V) 
BZY 91 (V) (mV/oC) (n) 

rmn nom max typ max max 

C 10 (R) 9,4 10 10,6 9,0 0,4 2 1 6,8 

C 11 (R) 10,4 11 11,6 9,9 0,4 2 1 7,5 

C 12 (R) 11,4 12 12,6 10,8 0,5 2 1 8,2 

C 13 (R) 12,4 13 14,1 11,7 0,5 2 1 9,1 

C 15 (R) 13,8 15 15,6 13,5 0,6 2 1 10 

C 16 (R) 15,3 16 17,1 14,4 0,6 2 1 11 

C 18 (R) 16,8 18 19,1 16,2 0,7 2 1 12 

C 20 (R) 18,8 20 21,2 15,0 0,8 1 1 13 
C 22 (R) 20,8 22 23,3 16,5 0,8 1 1 15 

C 24 (R) 22,7 24 25,9 19,2 0,9 1 1 16 

C 27 (R) 25,1 27 28,9 22,2 1 1 1 18 

C 30 (R) 28 30 32 25,5 1,1 1 1 20 

C 33 (R) 31 33 35 29,0 1,2 1 1 22 

C 36 (R) 34 36 38 32,4 1,3 1 1 24 

C 39 (R) 37 39 41 35,1 1,4 0,5 1 27 

C 43 (R) 40 43 45 39,6 1,5 0,5 1 30 

C 47 (R) 44 47 50 43,8 1,7 0,5 1 33 

C 51 (R) 48 51 54 47,4 1,8 0,5 1 36 
C 56 (R) 52 56 60 52,6 2 0,5 1 39 

C 62 (R) 58 62 66 58,2 2,2 0,5 1 43 

C 68 (R) 64 68 72 64,0 2,4 0,5 1 47 

C 75 (R) 70 75 79 71,0 2,6 0,5 1 51 
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Détennination de la valeur maximale de la puissance en régime impulsionnel 

Pour une impulsion moins longue que le temps de stabilisation de la température on a : 

P = Tj max - T amb - (Rt;hj-amb X PD) 

m Rt;ht + (l) X ~hfb-amb) 

Pour une impulsion plus longue que le temps de stabilisation de la température on a : 

Tj max - Tamb 
P = -P 

m Rt;hj-amb D 

avec PD = puissance dissipée en régime continu; 

Rtht = résistance thermique transitoire. 

Exemple de calcul pour déterminer le courant de Zener maximal admissible pour une BZY 91/C56 : 

Tamb = 50 oC; IZ = 0,5 A; l) = 0,1; t = 1 ms 

P = (Tj max - T amb) - (~hj-amb X PD) 

m ~ht + (l) X ~hfb-amb) 

Tj max = 175 oC; Tamb = 50 oC; ~hj-amb = 3,67 °C/W 

Du réseau de courbe ~ht = f (t) nous déduisons : ~ht = 0,23 °C/W à l'aide del) et t. 

Du réseau de courbe Pz = f (lZ) nous déduisons: PD avec IZ = 0,5 A (point A) 

PD = 28 W 

ainsi Pm = 49 W 

La puissance maximale disponible est: PZM = PD + Pm 

Nous tirons du réseau de courbe ~ht = f (t) (point B) la valeur maximale du courant Zener : IZRM = 1,3 A. 
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courbes caractéristiques 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

20 W série BlY 93 

Diodes au silicium, stabilisatrices de tension, en boîtier JEDEC DO-4. La série se compose de diodes en polarité 

directe, la cathode au boîtier: BZY93/C7V5 à BZY93/C75; et de diodes en polarité inverse, l'anode au boîtier: 

BZY93/C7V5R à BZY93/C75R. Le symbole sur le boîtier indique la polarité. 

caractéristi ques pri ncip ales 

v Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nom 7,5 à 75 V 

IZRM ........................ " max 20 A 

Ptot (T mb = 75 OC) ............... max 20 W 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

brochage Dimensions en mm 

~ ~ 
o 0 m la -32 UNF ~ ,- /0-32 UNF 'max l g i!1 

,@fl~=t $ 

1:, !'j'~.~~:-Jk)= i ,,1 , fl18 

9'3J.maxj , 
_'0,72 -203 ma 11,5 ,x 

BOttier JEDEC DO-4. 

Couple de serrage: min 0,8 Nm 
max 1,7 Nm 

Diamètre du trou dans le radiateur: 5,2 mm 

Accessoire: 56262 A 

IFAV ....................................................................... max 5 A 

IZRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 20 A 

Ptot (T mb = 75 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 20 W 

Pz SM (Tj = 175 oC; t = 100 J.ls) . • • . • • . . . . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . . . . . . • .. •..... max 500 W 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175 Oc 
~hj-fb ...................................... ',' ............................... 5 °C/W 

~hfb-r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,6 oC/W 
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caractéristiques n j = 25 oC] 

VF (IF=5A) ................................................................. maxl,5V 

Caractérist iq ues à IZ IR à VR 

Types Vz (V) 
Sz 

rZ (n) (en A) (/.lA) (V) 
(illY/oC) 

--
min max typo typo max max 

C 7V5 (R) 7,0 7.9 3 0.04 0,3 , 100 2 -
C 8V2 (R) 7,7 8,7 4 0.05 0.3 

, 100 5.6 -
C 9Vl (R) 8,5 9,6 5 0,07 

1 

0,5 1 50 6.2 

CIO (R) 9.4 10,6 7 0.07 0.5 1 50 6,S 

CIl (R) 10.4 11.6 7.5 O,OS 1 1 50 73 

C 12 (R) liA 12,7 S 0,08 1 1 50 te 
C 13 (R) 12.4 14,1 S.5 1 O.OS 1 1 50 <J.l 

C 15 (R) 13,8 15,6 10 0.10 1,2 1 50 10 

C 16 (R) 15,3 17.1 II Cl.I il 1.2 0,5 50 II 

CI8(R) 16,8 19,1 12 Cl,20 1.5 0,5 50 12 

C 20(R) 18,8 21,2 14 0,20 1.5 0,5 50 13 

C 22 (R) 20,8 23,3 16 0,21 1.8 0,5 50 15 

C 24(R) 22,7 25,9 18 0,22 2 0,5 50 16 

C 27 (R) 25.1 28,9 21 0,25 2 0,5 50 18 

C 30(R) 28 32 25 0,30 2,5 0,5 50 20 

C 33 (R) 31 35 30 0,32 3 0,5 50 22 

C 36(R) 34 38 32 0,75 4 0,2 50 24 

C 39 (R) 37 41 35 0,85 5 0,2 50 27 

C43 (R) 40 46 40 0,90 6,5 0,2 50 30 

C 47 (R) 44 50 45 1 7 Cl ,2 50 33 

C 51 (R) 48 54 50 1.2 7.5 0,2 50 36 

C 56(R) 52 60 55 i.3 8 0,2 50 39 

C 62 (R) 58 66 60 
: 

1.5 9 0.2 50 43 

C 68 (R) 64 72 65 1,8 JO 0,2 50 47 

C 75 (R) 71 79 70 2 10,5 0,2 50 51 
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Détermination de la valeur maximale de la puissance en 
régime impulsionnel 

~--

1.- t-l 
1 

- T 

.-- f 
1 1 

b=_t_ 
T 

Pm . 

--+--+-----.------
" 1 

Ffot 

t t 

Pour une impulsion moins longue que le temps de stabi­
lisation de la température on a : 

P = Tjmax-T amb - (Rthj-amb X PD) 

m Rtht + (0 X Rthfb-amb) 

Si l'impulsion est plus longue que le temps de stabili­
sation de la température on a : 

_ Tjmax - Tamb 
P - - PD 

m Rthj-amb 

avec PD puissance dissipée en régime continu 
et Rtht résistance thermique transitoire. 

courbes caractéristiques 
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Exemple de calcul pour déterminer le courant de Zener 
maximal admissible pour une BZY93/C 12 : 

Tamb = 50 Oc; IZ = 0,5 A; 

o = 0,1; t = 1 ms; Rtht-amb = 2°C/W 

~ Tjmax-T amb - (Rthj-amb X PD) , 
Pm - R + (0 X R ) dans laquelle 

tht thfb-amb 
Tjmax = 175 Oc: Tamb = 50 Oc 

Rthj-amb = Rthj-fb + Rthfb-r + Rthr-amb = 

5 + 0,6 + 2 = 7,6 °C!W 

Rthfb-arnh = Rthfb-r + Rthr-amb = 

0.6 + 2 = 2,6 °C;W 

Du réseau de courbe Rtht = f (t) nous déduisons 

Rtht = 0,92 °C;W à l'aide de 0 et t 

Du réseau de courbe Pz = f (lZ) nous déduisons PD avec 

IZ = 0,5 A (point A) 

Ainsi Pm = 61 W 

La puissance de èrête dissipab1e est 
PZM = PD + Pm = 68 W 

Nous tirons enfin du réseau de courbe Pz = f (lZ) 

(point B) la valeur maximale du courant de Zener 
IZRM = 5 A. 
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diodes de régulation 
de tension (Zener) 

1,5 W série BZY 95 

Diodes au silicium stabilisatrices de tension en boîtier métallique JEDEC 00-1. La série se compose de 22 diodes 
dans la gamme de tension de 10 à 75 V. Puissance dissipée : 1,5 W à 25 0 C. 

caractéristi ques principales 

VZ ........................ nom lOà75V 

IZRM ........................... max 5 A 

Ptot (Tamb .;;;; 25 OC) .............. max 1,5 W 

brochage 

BoÎti er DO-1 

r-

k 

'* = 

~ 
K 

O~ 
0 

10- 191"'(lX 
E 
N ;::: 

.51rTlOX 

35",in 17.78rTlOX 

49",ln 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

a 

7101143.1 

IFAV ........................... maxlA 

IFRM ........................... max 3 A 

Dimensions en mm 

La cathode est reliée au boîtier 

IZRM ........................... max 5 A 

Ptot (Tamb .;;;; 25 OC) ............................................................ max 1,5 W 

Pz SM ....................................................................... max 100 W 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...............,......... - 65 à + 1 75 ° C 

Tj ........................................................................ max 175 Oc 
Rthj-amb ...................................................................... 100 0 CjW 
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caractéristiques n j = 25 °Cl 

V F (IF = 1 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,5 V 

Type 

BZY95 

min 

CIO 9,4 

Cll 10,4 

C 12 11,4 

C13 12,4 

C 15 13,8 

C16 15,3 

C 18 16,8 

C20 18,8 

C22 20,8 

C24 22,7 
, 
C27 25,1 

C30 28 

C33 31 

C36 34 

C39 37 

C43 40 

C47 44 

C 51 48 

C56 52 

C 62 58 

C68 64 

C75 70 

SC1795-1-1969 

Caractéristiques à IZ 

Vz ~V) 
Sz 

rZ (n) (mA) 
(mV/°C) 

max typo typo max 

10,6 7,0 0,75 4 50 

11,6 7,5 0,80 4,5 50 

12,7 8,0 0,85 5 50 

14,1 8,5 0,90 6 50 

15,6 10,0 1,0 8 50 

17,1 11 2,4 9 20 

19,1 12 2,5 Il 20 

21,2 14 2,8 12 20 

23,3 16 3,0 13 20 

25,9 18 3,4 14 20 

28,9 20 3,8 18 20 

32 25 4,5 22 20 

35 30 5,0 25 20 

38 32 5,5 30 20 

41 35 12 35 10 

45 40 13 40 10 

50 46 14 50 10 

54 50 15 55 10 

60 55 17 63 10 

66 60 18 75 10 

72 65 18 90 10 

79 70 20 100 10 
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IR à VR 

(jJ.A) (V) 

max 

10 6,8 

10 7,5 

10 8,2 

10 9,1 

10 10 

10 Il 

10 12 

10 13 

10 15 

10 16 

10 18 

10 20 

10 22 

10 24 

10 27 

10 30 

10 33 

10 36 

10 39 

10 43 

10 47 

10 51 



diodes de régulation 
de tension (Zener) 

1,5 W série BlY 96 

Diodes au silicium, stabilisatrices de tension, en boîtier métallique JEDEC 00-1. La série se compose de 8 diodes 

dans la gamme de tension de 4,7 à 9,1 volts. Puissance dissipée: 1,5 W à 25 oC. 

c aractéri sti qu es p rinci pales 

YZ' ....................... nom 4,7 à 9,1 Y 

IZRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 3,5 A 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) ............ " max 1,5 W 

brochage 

Boîtier DO-l 

.-
t-----1---, 

k 
-1+ = 

t--- :--;;-' 

0.2l ~1.91m(JX 
0 
E 
N 

~ 
.8.51mox 

35min 17.78ma, 
49min 

valeurs à ne pas dépasser 
[limites absolues) 

a 

7Z0'S41.1 

Dimensions en mm 

La cathode est reliée au boîtier 

IFAy ......................................................................... max 1 A 

I FRM ................ , ........................................................ max 3 A 

IZRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 3,5 A 

Ptot (Tamb ~ 25 OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 1,5 W 

PZSM ..................................................................... " max 20 W 

Tstg .................................................................... - 65 à + 175 Oc 
Tj ........................................................................ max 175 Oc 

Rth(j-amb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 ° C/W 
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BZY 96-C4V7 à C9V1,Page 2/2 

caractéristiques n j 25 oC] 

VF(IF=IA) ..... . 

~. 

Caractéristiques à Iz 

Type 
Vz (V) 

Sz 
rZ (Q) (mA) 

BZY96 (mV/°C) 

min 

C4V7 4,4 

C5VI 4,8 

C5V6 5,3 

C6V2 5,8 

C6V8 6,4 

C7V5 7,0 

C8V2 7,7 

C9VI 8,6 

SC1810- 5-1971 

max typo typo max 

5,0 -- 0,6 2,5 10 100 

5,4 + 0,1 1 5 100 

6,0 + 1 0,7 4 100 

6,6 +2 0,6 3 100 

7,2 +3 0,6 3 100 

7,9 +4 1 3,5 50 

8,7 + 5 1,2 3,5 50 

9,6 + 6,4 1,8 4,5 50 

-=Fi--
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max 1,5 V 

--

IR à VR 

(pA) (V) 

max 

20 1 

20 1 

20 1 

20 2 

20 2 

20 3 

20 5,6 

20 6,2 



diodes de référence ~ 
de tension 

Diodes de référence de tension en boîtier JEDEC DO-35. 
Ces diodes présentent un coefficient de température très 
faible et sont utilisées comme sourcps de référence pour 
instruments tels que des voltmètres digitaux, alimentations 
stabil isées de précision, étalons, etc ... 

Caractéristiques principales 

min nom max 

Vz (à IZ = 7,5 mA) ......... 5,89 6,2 6,51 V 

ILWz 1 (à IZ = 7,5 mA) (1) 

valeurs maximales 

1 N 821/821 A ................... 96 mV 

1 N 823/823 A ................... 48 mV 

1 N 825/825 A . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 mV 

1 N 827/827 A . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 mV 

T amb . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - 55 à + 100 Oc 

Brochage 
(Dimensions en mm) 

min 5,1 

â 
max 

Fig. 1 

Boîtier JEDEC DO-35 - F.80 

La cathode est indiquée par une bande colorée. 

(1) Voir graphiques 

1 N 821/3/5/7 
1 N 821/3/5/7 A 

Valeurs à ne pas dépasser 

(Limites absolues) 

Courants 

IZ .......................... _. max 50 mA 

IZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. max 50 mA 

Puissance dissipée 

Ptot (Tamb";;; 50 OC) ............... max 400 mW 

Tempéra ture 

T stg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 65 à + 200 Oc 
Tamb ...................... , - 55 à + 100°C 

Résistance thermique 
Rth j-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,375 °C/mW 

Caractéristiques 
à T· = 25 oC {sauf indication contraire} 

) 

min 1 nom 

Vz (à IZ = 7,5 mA) .... " 5,89 6,2 

ILWzl( à IZ =7,5 mA (1) valeurs maximales 

à T b = - 55, + 25, + 75 et + 100° C am 
- 1 N 821/821 A .............................. . 
- 1 N 823/823 A .............................. . 
- 1 N 825/825 A .............................. . 
- 1 N 827/827 A .............................. . 

Sz {à IZ = 7,5 mA} (1) 
- 1 N 821/821 A ................ . 
- 1 N 823/823 A ................ . 
- 1 N 825/825 A ................ . 
- 1 N 827/827 A ................ . 

rz {à IZ = 7,5 mA} 

± 0,01 
± 0,005 
± 0,002 
±O,OOl 

max 

6,51 V 

96 mY 
48 mY 
19 mV 
9 mV 

'ra/oC 
'ra/oC 
'ra/oC 
'ra/oC 

- 1 N 821 à 827 ................................ max 15 n 
- 1 N 821 A à 827 A ........................ max 10 n 

(1) Voir graphiques pages suivantes 
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Courbes caractéristiques 

U 
0 

;; 
E 

N 
(J) 

<J 

194 

+0,1 5 

+0, 1 

+0,05 

o 

-0,05 

-0,1 

-0,15 

10 

IZ 

(mA ) 

7,5 

4 5 

5 

Tamb- + 1100 Oc 

2,5 

o 
-75 

.t--
.lA" 1/ 

v 
+25 -55 

-50 

100 0 

(fi ) 

~\ 

10 o~ 

10 

--Fi __ 1N 821/821 A ••• , Page 2/4 

l:!.SZ en fonction de IZ - Valeurs typiques 
+0,002 

u 
o 
Ô 
0-

6 7 

/1 
~~ 
~V 

-25 

1'\'\ 

\:~ 
r\:~ 

1\ 
_55°':/ 

8 9 10 11 
lZ (mA) 

1/25 -5V 0 100 

V~ 
...-::~ 

~ 

t-

- t--

o 25 50 75 

l:!.VZ max à IZ =7,5 mA 

Tamb = 
100 oc 

25 Oc 

"- .'-
."-
""1' 

f".. 

10 IZ (Al 100 

+0,001 

o 

-0,001 

-0,002 

N 
(J) 

<J 



~ 1,0 .. 
> 
3-
x 
E 0.8 

0.6 

0.4 

0,2 

o 

lZ =7,5 mA l 
1 

f = 500 Hz 

~--

~-
~----- ~- ~ 

rt -_.-- --- - - ._-f.--

f--- - -- J 
1 
Il 

1 
1 

1 
1 

Il --
J 

-~ '--

1 
1 

~-
1/ 

10 

." 

~-

100 

4='i+ 1N 821/821 A .... Page 3/4 

- ...... -

1000 

fe (kHz) 
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Réf. 3387 - 06-73 

1N 821/821 A ... , Page 4/4 
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diodes à capacité variable 
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diode à capacité variable 

BA 102 

Diode au silicium en boîtier JEDEC DO-7, à capacité variable en 
fonction de la fréquence, destinée aux circuits d'accord, aux 
oscillateurs locaux et à la commande automatique de fréquence dans 
les bandes HF et VHF. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Tension inverse continue VR max 20 

Courant ~nverse à VR = 20 V;T. =80 o C IR < 5 
J 

Température de jonction T. max 90 
J 

Capacité de la diode à f = 0,5 MHz 
et V = 4 V ( pour les plages de R. _ 
capac~te voir page 2) Cd 20 à 45 

Cd(V R= 4 V) 
Rapport des capacités à f < 300 MHz 

Cd(VR=IO V) > 1 ,4 

Résistance série pour VR = 4 V rD < 3 

BROCHAGE 

V 

uA 
Oc 

pF 

Boîtier JEDEC DO-7 (dimensions en mm) 

non .tom. 
2/ "-2 

max max 

4~?=~Ji ~~ 
• .ci.52 V:" 1 û J _. n n 

_~.4' __ 7.6_g2~.4 
min max min 

13 min 

La cathode est indiquée par une bande colorée 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER(Limites absolues) 

Tension inverse 

Courant direct 

Température de stockage 

Température de jonction 

RESISTANCE THERMIQUE 

Jonction-ambiance en air calme 

BA 102 
···.--page 2/4 

V 
R 

IF 

T 
stg 

T. 
J 

max 20 

max 50 

- 55 à + 90 

max 90 

Rh' t J-a 

CARACTERISTIQUES ( - T = 25°C sauf indication contraire) a j 

Courant inverse à T. 
et V = 20 V J 

R 
Capacité de la diode à f 
et V R = 4 V 

0,5 MHz 

BA 102 
Plages de ( BA 102 A (b l anc):: .. 

( BA 102 B (j aune) 

capacité 
( BA 102 C (bleu) 
( BA 102 D (vert) .. .. 

Rapport des capacités à f < 300 MHz 

Résistance série de la diode 
à V R = 4 V 

circuit équivalent 

.. .. 
L inductance des connexions ~ 6 nH .. 
rD résistance série de la diode .. 
C~ capacité de la diode (voir page 3) 

< 5 

Cd 20 à 45 

Cd 20 à 25 

Cd 23 à 31 

Cd 29 à 38 

Cd 36 à 45 

Cd (V R=4 V) 

Cd (V R=10 V) > 1 ,4 

rD typ 1 , 7 

< 3 

v 
mA 

IJA 

pF 
pF 
pF 
pF 
pF 

Q 

Q 

(~) Ces valeurs sont indépendantes de la fréquence jusqu'à 300 MHz 

(10 mm entre les deux points de mesure) 

e:::) Non recommandées pour des utilisations en grosses quantités 

200 



COURBES CARACTERISTIQUES 

1 

0. 5 

O. 1 

0.05 

o.o~ 

0.0 1 

0.005 

0.002 

1 0.000 20 

... 
)"-. - - ... 
~--- -1"-
1--_ ----r-_ -~o 

10 

5 

.a 

R =20V 

Il 
40 

-~ 
r--~ r- -. ...... 

5 

60 

f..-. ----... 
.... _-

BA 102 _ ..... 
page 3/4 

mo 

typ 

80 "Tj("C) 100 

--1-t-+ ___ : 
n~~'-IZ --

f- ! i malt 

typ 

mm 
, 
f---

10 ~o 50 ~ (V) 100 
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diodes à capacité variable ~ 
BB 105 A 

BB 105 B BB 105 G 

Les BB 105 A, B et G sont des diodes planar au silicium à capacité variable. 

La BB 105 A est utilisée en UHF jusqu'à 790 MHz et la BB 105 B jusqu'à 860 MHz, tandis que la BB 105 G est 
destinée plus spécialement aux utilisations VHF. 

Ces diodes sont livrées par sachet de 12. Dans la gamme de tension inverse de 0 à 28 V, la différence de capacité 
entre deux diodes est inférieure à 3 % pour les BB 105 A et B et à 6 % pour les BB 105 G. 

caractéristiques principales 

VR 0000000000000000000000000000 max 28 V 

1 R (V R = 28 V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 max 50 nA 

BB lOS 

C (V = 25 V; f = 1 MHz) 0 {min 
d R max 

~d (V R = ~ V) 0 0 0 0 0 : 0 0 0 { min 
Cd (VR :, 25 V) max 

rn (VRtelle que Cd = 9 pF; 

A 

2,3 
2,8 

4 
5 

0,6 

B 

2 
2,3 

4,5 
6 

0,7 f = 470 MHz) 0 0 0 0 0 • 0 0 0 {typo 
max 0,8 0,8 

brochage 
0,8 

+ 0,7 

"t'"~O ~ -1 2,6 1- 1- ~~~ --1 _1 2,6 -

.. 12,9 min ---_1 

0,28 L_====(~""''''''--J~=== 
0,19 r - ~ V 

c::> 

vaieurs à ne pas dépasser 
[lImites absolues] 

G 

1,8 pF 
2,8 pF 

4 
6 

0,9 il 
1,2 il 

t_ 
2,9 [il 
m~ 1 

t-124 1-_ 2,91_ 
max 

7Z6137203 

VR 0 0000' 0 0 0 0 0 000000000000 max 28 V 

VRM 00000000000000000000000000 max 30 V 

Dimensions en mm 

Boîtier. SOD-23 

La bande blanche indique la cathode 0 

BB 105 A et B : marqué su r l'enveloppe. 
BB 105G : point vert sur l'enveloppe. 

IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 , 0 0 • 0 max 20 mA 

Tstr 0 0 0 0 , 0 • 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , , ••• 0 ••• , , • , 0 0 0 - 55 à + 100°C 

Tj .... 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 • 0 • 0 • 0 o. '" 0 ••••• 0 • 0 • , 0 0 •••• 0 ••• 0 0 • 0 •••• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 •• o. max 85 Oc 
~hj-amb 00 0 0 0 0 0 •••• 0 0 ••••• 0 • 0 •• 0 • 0 0 , 0 • 0 • 0 0 0 • 0 , , o' ... 0 • 0 0 0 •• 000 • 0 0 • 0 ••• 0 0 0 • 0 0 0 0 0,4°C/mW, 



-.Fi __ BB 1G5.A., '10SU, 10SG, Pago 2/4 

caractéristiques nj = 25 oC sauf indication contraire) 

IR (VR = 28 V) .................................. max 

IR (VR = 28 V; Tamb = 85 oC) ....................... max 

Cd (VR = 1 V; f = 1 MHz) .......................... typo 

Cd (VR = 3 V; f = 1 MHz) .......................... typo 

Cd (VR = 25 V; f = 1 MHz) ......................... j min 
lmax 

Cd (VR = 3 V) . 
Cd (V R = 25 V) (f = 1 MHz) ........................ {~~: 

rD (V R telle que Cd = 9 pF; f = 470 MHz) ............ _ ... {tyP. 
max 

rD (IF = 5 mA; f = 200 MHz) ......................... typo 

Instructions de montage 

Les fils peuvent être pliés avec un rayon de 0,5 mm min. 

BB I05A 

50 

17 

ILS 
2,3 
2,8 

4 
5 

0,6 
0,8 

0,4 

BB 105 B 

50 

17.5 

11.5 
2 
2.3 

4,5 
6 

0,7 
0,8 

0,4 

BB 105G 

50 

17,5 

11,5 
1,8 
2,8 

4 
6 

0,9 
1,2 

0,4 

nA 

/lA 

pF 

pF 

pF 
pF 

n 
n 
n 

A la température maximale de soudure de 300 Oc le temps maximal admissible de soudure est de 3 secondes. Le boîtier 
plastique doit toujours être à une température inférieure à 125 ° C. 

courbes caractéristiques 

la -. --I-fm ~_:+-t. . 
f-- Valeurs typique 5 1-------..-=r=+-Hr:iE 
-~- ~-I--T~! T ~----=t=- --t--+--j-

)~_LL-t i 
- -'r- . 

i • /1~=600-'--r 1 1 : !, 
. ~t- --t -:-+-+ 

1 1 . i: : 1 ! l 
1 ! 1 

i 1/ i .: 1 

: ! i i 1 
, 

1 ': i ; , 
-"T 

.. 
, 1/ 25'OC~ 

1.1 'i: ;, 
Il)' : 1 i i ' 1;' ! ! i 

V ~n: 
' , 1 ! i 

; 

i ! Il i! i 
1 1 i : 1 , '. 1 

, , 
1 

/ 
[) 1 

! 
JI 1 

1 
i 

l' 

2 ./ vr 1 i III .. la 

204 



ID 

Cd 
(pF) 

30 

25 

20 

15 

ID 

1 

D' 
10- 1 ID 

4-Fi __ BB 105/\, 

Cd 
_. 

t---+ 1_IMHz 
(pF) Tj =25°C 

30 
t-

25 ma r-
... == .::....-:-~ . 

20 

-"::~ --

min ~ 15 

--:-::-~ 
ID 

-

0 
10- 1 

105B, 

ID 

105G, Page 3/4 1 

BB IDS B 

~ =3V 

12V 

25V 

60 1j 1°C) 
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diode à capacité variable 

La diode BB 106 est une diode d'accord en enveloppe 
plastique. 

Cette diode est principalement destinée à l'accord électro­
nique des sélecteurs de canaux VHF. Elle nécessite une 
tension de polarisation comprise entre 0,5 et 28 volts. 

Les diodes sont livrées par groupes* de 3 ou de 4 et la 
différence de capacité mesurée en plusieurs points entre 
0,5 et 28 volts entre deux diodes d'un même groupe est 
inférieure à 3 %. 
(*) pou r groupes de 6 ou de 12 : nous consulter. 

Caractéristiques principales 
VR .......................... max 28 V 

Cd (VR =3 V; f=0,5 MHz) ......... min 20 pF 

Cd (VR =25 V; f =0,5 MHz) ........ 4 à 5,6 pF 

Cd (V R = 3 V) 
.................... 4,5 à 6 

Cd (V R = 25 V) 

(V C 25 F typo 0,4 ~ 
rD R pour d = p; f = 200 MHz) .. 

max 0,6 ~ 

Brochage 

0,8 
0.7 

lL~~~~;J 
-tTi-- Iii 

_1 26 ! __ J __ 4. 1 J _1 26 __ 
1 1 ~1a)( '1 

: __ ---- 12,9 n"" ---.--_1 

7161J72.3 

BB 106 

Valeurs à ne pas dépasser 
VR .. 00000 ••••• 0 0 0 0000000000000 max 28 V 

VRM 0000.0000000000000000000000 max 30 V 

IF 0000000000000000000000000000 max 20 mA 

T stg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 55 à + 1 00 Oc 
Tj 00000.0.000000000000000000000 max 85 Oc 
Rthj-amb 0 0 0 • , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 oC/W 

Caractéristiques (T amb = 25 oc sauf 

indication contraire) 

1 R (V R = 28 v) 0 0 _ 0 0 _ •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 max 50 l'lA 

IR (VR =28 V; T amb = 85 OC) 00000000 max 200 nA 

rD (VR pour Cd = 25 pF ; f = 200 MHz) 0 0 typo 0,4 n 
max 0,6 n 

Cd (V R = 3 V ; f = 0,5 MHz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 min 20 pF 

Cd (VR = 25 V ; f = 0,5 MHz) 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 à 5,6 pF 

Cd (VR = 3 V) 
0000000000000000000000 4,5 à 6 

Cd (VR =25 V) 

Dimensions en mm 

Boîtier SOD-23 

La bande rouge indique la cathode 
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Courbes caractéristiques B BlOt) Page 2/2 

40 

'fi (pF ) 

JO 

10 

IIJ 

o IIJ-I 

10 

.oIM. 3407 - 06-73 

'.05,.,11;_ 
~ .15·C 
. . t- t--

~ 

-" t-- -- --

10 

VR = 28V 
10 

IR 
(nA) 

~ Valeurs typiques 

20 
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L; 1 

~ 
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\'1?' 

Il 
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Il 

20 
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1 1 1 Il 
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doubles diodes 
à capacité variable ~ 

882048 
88204G 

Doubles diodes à capacité variable et cathode commune, en boîtier 
plastique TO-92, les 88 204 8 et 204 G sont principalement utili­
sées pour l'accord en modulation de fréquence ( bande II). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Tension inverse continue 

Courant inverse à VR = 

Température de jonction 

Capacité de la diode à 
f = 1 MHz et VR = 3 V 

Rapport des capacités à 
f = 1 MHz 

30 

VR max 

V IR < 

T. max 
J 

Cd 

Cd(V R= 3 V) 

Cd (V R=30 V) 

\ 

Résistance serle à 
(V R telle que Cd 

f = 100 MHz 
38 pF) 

BROCHAGE 

BB 204 B 

37 - 42 

typ 

typ 

< 

30 V 

50 nA 

100 

BB 204 G 

34 - 39 pF 

V 

2,65 

0,2 

0,4 

Boîtier TO-92 Dimensions en mm 

D='<;tt=====: ~ ~~~ 

1 --
-1-4---- - .. - 12,7mln ~- . ---------..1 

r---o-------,~=+==. ==~; ~;: 
---. 16 -4--, , 1"'- 5,2max 

'--------cl 1 Sur 2,5 max 
1.. cp non contrôlé 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 
(Limites absolues) 

Tension 
Tension continue inverse 
Courant 
Courant continu direct 
Températures 
Température de stockage 
Température de jonction 

VR 

IF 

T 
T: tg 

J 

max 

max 

max 

8B 204 B marquage en bleu 

BB 204 G marquage en vert 

30 V 

100 mA 

-55 à + 100 Oc 
100 Oc 
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CARACTERISTIQUES OB 204 fI - DE 204 G 
(pour chaque diodel (T . 25°Cl p.2/2 

J 
Courant inverse 

à VR = 30 V IR < 

Capacité de 1 a diode BB 204B BB 

à f = 1 MHz 

VR = 3 V Cd ,37 - 42 34 

V 
VR =30 V Cd typ 14 

Rapport des capacités cd (V = 3 V) 
R typ 

Cd (V R =3o V) 2,65 
à f = 1 MHz 

Résistance série 
à f = 100 MHz 

VR telle que Cd 38 pF rD typ 0,2 

< 0,4 

COURBES CARACTERISTIQUES 
10 10 -2 

,., :coeff,Clent df' 
températu,e df' la 
dIode 

Valeurs typiques J 

f---
~- 1 

IR 
InA ) ~7 T,=60°C 

" pF/pF 
{OC ) ~ =0 à 60°C 

3 
1 

1 

1 
1 

1 

C:C~-

"-

4 ~ 

~ c-

~50~=i ~- ---
1 

,~T 
V -fT I 

S 

t::-::z' t- --~ 
--t- $ f""~ +-t- -

nT --1= - -
r----t-t-- IÎ j-I 
r--t--+ 

2 Il 1 

10 VR {VI 10 VR (VI 

100 
l 

f=1MHz 
TJ = 25°C 

75 

f' 

50 ~p 
...... 

-...... 

1'-. 

" r-... 25 

.......... 

10 VR {VI 

··hi--
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diodes 
à capacité variable ~ 

BB205B 
BB205G 

Les BB 205 B et SB 205 G sont des diodes planar épitaxial à capacité 
variable. 

La SB 205 B est utilisée en UHF jusqu'à 860 MHz tandis que la 
BB 205 G est destinée spécialement aux utilisations VHF. 

Ces diodes sont livrées par unités d'emballage de 6.000 pièces. Chaque 
sachet d'emballage contient un mi~imum de 12 diodes appariées et un 
maximum de 2.000, le nombre maximal de paquets de 12 étant de 6. 

Dans une plage de tension inverse comprise entre 0,5 et 28 V, la 
différence de capacité entre 2 diodes d'un même sachet est inférieure 
à 3 %. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
VR max 28 V 

T. max 60 Oc 
J 

IR (V R 28 V; Tj 25°C) < 50 nA 

BB 205 B BB 205 G 

Cd (V R 25 V; f 500 kHz 1 , 9 - 2,2 1 , 8 - 2,6 pF 

Cd (V R 3 V; f 500 kHz typ 11 11 pF 

BROCHAGE 
Boîtier SOO-23 Dimensions en mm 

max 2,6 -

_--- 12,9 min ----, 

0,28 • 
0,19 t 7Z61372.3 

La bande blanche indique la cathode 

BB 205 B 

BB 205 G 

marqué sur l'enveloppe 

point vert sUr l'enveloppe 
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-.Fi-- BB 205 B - BB 205 G 
p.2/4 

VALEURS A NE PAS DEPASSER 

Vf": 
r, a x =-' S 'v 

VRM max 30 V 

IF max 2G mA 

T. max 85 o~ 
L, 

J 
T - 55 à + 100 Oc 
stg 

RESISTANCE THERMIQUE 

Rth 0,4 °C/mW 
j-a 

CARACTERISTIQUES (T . 25°C sauf indication contraire) 
J 

BB 205 B BB 205 G 

IR (V R 28 V) max 50 50 

IR (V R 28 V T = 85°C) max 1 1 
amb 

Cd (V R 1 V f 500 kHz) typ 17 1 7 

Cd (V R 3 V f 500 kHz) typ 11 1 1 

Cd (V R 25 V f 500 kHz) typ 1 , 9 - 2,2 1 , 8 2, 6 

Cd (V R 3 V) min 5 , 0 4,3 

Cd (V R =25 V) 
f 500 kHz 

max 6 , 0 6,0 

R (f 470 MHz; C 9 pF) typ 0, 7 0,9 
s 

max 0,8 1 , 2 

rD (1 = 
F 

5 mA; f =200 MHz) typ 0,4 0,4 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Les fils peuvent être pliés avec un rayon de 0,5 mm min. 

A la température maximale de soudure de 300°[, le temps maximal 
admissible de soudure est de 3 secondes. 

Le boîtier plastique doit toujours être à une température 
inférieure à 125 oC. 
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COURBES CARACTERISTIOUES 

10 

IR 
InA) 

1,02 

1---

r---

1----- - -

~-- -- - -

f----1--- -

r----

V V-

"""-

./ 
...... 1-" 

diT)) 

) =25°C) 

~ 

f-: ~ ,.. 
............ / 

/ 
V 

/ 

0,98 0 25 

V 
F-' 

valeurs typ_ 

- T) 60 0 e 
1 
1 

/ 

-/ 
1 25 °C 

1 
I 

--f 

/ 

, 
10 

valeurs typ_ 

1 

1 

0R ~3 ~ t---

/ 
/ 

V 
V 

/ i--" 12 V 
i--" 25V 

t---
....... ...... 

-·Fa. 

10 
...... ~. 

/ 

BB 205 6 - BB 205 G 
p.3/4 

VR 28V 

~-;.. 
I~ 

.'" 

-"" 
/ 

~ V 

L 
V 

V 

25 

11= coefficient de temperature: 
deladiode 

T)=O ta 60 0 e 

" r... 
l' t yp 

" 
10 

1 

213 



nE' 20SfJ Hh 20'-, G 

··ha __ 
R.T.C. LA RADIOTECHNIQUE-COMPELEC 

SEMICONDUCTEURS ET MICROELECTRONIOUEjTUBES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS 

MATERIAUX. PIECES DETACHEES ET SOUS-ENSEMBLES PROFESSIONNELS/ELECTRONIOUE GRAND PUBLIC 

CONDENSATEURS RESISTANCES - MOTEURS 

130 AVENUE LEDRU-ROLLIN· 75540 PARIS CEDEX 11 - TELEPHONE: 355-44.99 

USINES ET LABORATOIRES CAEN - CHARTRES - DREUX· EVREUX - JOUE-lES-TOURS - SURESNES· TOURS 

S A AU CAPITAL DE 300000000 DE F ~ R C PARIS 67 B 4241 

p.4/4 



diodes à capacité variable ~ 

BB 405 A 
BB 405 B 
BB 405 G 

documentation provisoire 

1 NTRODUCT 1 cm 
Les BB405 A, 405 B et 405 G sont des diodes à capacité variable en boitier de verre 
00-34 scellé hermétiquement. 
Elles sont fournies appariées et la différence de capacité entre 2 diodes est de 
±1,5% dans la plage de tension inverse comprise entre 0,5 et 28V. 

CARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
Tension inverse continue 

Courant inverse à V =28 V 
R 

Capacité de la diode 
à f = 500 kHz et V = 25 V 

R 
Rapport des capacités 
à f = 500 kHz 

Résistance série à f = 470 
(VR telle que Cd 9 pFJ 

DO;~NEES f1ECMJ 1 QUES 
Boitier 00-34 

max 

< 

Cd > 
< 

Cd(VR= 3VJ > 
Cd (VR=25VJ < 

MHz rD typ 
< 

5,08 

28 

50 

BB405A BB405B 

2,0 
2,3 

4,5 

6,0 

0,6 
0,8 

2,0 
2,3 

4,8 

5,8 

0,55 
0,8 

BB405G 

1,9 
2,5 

4,5 

6,0 

0,9 
1,2 

Dimensions en mm 

@ 
_11.71_ 

max 

La bande blanche indique la cathode 
BB 405 C: bande bleue supplémentaire 
B6 405 G: banoe verte supplémentaire 

.... dans cette zone, diamètre non contrôlé. 

V 

nA 

pF 
pF 

Q 
Q 
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VALEURS A NE PAS DEPASSER Climites absolues selon publication CEl 13ft) 

Tensions 

Tension inverse continue VR max 26 V 

Tension inverse de crête VRM max :0, [J V:: 

Courant 

Courant direct continu IF max 20 mA 

Températures 

Température de stockage T 
stg 

-55 à +100 Oc 

Température de jonction à \} T. max 85 Oc 
R J 

CARACTERISTIQUES CT amb 
25 Oc sauf indication contrairel 

Courant inverse 66405A 664056 66405G 

VR 28V IR < 50 50 50 nA 

VR 28V; T =85 
amb 

Oc IR < 1000 10DO 1000 nA 

Capacité de la diode 
V = 

R 
1V Cd typ 17 17 17 pF 

à f=500 kHz V = 
R 

3V Cd typ 11 ,5 11 , D 11 ,5 pF 

V = 25V Cd > 2,0 2,D 1 ,9- pF R < .., ':1 2,3 2,5 pF >[4''',1 

Rapport des capacités CdCVR= 3Vl > 4,5 4,8 4,5 
à f = 500 kHz 

Cd CVR=25Vl < 6,D 5,8 6,0 

Résistance série 
typ D,6 0,55 0,9 Q à f = 470 MHz rD 

CVR telle que Cd = 9 pF < 0,8 0,8 1 ,2 Q 

.. Pendant le réglage des sélecteurs, des tensions pouvant atteindre 35V sont permises 
pendant 5 minutes, à condition que le courant inverse ne dépasse pas 1DO ~A. 

Ce!> rm,l! Ihi·;tiql/e~ ~(l'll cdlf"s d'un prodUIt ell d6veloPlJflllH'nt Elles pourront {"Jf!nluellement ôlre modifiées du fait des contraintes de fabrir,éHion. Leur publication n'implique pas 
nécessaill'In(~llt la mi .... (' en "Ihdeation de CP. produit. 
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